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GOLD-BONDED GERMANIUX DIODE in all glass construction,
designed as a general purpose diode

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR de construc-
tion tout verre, con%:ue pour usages generaux 3

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Allglastechnik fiur allgemeine
Verwendungszwecke

Dimensions 1in mm The red dot 1indicates the po-
Dimensions in mm sition of the cathode
Abmessungen in mm Le point rouge marque la posi-

tion de la cathode
Der rote Punkt indiziert die
Katodenseite

max15 min 37
i b
\ g =i
14 2
maxis5 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at, a
Valable a Tamb = 25 75.°C |
Giltig vet,] — = = T T o E T omE o mEE
- = max. 100 50 v4P)
-VDH = max. 100 50 v3)
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 115 35 mA3)
IDnM = max. 350 350 mA
ID surge = max. 500 wat)
ID surge = max. 600 mAz)
ID pulse (8§ = 1%) = max.1000 na”)
y = -55%z25% 7)
Storage temperature ° o
Température d'emmagasinage = =55 "G/+90°C
Lagerungstemperatur

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)constant D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

3)For derating curves see page D
Pour les courbes de réduction voir page D
Flir die Reduktionskurven siehe Seite D

4)5)6)7)896 page 2; vOlr page 2; siehe Seilte 2

7.7.1957 939 2488 1.
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Tanh:s 25 2C Tamb = 60 °C
= min, | max, = min. | max.

Vp (Ip=0,1mA)|= 0,15 |>0,10 | <0,25| = 0,08 | 0,03 | <0,20 V
Vp (Ip= 10ma) 0,4 | »0,25 | €0,55 || = 0,35 | »0,20 | 0,50 V

Vp (Ip=200mA) 0,8 50,50 | ¢< 1,0 =0,77 [ 0,48 | < 1,0 V
Vp (Ip=300ma)|= 0,9 | >0,55 | <1,25|= 0,88 |50,55|<1,25 V
-Ip(-Vp=1,5 V)|= 0,8|> 0,2| < 5{= 15|> 5[< 26 pA
-Ip(-Vp= 10 V)= 1,1|> 0,3|¢ 6= 20([>55 [< 30 pA
-Ip(-Vp= 50 V)= 2,5|30,45|¢ 9= 32|>7,5 | < 60 pa
-Ip(~Vp=100 V)|= 8|>»0,7|¢ 30[f= 50|>10 [< 120 pA
4)Max, duration 1 sec

Durée 1 sec. au max.

Max. Dauer 1 Sek.
5)Max. duration 0.3 sec

Durée 0,3 sec au max.

Max. Dauer 0,3 Sek,
6)Pulse duration max. 1 psec

Durée de 1l'impuls 1 psec au max.

Izpulsdaver max., 1 upSek.
7)Dur1ng operation

Pendant 1'opération

Wahrend des Betriebs

939 2489 2e



PHILIPS | op5

i 7R05634
1000 a5 5=5=57

Current limits E

ET] —==—<Limites de courant E

] | Stromgrenzen : 3

- LI L .

Iy HI 1 Tme=25% Tamb=50°C :

. (MmA) AT ] iRk

- / / §

g /y / y / // // B

100 . immesre=sLONN

= : y l' 3

= . 4 4 e

= 7 i 3

- [NV / ]

K § / 7 / / ]

VT Wi :

N / ]

1ok 1 ! d

: " ll 'l | " i " :

FTIT T / :

z / i ]

il i ] :‘ )

LY 1 / / 1

- | I e

7' T I -

5 g (i =

- 1 3

g ] 4

SETN AN -

N -l l | 7

ST —

sl [ l / ]

0”(; : 05 IOl'J 05

o) ® (V)

7.7.1957 A



OA5 | PHILIPS

1000 4 7R05635
000 FOAS 6857 Current limits 5
- — —=<Limites de couran 3
£ Stromgrenzen .
_D' L L1 EETE s B !
(wA) - Tamb=2 Tamb= :
100 ==
- b T 1
¥ /| N /”’ ]
L "4 B
- v // / ]
10E z = :
AT B S c
3 A ]
= // =
& A ]
i ps §
| Ly ]
1 =
: d—“— T :
__‘V -4
01 -

0 50 —p(V) 100 50 —Yp V) 100



OA5

PHILIPS

a1
9 0=y
]
|
G
(7)Y
e
50— 07—
(1)
\\
/
S
/ 09 = WO = —
052 =94
] (Yw)
/ gr
/ _
9€9508L S LR

7.7.1957




oA5 | PHILIPS

200 I 7ROS633
H IDmay = mMaximum’ permissible value of Ip|%5 i
s HIDnqx =Valeur admissible au max. de I
(A FZDmax=maximal zuldssiger Wert von Ip
150
s 259
100
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50
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0
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: e
" "Dmax H—Vppqx =maximum permissible value —Vp
V) —VDmax=Vvaleur admissible au max.de —¥p
H—VDmax =Maximal zuldssiger Wert von —
100 === ]
50 & =
0
25 35 45 55 65

75
Tamb (°C)
o



PHILIPS [

GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in single-ended all-glass
construction designed for high forward current switching
applications

DICDE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'CR en construction
tout-verre avec connexions unilaterales, congue pour
applications de commutateur a courant é€levé en sens
conducteur

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Allglastechnik mit Elektroden -
anschliissen an einer Seite zur Verwendung als Schalter-
diode mit hohem Strom in der Durchlassrichtung

Dimensions in mm The red dot indicates the
Dimensions en mm position of the cathode
Abmessungen in mm Le point rouge indique la

position de la cathode
Der rote Punkt bezeichnet
die Katodenseite

1 max15 min37 " 5, -
E I
N ‘
[} ] —
2 i
g e
)R
max15 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamb = 25 % | =75 °C

=V max. 25V |max. 25V

D
Vo =max. 25V {max. 257V
“Vp wodas (t = max. 1 sec) = max. 30 V |max. 30 V
direct current | J 2
I courant continu = max. 140 mA |max. 50 mA%)
Gleichstrom

See pages E,F
I, (tay = max. 50 msec) Voir pages E,F
: ! Siehe Seiten E,F

Iy = max. 250 mA |max. 250 mA

I, sirFge (t = max. 1 sec) = max. 40(? ng lmax.o400 mA
anb = -55 °c/ +75 °c
Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = =55 °c/ +75 “C
Lagerungstemperatur

1) Not tirned; non étamé; nicht verzimnt
2) See also page D; voir aussi page D; siehe auch Seite D

6.6.,1960 722 00 30 1e
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Thermal data. Junction temperature
rise to ambient temperature in free

air k £ 0.4 °/uw
Données thermiques. Augmentation de
la température de la jonction au
regard de la température de 1'am- ¢ °
biance a 1l'air libre K = 0,4 °C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhdhung
in vezug auf die Umgebungstemperatur < o
in freier Iuft K = 0,4 "C/mW
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten VD(V)
Ip Tamb = 25°C Tomb = 60°C
(ma) = min. | max. = | min. | max.
0,1 [=0,18(> 0,12(< 0,26 | = 0,11|> 0,06|< 0,19
= 0,25|> 0,20|< 0,33 = 0,20|> 0,14|< 0,28
10 |= 0,38|> 0,30|< 0,48 | = 0,35|> 0,25[< 0,43
30 |= 0,50|> 0,36[< 0,65 | = 0,47|> 0,32|< 0,61
50, |= 0,56(> 0,40|< 0,78 | = 0,54|> 0,37|< 0,75
250')|= 1,00 < 1,65
-Ip(pa)
-V, Tamb = 25°C Tamb = 60°C
(v) = = max.
1,5 = 0,4 = 5 < 20
10 =1,5 = 9 < 30
25 = 6,0 = 22 < 150

Reverse recovery, measured at -VD = 5 V after forward
current pulse of 5 mA
Recouvrement inverse, mesuré a -V, = S V aprés une impulsion
.. de courant en sens conducteur dg
Ubergangszeit fir Sperrichtung, gemessen bei -V
nach einem Stromimpuls von 5 mA in der Durchlassg%chtung

Tamb = 25°C
Square wave pulse
generator N
Générateur d'impylsions " .
o} onde ¢ carrée D (o] Oscﬂloscqpe
Rechteck— N |Oszillograt
Impulsgenerator
Ri=5000 Shunt diode
= Diode de dérivation
Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Mésschaltung

"see page 3; voir page 3; siehe Seite 3.

722 0031 2:
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Reverse recovery (continued)
Recouvrement inverse (suite)
Ubergangszeit fiir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1'impulsion
Impulsdaten £ = 50 kc/s
) = 0,5
Rise time .
Temps de montée < 0,1 psec
Anstiegszeit
Iy = Sm
oy = 5V
Oscilloscope data
Donnees de 1'qscilloscope Cinp = 40 pF
Daten des Oszillografen Rise time )
Temps de montée = 0,025 psec
Anstiegszeit
; 0.5 psec after the current impuls = 140 pA
-1p 40,5 usec apres 1'impulsion de courant
0,5 pSek nach dem Stromimpuls <250 pA
3.5 psec after the current impuls
-1p 43,5 usec apres 1'impulsion de courant < 25 pA
3,5 pSek nach dem Stromimpuls
—t (usec)
50
100
150
. 20!
~ip(eA)
250
300} max 250pA
1) Measured under pulsed conditions to prevent excessive
dissipation .
Mesure avec des impulsions pour prévenir une dissipation
excessive
Zur Vermeidung einer iiberméssigen Verlustleistung mit
Impulsen gemessen
11,11.1960 722 0332 e
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7200133
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7200131
250 0A7 1-7-%60

"IDpay = WAX. “permissible D.C. current

) IDmax = courant continu max, admissible

[Dmax | IDpay = maX. zuldssiger Gleichstrom
(mA)
200
150

Ty
N
N
100 L
N
N
N
50
25 45 65 Tomp (°C) 65
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IDmax = max. permissible value of Ip for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =7xIp; tay =
max. 50 msec)

IDpgx = Valeur max. admissible de Ip pour des tensions
d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =77.Ip; tay = 50 msec au max.)

IDmax = max, zul&issiger Wert von Ip bei sinusfdrmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
(Ipy =77.Ip; tay = max. 50 mSek

. 1 T, =250 o]
amp=25° C
80 —— T
450
————
D rox N ——
)
(mA) 550
60
.
~-~
~~~
T—
650
40~
Tt
——
B
=
750
|
20
)
D
\)\1
N
QS
N =
NS
0 Q
0 10 20 —Vpp (V) 30
B




PHILIPS

OA7

00l (%)9 08 09 0% 0z 0
I8 Z 0
Sia =T P
IN _Ll=l-r1 AP
< = =T A L
o 14" A g
2==r = A
T e ]| == — A £
T - =T -
=y LA =%
D oG/ 5= > 4" 0s
A B
1 =T = -
ol -1~ \\m“ PAard
1 +" . P
= L= =5 2
e A _L4- P
= Ci=7 =
0055 , PP LA T = RN
- L=l 1 fard
L3500 —EeeTe o= 1= P P 00!
1] T e g e = e= Q>
0 oOf =TT = _bEs X Not=0p——=—=—
0% P 2 ho=%Y— (V)
AR aEp ARRR) roug
o s H/\vv\o | Q T
0052 2 A D
"QED.N | el il il I |
(Aesw 0§ °*XBU = >w$ *qatajeqsTndwl Teq pun Funisereg hwbﬁpwnmmmx B,
110 usSunuuedssFuePuty usFrwaioJsnuyls Toq UI UOA JIof JOFTSSBINZ *XEBW = ar
(*xew ne 28sW 0§ = >w3 *suotsTndut O8A® noSmmﬂ,ﬂmpa anod 98 aaT3ToedRO ©FIBRUD —
J8A® S8TEBPIOSNUTS 99I3u8,p suotsusy sop anod U1 op sTqysstwpe °*xXem anefea = Tay
(o8sw 0§ °*Xewm = >muv *suotqeorTdde estnd J0J pue PeOT Yeu
aaTiToRdRD YjTM saFejToa andut Teprosnuts Jo3 dT Jo enrea ayqrsstuwied °‘XBW = 1453




PHILIPS [oa9

GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in single-ended all-glass con-
struction, designed for high-current switching applica-
tions

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINT D'OR en construction
tout verre a sorties unilatérales; la diode est congue
pour applications de commutation & courants €levés

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Allglastechnik mit einseitiger
Drahtausfiihrung; die Diode ist bestimmt fiir Schalteran-
wendungen mit hohen Stromen

The red dot indicates the po-
sition of the cathode

Le point rouge marque la posi-
tion de la cathode

Der rote Punkt indiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

B Katodenseite
L max15 min37 ;-
& [
g . w4=‘
1) )
max15 <

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamp = 25 75 °c
-Vp =.max., 25 25V
-VDM = max. 25 25V
“VDgurge (¥ = max. 1 sec) = max. 40 40V
direct current 2
Ip { courant continu = max. 270 90 mA °)
Gleichstrom
See pages E to G
Ip (tay = max. 50 msec) Voir pages E - G
Siehe SeitenE bisG
Ipu = max. 500 500 mA
IDsurge (t = max. 1 sec) = max. 800 800 mA
Tamb = -55°c/+ 75 °cC
Storage temperature ° o
Température d'emmagasinage = -55°C/+ 90 “C
Lagerungstemperatur

) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
2) See also page E; voir aussi page E; siehe auch Seite E.

5.5.1960 938 4296 16
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Thermal data. Junction temperature rise

to ambient temperature in free air K s 0.35 °C/mw
Donnees thermiques. Augmentation de la
temperature de la jonction au regard
de la température de l'ambiance a 1l'air < o
libre K = 0,35 ~C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhdhung des
Kristalls in bezug auf die Umgebungs- < 6
temperatur in freier Luft = 0,35 “C/mW
Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Vp (v)
D 0 0
(mA) Tamb = 25 °C Tamb = 60 ~C
0,1 = 0,15 | < 0,21 = 0,09| < 0,15
10 = 0,33 | < 0,41 = 0,28 | < 0,35
500 ')| = 0,70 | < 0,90 = 0,66
-Ip (uA)
VD ) )
) Tamb = 25 C Tamb = 60 ~C
1,5 = 0,7|< 3,5 = 8|« 20
10 = 1,5[< 10 = 12| < 45
25 = 7,0l < 50 = 20| < 100

Dynamical characteristics °
Caractéristiques dynamiques Tamb = 25 C
Dynamische Kenndaten

Column I: Setting of the diode and typical (average
measuring results of new diodes
II: Characteristic range values for equipment design
Colonne I: Valeurs pour le réglage de la diode et les
résultats moyens de mesures de diodes neuves.
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude
d'équipements
Spalte I: Einstelldaten der Diode und mittlere Mess-
ergebnisse neuer Dioden
II: Charakteristischer Wertbereich filr Gerdtentwurf

) Measured under pulsed conditions to prevent excessive
dissipation.
Mesuré en service d'impulsions pour prevenir une dissi-
pation excessive
Gemessen mit Impulsen zur Verhiitung einer lberméssigen
Verlustleistung

938 4301 2,
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Dynamical characteristics (continued) P
Caractéristiques dynamiques (suite) Tamb = 25 C
Dynamische Kenndaten (Fortsetzung) i

|
Capacitance _I_ = i _
Capacite -Vp = 0,75 v
Kapazitat £ = 0,51 Ye/s
cak = 3 : <7 ©DF
Forward recovery
Temps de recouvrement direct
Ubergangszeit fur Durchlassrichtung
100 Q. 0Oscilloscope
Pulse generator Oszillograph
Générateur d’impulsions Cj=20pF
Impulsgenerator - Rise time P,
Rj=150.0. W, =100V Temps de montee}=
f=20kc/s Anstiegszeit
0,04 1 sec.

Measuring circuit; circuit de mesure; Messanordnung

lusec K
Iom=) Vom T
400mA . VD‘ }
i I
trc=L‘Qi[;l‘SeC 0O4psec )
Current pulse Voltage pulse -
Impulsion de courant Impulsion de tension
Stromimpuls Spannungsimpuls
I | 1I
Ipy = 400 mA
timp= 11 usec

Vou = o,e:< 1,4 V
after 0.4 psec N |

vp {aprés 0,4 usec =%0,7 l< 1,0V
nach 0,4 uSek o |

5.5.1960 938 4302 3.
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Dynamical characteristics (continued) 0
Caractéristiques dynamiques (suite) Tamh = 25 C
Dynamische Kenndaten (Fortsetzung)

forward current pulse of 400 mA

.. conducteur
Ubergangszeit fiir Sperrichtung, gemessen bei -Vp = 10

Oscilloscope
Oszillograf

Measuring circuit; circuit de mesure; Messanordnung

Pulse data
Données de 1l'impulsion
Impulsdaten Ipy = 400 mA
-Vpy = 0V
5 = 20 %
£ B 50 ¢/s
Oscilloscope data
Données de l'oscilloscope
Daten des Oszillografen
Cinp = 15 pF
Rinp = 4 ue
Rise time ,
Temps de montée = 0,016 psec
Anstiegszeit
3.5 usec after the current 1 | II
impuls il £ S
- 3,5 usec apres mpulsion
i< "’3e courant : < 150 ph
3,5 pSek nach dem Stromim- I
puls

Reverse recovery time, measured at -Vp = 10 V after

Temps de recouvrement inverse, mesuré a-Ip=10V aprés
une impulsion de courant de 400 mA dans le sens

nach einem Stromimpuls von 400 mA in Durchlassrichtung

v

938 4303
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IDmax = max. permissible D.C. current
IDmax = courant continu max. admissible
IDmax = max. zul#ssiger Gleichstrom
IDmax
(mA)
300
.
-
200 s
AN
.
AN
AN
700
)
7
&
q
i
0 813
25 45 65 Tomp (°C) 65
5.5.1960 E
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Ippax = maX. permissible value of Ip for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =7xIp; tay =
max. 50 msec)

IDpay = valeur max. admissible de Ip pour des tensions

8. d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =77.Ip; tay = 50 msec au max.)
IDm x = max. zulédssiger Wert von Ip bei sinusfdérmigen
a Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
. (Ipy =7v.Ip; tay = max. 50 mSek)
200 71T
Ip %
(mA)
Tomp=25°C
=
150 =4500
- mme
Te——
———
=65OC
———l ]
100 B —
- e
=65
——]
T —
e .
= 750
50 S°C
o
-
o
NN
NI
NS
0 S
0 10 20 =Vpp (V) 30
DM
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PHILIPS [0A31

') During switching on

GERMANIUM JUNCTION DIODE for use as rectifier for medium
currents and voltages

DIODE A JONCTION DE CRISTAL DE GERMANIUM pour utilisation
en redresseuse pour des courants et tensions moyens

GERMANIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fiir
mittlere Strome und Spannungen

22
Dimensions 1n mm max

Dimensions mm

Abmessungen in mm
_-_"'§l&
U] &

)
~N

) S 3

When fastening the diode a torque of 3 cm kg should not be
exceeded

En fixant la diode un moment de torsion de 3 cm kg ne sera
pas surpassé

Beim Befestigen der Diode darf ein Drehmoment von 3 cm kg
nicht liberschritten werden

Limiting values (absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vp = max. 85V

-Vpy = max. 857V
Ip =max. 12 A
Ipy = max. 12 A
Ipy max. 90 A ')

See page B
Voir page B
Siehe Seite B

max. 75 °C

Hd
|
N —r

Load capacitor
Capacité de charge(-Vpy = 85 V)

max.1000 pF 2)
Ladekondensator

Pendant la mise en circuit
Beim Einschalten

2) At lower values of -VDM the load capacitor can be raised
inversely proportional to -Vpyu
A des valeurs plus basses de -Vpy la capacité de charge
peut étre augmentée inversement proportionnelle a -Vpu
Bel kleineren Werten von -Vpy kann der Ladekondensator
umgekehrt proportional vergrodssert werden

938 3061 e
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Ty = 25 °C Ty = 75 °C
vp ( Ip=0,1 4)[|=0,5V
vp ( Ip = A)[=0,5V
vp (Ip= 12 4)|=0,6V [<0,7V
-Ip (-Vp = 1 V)= 25 pAlf = 1,5 mA
-Ip (-Vp = 85 V)| = 40 pA = 1,8 mA [< 4 mA

Thermal resistance from junction to
mounting base

Reclstance thermique de la jonction
jusqu'a la plaque de montage

Thermischer Widerstand vom Kristall
bis an die Montageplatte

K = max. 5 °c/w

Operating characteristics
Caractéristiques d'utilisation

Betriebsdaten
Tamb S 45 C with copper heat sink of 100x80x1 mm per
diode
Tamb < 45 C; avec plaque de refroidissement de cuivre

100x80x1 mm par diode

Tamb £ 45 OC; mit kupferner Kiihlplatte von 100x80x1 mm
pro diode
Half wave rectifier circuit
Circuit redresseur demi-onde
Halbwellengleichrichterschaltung
Vi = 54 Verr ') = 1~
Io = 3,5 A 7 I"TEE Vo
Vo= 24V <

PP TN

1) When a load capacitor is used the permissible value of
Vi is max. 27 V
Si une capaczte de charge est utilisée la valeur admis-
sible de Vi est de 27 V au max.
Wenn ein Ladekondensator verwendet wird, ist der zu-
ldssige Wert von Vi max. 27 V

938 3062 2.
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Operating characteristics (continued)
Caracteristiques d'utilisation (suite)
Betriebsdaten (Fortsetzung)

Bridge rectifier circuit
Circuit redresseur en pont
Gle1chrichterbrﬁckenschaltung

V;
Vi = 54 Verp !
In= 74
Vo = 48 V r - .
Ioﬁs Vo
=
i +

Three-phase bridge rectifier circuit
Circuit redresseur triphasé en pont
Dreiphasen—Gleichrichterbrﬁckenschaltung

Vi =31 Verr
Ip = 10,5 A Vi
Vo 70 V
.: “Hir
v+

AAAA

Al

938 3063 3.
4.4.1959 ==
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OA 31

PHILIPS

7R05936
0A31 2-5-'5
|
14 1) Diode bottom temperature =Tamb
PDmax 25 With heat sink 100x80x1mm, blackened Cu
(W) 3) Without heat sink
1) Température du fond de la diode =Tamb I
25 Avec plaque de refroidissement 100 x80x1mm,Cu noirci
12 3) Sans plaque de refroidissement
H-HH 1) Temperatur des Diodenbodens=Tamb ..
2) Mit Kiihlblech 100x80xImm,Cu geschwarzt
3) Ohne Kiihlblech T u
10
8
4
3
6 So ]
&t s
4
-~ k§ é -
2
i T
K=50 °c, / y 3)
| 30 4 1
0 HEHH
25 35 45 55 65 Tomb(°C)75

8
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GOLD-BONDED GERMANIUM DIODE in miniature all-glass con-
struction designed for high forward current switching
applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM A POINTE D'OR en construction
tout-verre miniature congue pour applications de commu-
tation a courant eleve dans le sens conducteur ;

GERMANIUM-GOLDDRAHTDIODE in Miniatur-Allglastechnik zur
Verwendung als Schalterdiode mit hohem Strom in der Durch-
lassrichtung

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de la cathode

Der weise Ring bezeichnet die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max 3 maxg)
S =15
W= |
& B max 7,6
L S eutas N

Limiting values (Absolute max. values)
Caracteristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamd = _ _ 25 % _ 60 °C
-Vp = max. 25 25 V
-Vpu = max. 25 25 V
-VDsurge(t = max. 1 sec) = max. 30 30V
direct current
Ip < courant continu = max. 110 50 mA 2)
Gleichstrom

Ip (tay = max. 50 msec) Voir pages F,G

See pages F,G
Siehe Seiten F,G

Ipy max. 150 150 mA
IDsuree (t = max. 1 sec) = max. 200 200 mA
Tamb = =55 %/+ 60 °c
Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = -55 ~C/+ 75 “C

Lagerungstemperatur

T) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) See also page E; voir aussi page E; siehe auch Seite E]

1.
10.10.1960 722 0255
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Thermal data. Junction temperature
rise to ambient temperature in

current pulse of 5 mA s 5 .
Recouvrement inverse, mesuré a -Vp = 5 V aprés une impulsion

.. de courant en sens conducteur de 5 mA
Ubergangszeit fiir Sperrichtung, gemessen bei -Vp
nach einem Stromimpuls von 5 mA in der Durchlassrichtung

Tamb = 25 °C

free air k £ 0.45 Oc/mw
Donnees thermigues. Augmentation de
la temperature de la jonction au
regard de la temperature de 1'im- < 5
biance a l'air libre K = 0,45 “C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhdhung

des Kristalls in bezug auf die ¢ 6

Umgebungstemperatur in freier Luft K = 0,45 ~C/mW
Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten

Vp (V)

o o o

(mA) Tamb = 25 “C Tamb =60 “C
= min. max. = min. max.

1 =0,26 20,20 0,33 =0,20 20,14 0,28
10 | =0,40 | >0,30 | <0,48 | =0,36 | >0,25 | <0,43
30 | =0,54 >0,36 <0,65 =0,50
-Vp -Ip (pa)

(v) Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C

= - max.

1,5 = 0,6 = 6 < 20

10 = 3,5 =13 < 40

25 = 10 = 28 <160
Reverse recovery, measured at =-Vp = 5 V after forward

=57

Square wave pulse
generator

(Générateur d'impulsions|
G onde carrée
Rechteck—

Impulsgenerator

Oscilloscope|
Oszillograf

Ri=5000

Shunt diode

D= Diode de dérivation

Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Messchaltung

7Z2 0256
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Reverse recovery (continued
Recouvrement inverse (suite

Ubergangszeit flir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Donnees de 1l'impulsion

Impulsdaten £ = 50 ke¢/s
& = 0,5
Rise time ,
Temps de montee < 0,1 pusec
Anstiegszeit
Ipym = 5 mA
~Vpn = 5V
Oscilloscope data
Donnees de l'oscilloscope
Daten des Oszillographen Cinp = 40 pF
Rise time ,
Temps de montee = 0,025 psec
Anstiegszeit
0.5 psec after the current impuls
-ip 4 0,5 usec apres 1l'impulsion de courant < 250 pA
0,5 uSek nach dem Stromimpuls
5.5 psec after the current impuls
-ip 3,5 usec apres l'impulsion de courant < 25 pA
3,5 uSek nach dem Stromimpuls
—>t (usec)
0 05 1 15 2 25 3 35
0 T T T T T T
e |
i } max25pA
|
w00~ |
|
|
150~ t
|
. l 200 |
~ip(eA) }
250—
300} mox 250pA
10.10.1960 722 0257
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Characteristics (continued)
Caractéristigues (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

Capacitance = =
Capacité VD 0,75V
Kapazitdt f = 0,5 Mc/s

= 1,0 pF
Cak < 3,5 pF )

1) Characteristic range values for equipment design. For
other characteristic range values for equipment
design see curves pages B, C and D except the points
mentionned at page 2.

Gamme de valeurs caracterlstiques pour 1'étude 4" equ1pe-
ments. Pour les autres gammes de valeurs caractéristi-
ques pour 1'étude d'équipements voir les courbes pages
B, C et D sauf les points mentionnés page 2

Charakteristlscher Wertbereich fiir GerZtentwurf. Fir die
iibrigen charakteristischen Wertbereiche fir Gerdtent-|
wurf siehe die Kurven Seiten B, C und D, mit Ausnahme
der auf Seite 2 erwdhnten Punkte.

722 0258 44




PHILIPS

OA 47

. 7200078
T¢ 0447 1-6-50
Ip
(mA) !
| i
I |
: i
Tamp=25°C * i '
_____Tamb=60°C :
|
1
2 ’
/
AND 4
10-5=Vp (V) 105 T
" 2++Vp(V)-Q
|
I
1
T
4
}
Ip
L (HA)
|
6 L
~
10.10.1960
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7000221310077—55—960 I T O E
E Current limits
Ip F - {Limites de courant -
(mA)F Stromgrenzen .
i Tomp=25"C ]
"'
B I / ’r’ h
/.
5 / .
B / / v .
: / an ]
10k / |
= 7] ! =
C ] 7 ]
C H .
y / / i
i / / ]
3 i -
I
L / / /} ]
- / ) i
TE 7 —
o5 , =
L l 2 -
- i 1] =
- ; 7
C I ] ]
i | ] [ ]
|
| I ]
L 1 i ]
L , ' |
- | | i
o 1
0 02 04 06 Wp(v)

08
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0A47 1-6-1960 S I [ 8 O
Current limits

——=<qLimites de courant
Stromgrenzen

Ip
MA) Tomb =60°C ]

TTTTTTT
vl bl

L /| / / ]
_ / ’
_ A1 AT ]
10¢ 4 4 -
: ; ; g
- 3 ] .
B / 7 :
= , l/‘ i
f
- ‘ I =
!
N | / ]
: / / I‘ g
1k / =
- H-Hf / E
- i y E
n i 1 .
- "I / ]
i /
i [l /
o / / / )
ST ]
RRN / ]
o7 /
0 02 04 06 p(Vv) 06

10.10.1960 c
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7200077 L 4
1000 0447 _1-6-501]
= ID 3 =
(/J G :__ Upper current limits :
1=y vy e Limites de courant supérieures _
B Obere Stromgrenzen . <
- A Temb =60°C .
100} z ]
= - =
- Pd =
o i 3
i i Temb =60°C :
- ’/’ T lamb = I
E ped ol E
C p P .
10E Tamb = 25°C E
- /' -
| 4 7
B ) / g
C / ]
! E / T =
: : &
0’70 10 20 30 -Wpv)
by
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7200072

IDmax = max, permissible D.C. current
IDma.x = courant continu max. admissible
Ippay = Wmax. zulédssiger Gleichstrom

10447 1-6—1960

200

Ipmox

(mA)

150
700 &
. 5D =
- 0
30 40 50 Tamp(°C) 60
10.10.1960 E
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7200073 b4
IDmax = max. permissible value of Ip for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =7xIp; tay =
max. 50 msec)
IDpayx = valeur max. admissible de Ip pour des tensions
d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =77.Ip; tay = 50 msec au max.)
IDpay = DaX. zul#ssiger Wert von Ip bei sinusférmigen -
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
(Ipy =7v.Ip; tay = max. 50 mSek)
0A47 1-6-1960
Dmax
(mA)
60
<
Tamb=45°C
- : |
o
=50C
40
P
]
Pt — N0,
20
OV
0
0 10 20 30 —Vp(V)
b4
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GERMANIUM DIODE for use as video detector 1
DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM pour la détection vidéo
GERMANTUMDIODE zur Video-Demodulation

The white band indicates the

position of the cathode
Dimensions in mn L'anneau blanc marque la posi-
Dimensions en mm b1, de 1 thod
Abmessungen in mm on de ~a cavnode
Der weisse Ring indiziertdie
21 2 Katodenseite
max max
il b i T
S D P
’ max 12,7
| 100%25

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

~-Vpu = max. 22,5V
-Vp (tgy = max. 50 msec) = max. 15V
Ip = max, 50 ma %)
Ipy = max. 150 mA
Isurge = max. 400 mA 3)
Tamb = -500C/+75 °C

])Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vpy and Ip see the derating curve (page D).
Operation in accordance with this derating curve is
prescribed, The derating curve is valid at Tapp £ 25 °C.
At _higher temperatures an extra derating of Iﬁm%y a factor

Tamb i1s prescribed.

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpy et ID
admissibles slmu;tanément voir la courbe de reéduction
page D). Une operation en accord avec cette courbe est

prescrite.la courbe de réduction est valable a Tagp £ 25°C
A des températures plus élevées une réduction supplementaire

de Ip par un facteur Tamd est prescrite.

Fiir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorée-
schrieben.Die Reduktionskurve ist giiltig bei Tamp £ 25 SC.
Bei hoheren Temperaturen ist eine zusdtzliche Reduktion

2
vo! 1 vorgeschrieben.
n ID mit einem Faktor Tambd Trg
3)Max, duration 1 sec.

Durée 1 sec., au max.
Max. Dauer 1 Sek.

7. 7.1957 939 2437 1.
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Capacitance
Capacité Cdx = 1 pF
Kapazitdt
Characteristics
Caractéristiques Tamb = 25 °C
Kenndaten
vp (Ip = 0,1 ma) > 0,1 < 0,25V
-Ip (-Vp = 1,5 V) 1 < 30 pA
Operating characteristics as video detector ,
Caractéristiques d'utilisation en détectrice vidéo
Betriebsdaten als Video-Demodulator
= Vafm = 5V
J- L) -L R/ = 3,9 k@
Vhe| ==Ce G 2R R
T T Cc = 20 7F
f = 30 Mc/s
n 62 %
ra = 3 k@
See also pages E to J
Voir aussi pages E jusqu'a J
Siehe also Seiten E bis J
Net weight
Poids net 0,6 g
Nettogewicht
939 2438 2.
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/‘\ 100 7R06023

oAm e -H current limits =
ID = ——=——1limites de courant
F Stromgrenzen -
(mA)F [[TTTT]] -
- T:ym =25°C_ Ll =
o I ‘ ] L]
L | pal |
/ di AT
B / o i
LA LT :
70‘ I / R 119
: 7 T
B ,/ O O ) O O
LT / / |
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- / ]
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- ! T i
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it T
11N L
LIy :
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A
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7R06024
feger current limits 0A70 15-10-58 |
————1limites de courant 7 o
—Ip Stromgrenzen 7 =
A)E pd . 1
(A} 7 Tmo=25C| | [
= 4 il
| /
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GERMANIUM DIODE in all glass construction for high inverse
voltages

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre pour
des tensions inversesélevées

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik fiir hohe Sperrspannungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ringindiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max 27 max2)
a5 =[] NT e
max12,7
100125
r

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Kenndaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at

Valable a }Eagm_ e .S _ _ 25 _ _150L:.:.060:°C

Gilnls bal Vp 2) = max. 60 60 50 v
~vpy 3) =max. 90 90 75V
Ip (<Vpy = 0 V*)- max. 35 mA
D (-vou = 90 M)*)= max. 10 ma
Iny = max. 150 150 150 mA
Isurge 5) = max. 200 200 200 mA
Tamb = -50/+60 o¢

1Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)Constant D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

3)sinusoidal voltage
Tension sinusoidale
Sinusfdrmige Spannung

4)5)see page 2; voir page 2; siehe Seite 2

03 7+1957 939 2441 1
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Capacitance
Capacité Cix = 1 pF
Kapazitédt
Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C

= Min. Max. = Uin. | Max.
vp(ID= 3 maA)|= 0,76 | 50,40 | ¢1,05[= 0,7 | »0,3 | <1,0 V
vp(Ip= 30 ma)|= 2,8 | »1,8 | <4,1|=2,6 | >1,7 | 3,9V
-Ip(-Vp=1,5 V)|= 1,6 50,1 ?|= 17 | »0,1 €40 pA
-Ip(-Vp= 10 V)|= 3,5 | »>0,5 2= 25 >8 <65 pA
-Ip(-Vp= 60 V)|= 28 >3 <115)= 90 »25 | <280 pA
-Ip(-Vp= 90 V)|= 85 >8 | <250|= 230 | »35 | <500 pa
Net weight
Poids net = 0,6g
Nettogewicht

4)For the relation between simultaneously allowable maximum

values of -Vpy and Ip see the derating curve (page D).
Operation in accordance with this derating curveis
prescribed. The derating curve is valid at Tamb £ 25 °c.
At higher temperatures an extra derating of Ip by a factor
is prescribved.

Tamb ’
Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpu et Ip
admissibles simultanément voir la courbe de réduction
(page D). Une opération en accord avec cette courbe est
prescrite.La courbe de réduction est valable a Tamp £ 25°C
A des températures plus élevées une réduction supplémentaire

de Ip par un facteur Timb est prescrite

Fiir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -VpM und ID siehe die Reduktionskurve

Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge-
schrieven. Die Reduktionskurve ist giiltig bel Tamb £ 25 °C
Bei hoheren Temperaturen ist eine zusd@tzliche Reduktion

von Ip mit einem Faktor Tﬁig vorgeschrieben

5)Max,duration 1 sec.
Duree 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

939 2442 2.
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2-0A 72

GERMANIUM R.F. RECTIFIER DIODE in all glass construction
with high inverse resistance

TYPE 2-0A72 consists of 2 diodes OA 72 selected for opera-
tion in a ratio detector or similar circuits

DIODE REDRESSEUSE H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM de construction
tout verre, avec résistance inverse élevée ,

LE TYPE 2-0A72 est compose de 2 diodes OA72 sélectionnées
pour operation en détectrice ratio ou en circuits analogues

HF-GERMANTUMGLEICHRICHTERDIODE in Allglastechnik mit hohem
Sperrwiderstand

TYPENNUKMER 2-0A72 besteht aus 2 Dioden OA 72 die ausgesucht
sind zur Verwendung als Ratio-Detektor oder in &hnlichen
Schaltungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc margue la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
mﬁz’) max 2
8,
= Di—=—=8y
max12,7 N
100125
T

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

valid at,

Valable a Tamb = 251 +.,60:.,°C

Gliltig bei FETSD .\ ERT 0S ToriL TR RET Fos TH
-Vp ) = max. 30 30 V
-vpu 3) = max. 45 45°* V
Ip(-Vpy = 45 V)*) = max. 10 4 mA
Ipn = max.!100 100 mA
Isurge %) = max.200 200 mA
Tamb = -500C/+60 ©°C

1)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)Constant D.C. voltage
Tension continue constante
Konstante Gleichspannung

3)sinusoidal voltage
Tension sinusoidale
Sinusfdrmige Spannung

4)5)See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

7.7.1957 939 2443 1.
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Characteristics

Caractéristiques Tamb = 25 °C
Kenndaten
Static vp( Ip = 0,1 mA) = 0,207V
Statique L -
Statisch vp( Ip = 10ma) = 1,47
vp( Ip = 30ma) = 2,47
-Ip(-¥p = 1,5V ) = 0,8 pa
-Ip(-Vp = 10V ) = 4,5 pA
-Ip(-vp = 30V ) = 50 pA
-Ip(-Vp = 45V ) = 130 pA
Dynamic
Dynamique
Dynamisch
vy = 3 Verf
3 £ = 10,7 Mc/s
> n = 85 %
[ rq = 17 k@

4)For the relation between simultaneously allowable maximum

values of -VpM and ID see the derating curve (page B).
Operating in accordance with this derating fuwveois
prescribed. The derating curve is valid at Tamb = 25 C.
At higher temperatures an extra derating of Ip by a factor
Té%i is prescribed

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpy et ID
admissibles simultanément voir la courbe de réduction
(page B). Une opération en accord avec cette courbe est
prescrite.la courbe de réduction est valable a Tamp £ 25 oC
Ades températures plus élevées une réduction supplementaire
de Ip par un facteur__25 est prescrite

Tamb

Fiir die Beziehung zwischen den gleichzelitig zulassigen
Hoéchstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(seite B). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge-
schrieben.Die Reduktionskurve ist giltig bei Tamp £ 25 C.
Bei hdheren Temperaturen ist eine zusatzliche Reduktion

von Ip mit einem Faktor Tamb vorgeschrieben
5)Max, duration 1 sec.

Durée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

939 2444
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Operating characteristics of a matched pair ¢-0A72 as
ratio detector

Caractéristiques d'utilisation d'une paire jumelle 2-0A72
en detectrice ratio

Betriebsdaten eines Diodenpaars 2-0A72 als Ratio-Detektor

220pF

ey b
300F ey e v
oF == 2=’2
LSRN
==
(020 oF 26 | Lo
Ne -},350- 2 L=C=le
" 3000 15k
[2kaR
1900 AATG
oF

Transformer ratio

Rapport de transformation §E -
Ubersetzungsverhdltnis Nt
Primary circuit 1
Circuit primaire L=7,4 uH R=40kQ ')
Primdrkreis
Secundary circuit 1
Circuit secondaire L=5,5ul R =55k ')
Sekundédrkreis
KQ = 0,7 2)
fo = 10,7 Mc/s
af = 15 ke/s
m = 30%
f ="fo
“{2v<vc <eov} : 30
f = fo t 25 ke/s
“{2v<vc<2ov} : 15

fo = resonance frequency; fréquence de résonance;
Resonanzfrequenz
af = frequency sweep; balayage de fréquence; Frequenzhub
= AM modulation factor,; facteur de modulation AM;
AM-Modulationstiefe
@ = AM suppression factor; coefficient de suppression AM;
AM Unterdriickungsfaktor

1)Undamped
Non amorti
Unged&dmpf't

2)Measur;ed in the circuit
Mesure dans le circuit
In der Schaltung gemessen

7.7.1957 939 2458 3
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GERMANIUM DIODE in all glass construction for use as video
detector

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre pour
la détection vidéo

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik zur Video-Demodulation

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziert din
Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max 2 max 2"
s NT e b
L max12,7
| 100125

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute laximalwerte)

=Vpu = max., 30V
-Vp (tay = max. 50 msec) = max. 20 V
Ip (-Vpy = 0 V) = max. 50 mA °)
IpM = max. 150 mA
Isurge = max. 400 mA 3)
Tamb ==500C/+75 °C

HNot tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -Vpy and ID see the derating curve (page D)
Operation in accordance with this derating curveis
prescribed. The derating curve is valid at Tamb £ 25 ©C.
At higher temperatures an extra derating of IDbya factor

Tamp 1S Prescrived

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpy et Ip
admissibles simultanément voir la courbe de reéduction
(page D). Une opération en accord avec cette courbe est
prescrite.la courbe de reduction est valable a Tgmb$ 25°C
A des températures plus élevées uneréduction supplémentaire

de 1 ar un facteur .
D P e Tamd est prescrite

Fur die Beziehung zwischen den gleichzeitig zul#ssigen
Hochstwerten von -VpM und ID siehe die Reduktionskurve
(Seite D). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge-
schrieven.Die Reduktionskurve ist gliltig bei Tamp £ 25°C.
Bei hdheren Temperaturen ist eine zusitzliche Reduktion

von Ip mit einem Faktor Tﬁgﬁ vorgeschrieben.

3)Max. duration 1 sec.; durée 1 sec. au max.;
max. Dauer 1 Sek.

7.7.1957 939 2459 1.
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Capacitance

Capacité Cix = 1 PF

Kapazitdt

Characteristics

Caractéristiques Tamp = 25 °C

Kenndaten Min Ma:
vp (Ip = 8 ma) Y 0,5, €. 1,407
Vp (Ip = 0,1 ma) ¥ 051 K=.0,247
=Ip (-vp= 1,5V ) > 1 < 18 pA
-Ip (-vp= 10V) > 8 < 100 pA
-Ip (-vp= 20V) > 25 < 400 pA
-Ip (<-\p= 30V) > 45 < 1200 pA

Operating characteristics as video detector ,
Caractéristigques d'utilisation en détectrice vidéo
Betriebsdaten als Video-Demodulator

& Vhfm = 5V
l " _L Ry =3,9 k@
Vs Ce C =Ry Cy = 10 pF
T T Cc = 20 pF
£ = 30 Mc/s
7 = 62 %
rd = 3 kQ

See also page E to J
Voir aussi page E Jusqu aJg
Siehe also Seiten E bis J

Net weight
Poids net 0, 6 g
Nettogewicht

939 2460 2.
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2-OA79

GERMANIUM DIODE in all glass construction for use in AM
detection circuits

TYPE 2-0A79 consists of 2 diodes 0OA 79 selected for oper-
ation in a ratio detector circuit

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre pour
operation en circuits detecteur AM

LE TYPE 2-0A79 est composé de deux diodes OA 79 selection-
nées pour opération en circuits détecteur ratio
GERMANIUMDIODE in Allglastechnik zur Verwendung in AM-Gleich-
richterschal tungen

TYPENNUMMER 2-0A79 besteht aus 2 Dioden OA 79 die ausgesucht
sind zur Verwendung in Ratiodetektorschal tungen

Dimensions 1in mm The white band 1indicates the
Dimensions en mm position of the cathode
Abmessungen in mm L'anneau blanc wmarque la po-

sition de lacathode
Der weisse Ring indiziert die

D) 7 Katodenseite
max 2 max 2
gV Fl——ilf—ds—in
I max12,7 =
| 100125

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at, 5

Valable & ¢Tamy = 25 60 °C

Gliltig bei)]~ —~TT T T TS ST S-S SsSsSs oS s s
-Vp (tav = 50 msec) = max. 30 30V
-Vpu = max. 45 45 v°)
Ip (tay = 50 msec) = max. 35 15 ma®)
Ipy = max. 100 100 mA
Isurge = max. 200 200 mad)
Tamb = -50 °c/+ 60 °C

1)Not timned

Non étamé

Nicht verzinnt

2)see page 4
Voir page 4
Siehe Seite 4

S)Max, duration 1 sec
Durée | sec, au max.
Max, Dauer 1 Sek.

7.7.1957 939 2473 1.
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Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
Tamy = 25°C Tamb = 60°C
= Min. Max. = Min. liax

50,1 [€0,25V

vp( Ip = 0,1 mA)||= 0,23 | 50,15 |<0,30|l= 0,16
vp( Ip = 10 maA)[= 1,5| >0,8 | <2,2= 1,4|>0,7 | 2,1V
vp( Ip = 30 mA)|= 2,8| >1,4 | <4,0|l= 2,6]>1,2 | <3,8V
-Ip(-Vp = 0,1 V )||= 0,35 <1,0[|= 4,5 <12 pA
-Ip(-vp = 1,5V )= 0,8 >0,1 | <2,8/= 6|>0,8 | <25u4
-Ip(-Vp = 10V )= 4,5| 50,4 <agl=  16]>2,5| <6oma
-Ip(-Vp = 30V )= 35| »1,5| <150f= 60| 8| <300uA
-Ip(-vp = 45 V)= 90 54 | ¢350]= 170 >15 | <500pA
Tamb = 25 °C
Vi = 3 Verr
< = 10,7 Mc/s
n = 8%

ra = 15k >13,5k <19 ko

Operating characteristics as A.M. detector
Caractéristiques d'utilisation en detectrice A.M.
Betriebsdaten als AM-Signalgleichrichter

Tamb = 25 °C
Vi = 0,1 Veff
£ = 0,5 Mc/s
V= = 55 mV
Vo = 4,5 mVerr ')
ra = 40 ke °)
Ii 10uF

14

JELL LT
I

'y 11 30 % modulated
Ii1 module de 30
Ii 30 % moduliert

2) Unmodulated input signal |
Signal d'entrée non module
Nicht-moduliertes Eingangssignal

50kL)
AMAMA

939 2474 2
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Operating characteristics of a matched pair 2-0A 79 as ratio
detector

Caractéristiques d'utilisation d'une paire jumelle 2-0A 79
en détectrice ratio

Betriebsdaten eines Diodenpaars 2-0A 79 als Ratio-Detektor

- 250
115pF D jake  4mq  TAED = 25°C
AL
e
35
T ==
:;q 13,2uF
=
=3
2700 g
[ T‘d. ¥

Primary circuit Lp = 7,4 pH
For optimum A.M. sup-  Circuit primaire )
pression Di must be  Primirkreis Q = 4
that diode of the R = 40 Q')
matched pair which
has the better dynam- Tap
ic forward character- Prise = 0,5
istic Anzapfung
Afind'obtenir la sup~  gecungd. circuit Lg = 4,4 pH
pression A.M.optimum, Cir’cuiirgecondaire o : b11)
Disera cette diode d¢  §elnairkreis Q > 1%

la paire jumellequi a R-*3 45:4a!)
la meilleure caracté-

ristique dynamique en  gq = 11048 2)
sens conducteur
Zur Erhaltung der op- fo = 10,7 Me/s
timalen AM-Unterdriick- af = 15 ke/s
ung muss D diejenige - = 30 %
Diode des Diodenpaars g
seindie die beste dy- f =1fo } 2 30
namische Kennlinie in 2V Vg <20V
Durchlassrichtung hat - P = fo * 25 ke/s 2 =
2V <CVg <2V
fo = resonance frequency; fréquence de résonance;
Resonanzfrequenz
Af = Frequency sweep; balayagede fréquence; Freguenzhub
m = AM modulation factor; facteur de modulation AM;
AM-Modulationstiefe
a = AM suppression factor; coefficient de suppression AM;
AM Unterdriickungsfaktor
ISUndamped Z)Measured in the circuit with Vfp = 350 mV
Non amorti Mesuré dans le circuit avec Vem = 350 mV
Unged&mpf't In der Schaltung mit Vfm = 350 mV gemessen

7.7.1957 939 2475 3.
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2)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -VpM and ID see the derating curve (page E.)
Operation in accordance with this derating curve 1s
prescribed. The derating curve is valid at Tamb £ 25 96
At higher temperatures an extra derating of ID by a factor

is escribed.
Tamb B

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -Vpu et ID
admissibles simultanement voir la courbe de reéduction
(page E). Une operation en accord avec cette courbe est
prescrite.lLa courbe de reduction est valable a Tamy = £2509¢
Ades températures plus élevées une réduction supplementaire

de Ip par un facteur Tanb est prescrite.

Flir die Beziehung zwischen den gleichzeitig 2zuldssigen
Héchstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(Seite E). Betrieb entsprechend dieser Kurve ist vorge—
schrieben.Die Reduktionskurve ist gliltig bei Tamp =

Bei hoheren Temperaturen ist eine zus#tzliche Reduktion

von ID mit einem Faktor Tﬁﬁf vorgeschrieben.

938 2552 4,
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PHILIPS (0As1

GERMANIUM DIODE in all glass construction for high inverse
voltages

DIODE A CRISTAL DE GERLANTUY de construction tout verre pour
des tensions inverses élevées

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik flir hohe Sperrspannungen

The white band indicates the

Dimensions in mm position of the cathode
Dimensions en mm L'anneau blanc margque 1la po-
Abmessungen in mm sition de la cathode
Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite
max 27) mgiZ”
ey e
1 D p ot gL
i‘ max12,7
e 100%2,5

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at, o

Valable & ~Tamp _ _ _ _ g .25 b

Glltig vei -Vp(tav = max.50 msec)= max. 50 757V
-Vpu = max., 115 100 V 2)

max. 50 17 mA

Ip(tav = max.50 msec)

Ipu = max. 150 150 mA
Isurge = max. 500 500 mA3)
Tamb = -509c/+75 ©C

T)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)At page D derating curves are given representing the
max. permissible valug of ID as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 "C. At intermediate temperatures
the max. permissible values of Ip can be found by linear
interpolation .
Sur la page D des courbes de réduction sont données
représen;ant la valeur max. admissible de Ip en fonction
de -Vpy a Tamp = 25, 50 et 75 °C. A des températures
intermediaires les, valeurs admissibles aux max. de ID
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire
Auf Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zulédssigen Wert von Ip als Funktion von -Vpy bei Tamp =
25, 50 and 75 °C darstellen. Bei zwischenliegenden Tempe-
raturen konnen die max. zulassigen VWerte von Ip mittels
linearer Interpolation gefunden werden

3)Max. duration 1 sec.; Durée 1 sec. au max.;Max.Dauer 1 Sek.

o (1997 939 2476 T
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Characteristics

Caractéristiques

Kenndaten

Tamb = 25 °C Tamp = 60 OC
= |Min. Max. = Min. |Max.

vp(ID =0,1 mA)|= 0,2] 0,1 | <0,25|]= 0,13 | 0,05 | €0,2 V
vp(ID = 10 mA){|= 1,4(>0,65 | <1,9|= 1,3 1>0,55 | €1,8V
Vp(Ip = 30 ma)||=2,45| >1,0 | &3,3|= 2,3 | >0,9 | 3,15V
~Ip(-Vp= 1,5 V)||= 1,5| »0,3 = 15 6 <45 pA
-Ip(-Vvp= 10 V)|l= 4| »0,5 A1f= 20 59 <60 pA
-Ip(-Vp= 75 V)|[= 40| »5,5| <180|= 115| >35 | <260 pA
-Ip(-Vp= 100 V)|= 75| »10| <L_275||]= 190 560 | <450 pA

939 2477
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GERMANIUM DIODE in all glass construction for high inverse
voltages

DIODE A CRISTAL DE GERHANIU% de construction tout verre pour
des tensions inverses élevées

GERMANIUMDIODE in Allglastechnik fiir hohe Sperrspannungen

The white band indicates the

Dimensions in mm position of the cathode
Dimensions en mm L'anneau blanc marque 1la po-
Abmessungen in mm sition de la cathode
Der weisse Ring indiziert die
Katodenseite

max 27 max 27

>

i

H&%{

g

>

8

¥ =
N
x[4
979
max 594

10025

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at
Valable & }g’agb _________ = _ 25 _75°%
Gultig vel J_yp(tay = max.50 msec)= max. 60 75V
-Vpu = mex. 115 100 V 2)
Ip(tay = max.50 msec)= max. 50 7 wa?)
Ipy = max. 150 150 mA
Isurge = max. 500 500 mA3)
Tamb = -500¢/475 ©C

MNot tinned; non étamé; nicht verzinnt

Z)At page D derating curves are given representing the
max. permissible valug of Ip as a function of -VpyM at
Tamb = 25, 50 and 75 “C. At intermediate temperatures
the max. permissible values of Ip can be found by linear
interpolation :
Sur la page D des courbes de réduction sont données
représenpant la valeur max. admissible de Ip en fonction
de -Vpy a Tamb = 25, 50 et 75 . A des températures
intermediaires les, valeurs admissibles aux max. de Ip
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire
Auf Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuléssigen Wert von Ip als Fuhktion von -Vpy bei Tamb =
25, 50 and 75 °C darstellen. Bei zwischenliegenden Tempe-
raturen kdnnen die max, zulassigen Werte von Ip mittels
linearer Interpolation gefunden werden

3)Max. duration 1 sec.; Durée 1 sec. au max.;Max.Dauer 1 Sex. |

7.77.1957 939 2476 1.
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Characteristics

Caractéristiques

Kenndaten

Pagib, =, 29 9C Tamb = 60 °C
= Min, Max. Min, |Max.

vp ( Ip = 0,1 mA)|= 0,2| »0,1 | <0,25||= 0,13 |>0,05 | 0,2 V
Vp ( Ip= 10 ma)f=1,15(>0,65| <1,5|= 1,05 |>0,55 |<1,4 V
Vp ( Ip = 30 ma)[=2,05| »>1,0 | <2,6|= 1,95 »0,9 |<2,5V
-Ip (=Vp = 1,5V )|= 1,2| 0,4 | <4,5|= 12| »5,5| <26 ua
-Ip (<vp= 10V )[=2,5| »0,8 = 17 58 | <40 pA
-Ip (-Vp= 75V )[= 35| »5,7 | <110||= 100 | >20 | <250 pa
-Ip (=Vp = 100 V )||= 75| »10 | <250|= 190 | 30 |<430 pa

@,

939 2478 .
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GERMANIUM DIODE in all glass construction for use in
computers

DIODE A CRISTAL DE GERUANIUM en construction tout verre
pour utilisation dans les machines a calculer
GERMANTUMDIODE in Allglastechnik zur Verwendung in Rechen-
maschinen

The white band indicates the
position of the cathode

Dimensions in mm L'anneau blanc marque la posi-

Dimensions en mm
tion de la cathode
Abmessungen in mm Der weisse Ring indiziert die
mCﬁz’) ) aikiat) Katodenseite
s
e
max12,7
100+25
-y
1 ]%l‘i?zl‘
T e =3
‘__maxiZ!L.
le max215
1 100125

2 Clip-in execution (type number 0A86C)
Execution a fixation par pinces (numéro de type 0A86C)
Ausfithrung mit Klemmfederbefestigung (Typennummer OA86C)

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at

Valable a }Tamb = 25 60 °c

QULtlgsRelu]at = Fu= Fa Eaiisacn amli vievOes
-Vp(tay = 50 msec) = max. 60 60 v
-Vou = max. 90 90 v 2)
Ip(tay = 50 msec) = max. 35 15 ma®)
Iy = max. 150 150 mA
Ipsurge = max. 200 200 ma3)
Then = -500C/+600C

D)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2)3)see page 4; voir page 4; siehe Seite 4
747.1957 939 2479 s
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Square wave pulse
generator

(Générateur d'impulsions
a onde ¢ carrée

Rechteck-
Impulsgenerator

Ri=60002

Sperrwiderstand

Recovery time, measured at -VD =
current of 30 mA

Durée de rétablissement, mesurée a -Vp =
impulsion de courant en sens conducteur de 30 mA
Erholungszeit, gemessen bei -VD = 35 V nach einem Strom-
impuls von 30 mA in der Durchlassrichtung

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Static
Statique
Statisch
Tamb = 25 OC Tamb = 60 °C
= Min. Max. = Min. Max.
Vp(Ip =0,1 mA)j= 0,18 | »0,14 |<0,25|= 0,1 |>0,07 | <0,20 V
Vp(Ip = 5 ma)f=0,78| »0,6 | <1,0l= 0,72 | »0,5<0,95 V
Vp(Ip = 10 mA)|= 1,12 50,82 | <1,47||= 1,02 | »0,72 | 1,4 V
Vp(Ip = 30 ma) = 2,15 | »>1,5| 3,0= 1,9 »1,3| <«,87V
=Ip(-Vp=1,5V )= 1,3 | >0,3 4= 9 >3 <28 pA
-Ip(-vp= 10 Vv )= 2,5]| »0,8 = 20 6 <40 pA
-Ip(-Vp= 60 V )[= 35| »5,7| <92|= 75| »25| <200 pA
-Ip(-Vp= 90 V )|l= 130.| 13 | <250|= 170 | >50 | <500 pA
Dynamic
Dynamique
Dynamisch 5
Inverse resistance Tamb = 55 ¢
Résistance inverse £ = 50 c¢/s
Sperrwiderstand -Vp = 20-50 V
TInverse resistance
Resistance inverse > 400 kQ

35 V after forward pulse

35 V aprés une

Al

L P.
>

) =g |Oscilloscope|

=S [0szitlograf

Shunt diode

D= Diode de dérivation
Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Mess-Schaltung

939 2480
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Pulse data
Donnees de 1'impulsion J e
Impulsdater t = 50 ke/s
§ = 0,5
Rise time
Temps d'accroisement ¢ 0,1 usec
Anstiegszeit
Ipy = 30 mA
-Vpy = 35V
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope _
Daten des Oszillografen Cinp - 40 pF
’ Rise time
Temps d'accroisement = 0,025 usec
Anstiegszeit
0.5 usec after the current impuls
-1p{0,5 usec apres 1'impulsion de courant = 380 < 700 pA
0,5 pSek nach dem Stromimpuls
3.5 usec after the current impuls
-1p{3,5 psec apres 1'impulsion de courant = 36 <87,5 pA
3,5 uwSek nach dem Stromimpuls
—— t (usec) e
0 05 1 15 2 25 3 35
0 T T T T T T T
-
200/ max 87,5uA
400~
6001~
) l 800}
—ip (#A) 'max 700uA
1000}~
3.3.1958 938 2903 3.
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2)For the relation between simultaneously allowable maximum
values of -VDM and ID see the derating curve (page D).
Operating in accordance with this derating curveois
prescribed. The derating curve is valid at Tamp & 25 °C.
At higher temperatures an extra derating of ID by a fac-

tor Tamb 1s prescribved

Pour le rapport entre les valeurs maximum de -V et ID
admissibles simultanément voir la courbe de réduction
page D). Une opération en accord avec cette courbe est
prescrite.la courbe de réduction est valable a Tampb £ 25°C,
A des températures plus élevées wne réduction supplémentaire

de Ip par un facteur Tamd est prescrite

Fiir die Beziehung zwischen den gleichzeitig zuldssigen
Hochstwerten von -Vpy und Ip siehe die Reduktionskurve
(Seite D). Betried entsprechend dieser Kurve ist Vorge-
schrieben.Die Reduktionskurve ist gliltig bel Tamp £ 25 OC.
Bel hoheren Temperaturen ist eine zusitzliche Reduktion

von Ip mit einem Faktor Tﬁiﬁ vorgeschrieben

3)Max’ duration 1 sec.
Durée 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.

938 2555 4.
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GERMANIUM DIODE in miniature all glass construction for
use as video detector

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
miniature pour utilisation en détectrice video
GERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfihrung zur Video-
Demodulation

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode

Der weisse Ring indiziert die

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max2" max 2!
B,

£~a*r | f ‘ . -
g g ‘ - L:'C] ad
‘ |

| max 7,6 |

e SRR BT o

+

le 64%25 y ,\

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamb = 75 o¢
-Vp (tavy = max. 50 msec) = max. 20V
-Vpu = max. 30V
“VDsurge = max. 40 V2)
ID (tav = max. 50 msec) = max., @8 mA3) e
Ipn = max. 45 mA
Ipsurge (t = max.1 sec) = max. 200 mA
Tamb = =550C/+75 °C
Storgge temperature
Température d'emmagasinage = -550C/+90 OC
Lagerungstemperatur

)Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
2)Allowable in a video detector circuit.See also page F.

Admis dans un circuit détecteur vidéo.Voir aussi page F.|e—

Erlaubt in einer Video-Demodulationsschaltung.Siehe auch

3)At the max. allowed value of -Vpy el
A la valeur max. admissible de -Vpy
Beil dem max. zuldssigen Wert von -Vpy
)Max, duration 1 sec.
Duree 1 sec. au max.
Max. Dauer 1 Sek.
3.3.1958 938 2909 1 P
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Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Statical
Statique
Statisch
Tamb = 25 °C Tamp = 60 °C
= min. |max. = min. max.
Vp(Ip=0,1 ma) [[=0,18 [>0,1 |<0,25 || =0,12 - | <0,20 vV
Vp(Ip= 10 ma) = 1,0 |>0,5 | <1,5[=0,95]|>0,4 | 1,4 V
Vp(Ip= 30 mA) = 2,0 [>1,1 | <3,2[=1,95|>1,0| 3,1V
-Ip(-Vp=1,5 V) [[= 2,4 - <Aa0f= 1 - <40 pA
=Ip(=Vp= 10 V) [= 20 - 135 = 45 - <270 pA
-Ip(-Vp= 20 V) |[= 90 - <450 [ = 140 - <650 pA
-Ip(=Vp= 30 V) [ = 300 - [<1100 | = 400 - | <1500 pA
Dynamical o
Dynamique Tamp = 25 “C
Dynamisch
Vnfm = 5 1,4 0,5 Q 5V
R = 3 3 3 3,9 ke
Vi ==c, 2 C = 10 10 10 10 pF
£ = 40 40 40 30 Mc/s
n = 63 54 34 >60 %
rd = 2,4 2,8 3,7 2,9 k@

Operating characteristics for use as video detector
Caractéristiques d'utilisation en détectrice vidéo
Betriebsdaten als Video-Demodulator

;8 22!:pF
EF 80 i H 4] 'Y
2l
S ‘E deCror= & C=,
S S TmeF ]"IOpF o
< ¢ | &
Vit (7 : | o
f:]‘/Mc/s\(\ff E gq
2= TEo =
1, jf-T;gA]f 7 5
l _V5=l90v

Q of the tuned circuit = 19 (diode removed
Q du circuit accordé =19 sdiode éloignée
Q des abgestimmten Kreises = 19 (Diode entfernt

Iagm = 2,5 0,25 mA
Vo =2,7 0,20 V
B =4,7 4,1 Mc/s

7> 938 2910 2.
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7R05831
50 0A90 20-2-58] &
Iomax
(mA)
IDpmox=maximum permissible value of Ip
IDmax=valeur admissible au max. de Ip
40 Dmax = maximal zuldssiger Wert von Ip -
30 ==
B .“‘ 7. u
= =25
20
4 Tomb=75°C
A
0
0 10 20 30—Vpm(V)
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GENERAL PURPOSE GERMANIUM DIODE in miniature all glass
construction for high inverse voltages
DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
miniature pour les usages généraux a tension inverse
elevee
ALLZWECKGERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung fiir
hohe Sperrspannungen
The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la posi-
tion de la cathode,
Der weisse Ring indiziertdie

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Katodenseite
max 2" max2!)
1 r“‘w
§~a§j i1 ] Lo
S — A
max 76 |
«  e4*zs

Limitiqg values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at, o
Valable a Tamb s 25 75 °C
Gultlg bl == mmm e =S
-Vp (tav = max. 50 msec) = max. 90 75V
-Vou = max. 115 100 v
Ip (tav = max., 50 msec) = max. 50 17 mA 2)
Ipy = max. 150 150 mA
IDsurge(t = max. 1 sec) = max. 500 500 mA
Tanb = -55%/+75°C
Storage temperature o » €
Température d'emmagasinage -55°C/+75°C
Lagerungstemperatur

1) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) At page D derating curves are given representing the
max. permissible value of Ip as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 °C. At intermediate temperatures
the max.permissible values of ID can be found by linear
interpolation

Sur la page D des courbes de réduction sont données
représenpant la valeur max.admissible de Ip en fonction
de -Vpy a Tamp = 25, 50 et 75 OC. A des températures
intermédiaires les valeurs admissibles aux max. de ID|
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire

Auf’ Seite D sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von IQ als Funktion von -Vpy bei
Tamb = 25, 50 und 7?5 °C darstellen. Bei zwischen-
liegenden Temperaturen kénnen die max. zuldssigen Werte
von Ip mittels linearer Interpolation gefunden werden

3.3.1958 938 2911 1%
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Characteristics
Caracteristigues
Kenndaten
Thermal resistance (junction to free
3 ( air)
Résistance thermique (de la jonction - On
jusqu'a 1'air libre) K = pax.0,4 “C/aW
Thermischer VWiderstand (vom Kristall
bis freier Luft)
Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
= min. max. B min.| max.
Vvp ( Ip = 0,1 ma)| =0,18 | > 0,1 | <0,25 ||= 0,1[>0,05(<0,2 V
vp ( Ip= 10 ma)| = 1,2 |>0,65 | < 1,9 ||=1,05(>0,55|<1,8 V
vp ( Ip= 30ma)|=2,1|> 1,0]|< 3,3 {=1,9D 0,%[GI5V
-Ip (~Vp = 1,5V )[[=1,5|>0,3|¢ 7= 13]> €|<a5u
-Ip (-Vp = 10V )= 4|>0,5[¢ 11 = 20|> 9[¢ 60pA
-Ip (=Vvp= 75V )| = 40> 5,5]|<180 = 115|> 35|<260 p4
-Ip (=Vp =100 V )|l = 75> 10]|<¢ 275 |= 190|> 60|<450 pa
938 2912 2
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GERMANIUM DIODE in miniature all glass construction for
computer applications

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
miniature pour utilisation dans des machines a calculer

GERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung zur Verwendung
in Rechenmaschinen

The white band indicates the

position of the cathode

Dimensions in mm L'anneau blanc indique 1a posi-

Dimensions en ‘mm tion de la cathode
Abmessungen in mm aToa

Der welsse Ring bezeichnet die

Katodenseite
R
og | T P
“NS?T::: . | -
Eyaéi v d Lk |
i l_mox 76 @
e . . 64%25 Jl

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites-(Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamp_ = ________ 75_°¢
=-Vp = max, 15 V
Vo = max. 15V
~VDsurge = max. 20V
direct current 5
Ip<{courant continu = max. 10 mA<)
Gleichstrom

See pages F and G
Ip (tzy = max. 50 msec)< Voir pages F et G
Siehe Seiten F und G

IDM = maX. 50 mA
Ipsurge(t = max. 1 sec) = max. 100 mA
Tamb = =55 %c/+75 °C
Storage temperature o
Température d'emmagasinage = -55 °C/+90 °C
Lagerungstemperatur

) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt _
2) see also page E; voir aussi page Ej; siehe auch Seite E

6.6.1961 - 72 0670 <
9 722 067 1 -
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THERMAL DATA. Thermal resistance from

junction to ambience in free air S 0.55 0C/mw
—_> | DONNEES THERMIQUES. Reésistance thermique p o
’ entre la jonction et l'ambiance a l'air K = 0,55 ~C/mW

5 libre
THERMISCHE DATEN. Wérmewiderstand zwi- -
schen Kristall und Umgebung in freier K = 0,55 ~C/mW

A

Luft
Characteristics
—>| Caractéristiques
Kenndaten
Vp(Ip = 3 mA; Tagp = 25 °C)=0,55 V > 0,30 V < 1,00 V
-Ip(-Vp = 15 V; Tamp= 60 °C)= 40 pa < 155 pA

Characteristic range values for equipment design (see also
pages A,B,C,D)
—> | Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1'étude d'équi-
pements (voir aussi pages 4,B,C,D
Kenndatenbereiche fir Gerdtentwurf (siehe auch Seiten 4,

B,C,
‘Capacitance {‘VD =0,75 V } . -
Capacite cdk A < 5 p
Kapazitét f = 0,5 Mc/s ’

| Reverse recovery, measured at -Vp = 5 V after forward
current pulse of 5 mA | | :

Recouvrement inverse, mesuré a -Vp = 5 V apres une impulsion

. de courant en sens conducteur de 5 mA

Ubergangszeit fir Sperrichtung, gemessen bei -Vp = 5 V
nach einem Stromimpuls von 5 mA in der Durchlassrichtung

Temb = 25 °C

Square wave pulse
generator A
\Générateur d’impulsions g
G onde carrée D Q |Oscilloscope
Rechteck— N |Oszillograf
Impulsgenerator
Ri=5000 Shunt diode
D= Diode de dérivation
Ableitdiode

Measuring circuit; circuit de mesure; Messchaltung

- 722 0671 n2h
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Reverse recovery (continuedg
Recouvrement inverse (suite

Ubergangszeit fir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Donnees de 1'impulsion
Impulsdaten by
§
Rise time ,
Temps de montee
Anstiegszeit
Ipy
-Vpu

Oscilloscope data
Donnees de 1'oscilloscope Cinp
Daten des Oszillografen

0.5
_1D N
0,5

1p43:2
=iD
3,5

usec
usec
uSek

usec
usec
uSek

= iptpA)

Rise time ;
Temps de montée
Anstiegszeit

after the current impuls
apres 1'impulsion de courant
nach dem Stromimpuls

after the current impuls
apres l'impulsion de courant
nach dem Stromimpuls

—>t(usec)

AN ]

AN

250

300——‘{

40

0,025

80
300

ke/s

psec

pF

usec

wA
BA

LA
pA

6.6,1961
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Y 502200554
QASZ 8-6-'61
IDmax = max. permissible D.C. current
- IDmax = courant continu max. admissible
IDpay = max. zuldssiger Gleichstrom
IDmax ’
o\ ™ |
40
30 ,
L N -
I\ [
N\,
N
\\
N\
\,
20 NG
N
N
N\,
N
10
m
0 I
25 45 65 Tomb(°C) 85
Fan
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IDmax = max. permissible value of I for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =7txIp; tay =
max. 50 msec)

IDpax = Véleur max. admissible de Ip pour des tensions

, d'entrée sinusoidales avec charge resistive.
(Ipy =7T.Ip; tay = 50 msec au max.)

IDméx max. zulissiger Wert von Ip bei sinusfdrmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.
(Ipy =7v.1p; tagy = max. 50 mSek)

I Dmox — ]
(mA) i
20
171
I l_‘o
Tamb < 50°C i =
‘ Ly !
[ ] I
Nlane== T ,
mn = == 55°CHTH =
[ |5
T
10 e
i == 75°C I
] il i
o
ol
S8
TR
i
0 HES
0 5 10 5 —=lpm (V) 20
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GENERAL PURPOSE GERMANIUM DIODE in miniature all glass
construction for high inverse voltages

DIODE A CRISTAL DE GERMANIUM de construction tout verre
minigture pour les usages généraux & tension inverse|
élevée

ALLZWECKGERMANIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung fir
hohe Sperrspannungen

The white band indicates the
position of the cathode
L'anneau blanc marque la po-
sition de la cathode

Der weisse Ring 1indiziert
die Katodenseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

1) )
max2 max 2,
%l,& T | | R
oy
257 = k =dn
T e max76 ‘
L,,A_ 64*25

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Valid at, 8

Valable a  Tamb = 25 75 C

Glltig bei = - - - T - TTTT=~7— 7 =
-Vp (tay = max. 50 msec) = max. 90 75 v
-VDu = max., 115 100 vV
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 50 17 mA d)
Ipy = max. 150 150 mA
IDgurge (t = max. 1 sec) = max. 500 500 mA
Tamb © - ~55°c/3175%
Storage temperature ° o
Température d'emmagasinage = -55°C/+75°C

Lagerungstemperatur

]) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

2) At page E derating curves are given representing the
max. permissible value of Ip as a function of -Vpy at
Tamb = 25, 50 and 75 OC. At intermediate temperatures
the max. permissible values of Ip can be found by
linear interpolation

Sur la page E des courbes de réduction sont données
representant la valeur max.admissible de IpD en fonction
de -Vpy a Tamb = 25, 50 et 75 OC. A des températures
intermediaires les valeurs admissibles aux max. de Ip
peuvent étre trouvées par interpolation linéaire

Auf' Seite E sind Reduktionskurven gegeben, die den max.
zuldssigen Wert von Ip als Funktion von -VpM bei
Tamb = ¢5, 50 und 75 °C darstellen. Bei zwischen-
liegenden Temperaturen konnen die max. zulédssigen Werte
von ID mittels linearer Interpolation gefunden werden

3.3.1958 938 2913 1.
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Characteristics
Caracteristiques
Kenndaten
Thermal resistance (Jjunction to free
air
Résistance thermique (@e la jonction = 0
jusqu'a 1'air lidre) K = gax. 0,4 "C/m¥
Thermischer Widerstand (vom Kristall
bis freier Luft)
Tamb = 25 °C Tamb = 60 °C
= min. max. = min, max.
vp(Ip = 0,1 ma)[ =0,18] 0,1 [<0,25 [[= 0,1 [>0,05 | < 0,2V
vp(Ip = 10 ma)| =1,05/>0,65 | <1,5 =0,95 |»0,55 [< 1,4V
Vp(Ip = 30 ma)| =1,85] »1,0 | 2,6 [=1,75] >0,9 [¢ 2,5V
-Ip(-Vvp = 1,5 V)| = 1,2 »0,4 | <«,5{= 12| »5,5|¢ 26pa
-Ip(-vp = 10 V)| =2,5 >0,8| ¢ 7= 17| > 8|< 40upa
=Ip(-Vp = 75 V)= 35| »5,7 | <110 =100 | > 20 [ < 250 pA
-In(-Vp = 100 V)| = 80| » 10 | <250 [[= 200 | > 30 [ < 430 uA
938 2914 2s
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GENERAL PURPOSE SILICON DIODE of the alloyed junction type
with low inverse current in miniature all-glass con-
struction for operation at high ambient temperatures

DIODE AU SILICIUM POUR USAGES GENERAUX de type jonction
par alliage et de construction miniature tout verre
pour utilisation aux températures ambiantes élevées

Legierte ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur- ‘Allglasaus-
fihrung mit niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Ver-
wendung bei hohen Umgebungstemperaturen

The white band indicates the

Dimensions in mm position of the cathode
Dimensions en mm L'anneau blanc indigue la po-
Abmessungen in mm sition de la cathode

Der weisse Ring bezeichnet
s die Katodenseite

maxzu fnaxZ’)
' s [
u(\;”ﬂ (| \ " it H
gIBTF: — b:k =
IS
« _max76
64t25 .

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte) on | o
Tamb = 25 C = 1257C
-V

D = max., 50 Vv : max. 50V
direct current 2

Iy 4 courant continu = max. 160 mA | max. 48 ma )
Gleichstrom

See pages C and D
I (tay = max. 50 msec) Voir pages C et D
Siehe Seite C und D

Iou max. 250 mA | max. 125 mA

o = 0
Tamb -55 “¢/ +125 %
Storage temperatur o o
Température d'emmagasinage= -55 °¢/ +125 °¢
Lagerungstemperatur

') Not tinnea
Non etamé
Nicht verzinnt

2) see also page B
Voir aussi page B
Siehe auch Seite B

6.6.1960 7Z2 00 25 e
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Thermal data.Junction temperature rise < °
to ambient temperature in free air K = 0.4 °C/mW
Donnees thermiques. Augmentation de la
temperature de la’ Jonction au regard
de la température de l'ambiance a < 6
l'air libre K = 0,4 °C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhdhung
in bezug auf die Umgebungstemperatur < °
in freier Luft K = 0,4 °C/mW
Characteristics V- (V)
Caractéristiques ID D
Kenndaten o °
(mA) | Tamp = 25°C | Tamb = 125 C
0,1 | 0,52[< 0,62 0,30
10 | 0,80|< 0,96 0,65
30 | 0,90|< 1,15 0,80
_ -Iy (p4)
) D
(V) | Tamp = 25°C | Tamp = 125°C
50 | 0,02[< 0,1 1 | <10
Capacitance = 0
Capacité Tamb = 25 "°¢c
Kapazitdt -Vp = 0,7V
f = 0,5 Mc/s
CD = 10 pF ,
Cp < 25 pF )
Reverse recovery ) "
Recouvrement inverse Tamb = 25 “C
Ubergangszeit filir Sperrichtung
Square wave puIse
gen N
Genera!eur d/mpulsmns g
G onde carrée D ' |Oscilloscope|
Rechteck— : Oszillograf
Impulsgenerator
Ri=5002 Shunt djode
D= Diode de dérivation
Able/td/gde
Measuring circuit; circuit de mesure; Messchaltung
1) Characteristic value for equipment design
Valeur caractéristique pour 1'étude d'équipements
Charakteristischer Wert fiir Gerdtentwurf

722 00 26
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Reverse recovery (continuedg
Recouvrement inverse (suite
Ubergangszeit fiir Sperrichtung (Fortsetzung)

Pulse data
Données de 1'impulsion i = 50 ke/s
Impulsdaten s _ 0,5
= )
Rise time ,
Temps de montee < 0,1 psec
Anstiegszeit
Oscilloscope data
Données de 1'oscilloscope
Daten des Oszillographen
Linp = 40 pF
Rise time ,
Temps de montee = 0,025 usec
Anstiegszeit
0 35 10—>t(ysec)

e

-5
(wA)
1) 1) -iD
Tou VDM [ = 3,5 psec | t = 10 psec
(ma) (V)
5 5 1,2 mA 35 WA
30 35 4 ma 230 pA

') Reverse voltage pulse (- VDM) after forward current
pulse (IDM)
Impulsion de tension inverse (-V M) apres impulsion
de courant en sens conducteur ?
Spannungsimpuls in Sperrichtung -VDM nach Stromimpuls
in Durchlassrichtung (Ipu)

6.6.1960 722 00 27 3.
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7200147
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7200144
" Ipy.x = max. permissidble D.C. current 0A200 5-7-1960
IDmax = courant continu max. admissible
:IDmax_, = »max.hzgl_iis_s‘ig.er ?leichstrom
200
1Dmax
(mA)
150
N,
™
100 N
\\
AN
50 N
0
50 100 150 Tamp(°C) 200



IDgax = max. permissible value of Ip for sinusoidal input
voltages and resistive load. (Ipy =7txIp; tay =
max. 50 msec)

IDmax = valeur max. admissible de Ip pour des, tensions
d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =77.Ip; tay = 50 msec au max.)

IDpax = Dax. zuldssiger Wert von Ip bei sinusférmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung.

) Ipy =7%.Ip; .tay = max. 50 mSek)
I
Tamb=25°C

60

IDmag

(mA)

75°C!
60
125°C

40

20
§
i
N
|
el
(=3
0 =)

0 20 40 (V) 6
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PHILIPS [OA201

GENERAL PURPOSE SILICON DIODE in miniature all-glass con-
struction with low inverse current for operation at high
ambient temperatures

DIODE A SILICIUM de construction tout verre miniature avec
petit courant inverse pour les usages généraux aux tempéra-
tures ambiantes élevées

ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur-Allglasausfiihrung mit
niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Verwendung beil
hohen Umgebungstemperaturen

Dimensions 1in mm The white band indicates the
Dimensions en mm position of the cathode
Abmessungen in mm L'anneau blanc marque la posi-

tion de la cathode
Der weisse Ring indiziert die

Katodenseite
751§” max 27
]
d

s

max3,58
e

=

max 76
64125

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vp = max. 100 V
-Vpu = max. 100 V
Ip (tav = 50 msec) = max. 40 mA
Ipy = max. 120 mA
Tamd = -50 %/+125 °

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
Tamb = 25 °C Tamb = 100 °C
Vp (Ip = 0,1 mA) = 0,53 0,38V
Vp (Ip= 10 mA) = 0,80 0,70 V
Vp (Ip = 30 mA) = 0,90 0,80 V
= “Vn= = 0,05 5 uA
Ip(-Vp= 100 V ) < 01 LA
) Not tinned; non étamé; nicht verzinnt
939 2486 Tentative data, VorlZufige Daten 1.

7.7.1957 Caractéristiques provisoires
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PHILIPS [0oA202

GENERAL PURPOSE SILICON DIODE of the alloyed junction type
with low inverse current in miniature all-glass con-
struction -for operation at high ambient temperatures

DIODE AU SILICIUM POUR USAGES GENERAUX de ‘type jonction
par alliage et de construction miniature tout verre
pour utilisation aux températures ambiantes élevées

Leglerte ALLZWECKSILIZIUMDIODE in Miniatur- Allglasaus-
flhrung mit niedrigem Strom in der Sperrichtung zur Ver-
wendung bei hohen Umgebungstemperaturen

The white band indicates the

Dimensions in mm position of the cathode
Dimensions en mm L'anneau blanc indique la po-
Abmessungen in mm sition de la cathode

Der welsse Ring bezeichnet
. die Katodenseite

max2) max 2/)
nax< P

] | :au\

057 |

max2,5%.
||

') k
g max 7.6

64125

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Tamp = 25°C : = 125%
-VD = max. 150 V | max. 150 V
direct current | 2
I, courant continu = max. 160 mA , max. 48 mA °)
Gleichstrom |

See pages C and D
Iy (tay = max. 50 msec)< Voir pages C et D
Siehe Seite C und D

Io max. 250 mA | max. 125 mA
Tamb = -55 °c/ +125 °¢
Storage temperatur 6 o
Température d'emmagasinage = =55 “C/. +125 °C

Lagerungstemperatur

') Not timed
Non étamé
Nicht verzinnt

2) see also page B

Voir aussi page B

Siehe auch Seite B

6.6.1960 722 00.28 Te
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‘Thermal data.Junction temperature rise °
to ambient temperature in free ‘air K =0.4 °C/nW
Donnees thermiques. Augmentation de la
—> temperature de la jonction au regard
de la température de l'ambiance a o
l'air libre X = 0,4 °C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhthung
in bezug auf die Umgebungstemperatur 5
in freier Luft K = 0,4 °C/mW
Characteristics
—>| Caractéristiques Iy (v)
Kenndaten ) )
(ma) | Tamb = 25°C | Tamb = 125°C
0,1 | 0,52|< 0,62 0,30
10 | 0,80(< 0,96 0,65
30 | 0,90|< 1,15 0,80
V| -Ip (ka)
(V)| Tamb = 25°C | Tamp = 125°C
150| 0,01 (< 0,1 0,5 <10
Capacitance °
—>| Capacité Tamb 25 °C
Kapazitédt Sy = 0,757
f = 0,5 Mc/s
CD = 10 pF .
Cp < 25 pF ')
Reverse recovery o
—>| Recouvrement inverse Tamb = 25 C
Ubergangszeit fiir Sperrichtung
Square wave pulse
e »
Gengr%f:gg tZ_g’r_lf:;smns D Q |Oscilloscope|
Rochtock- ~ |Oszillograf
Impulsgenerator
=5000 Shunt diod
D= Diode de dsnvatlon
- a Ableitdiode . e
Measuring circuit; circuit de mesure; Messchaltung
) Characteristic value for equipment design
Valeur caractéristique pour 1'étude d'equipements
Charakteristischer Wert fiir Gerdtentwurf

722 00 29



—>| Recouvrement inverse (suite

PHILIPS OA 202 l

Reverse recovery (continuedg

Ubergangszeit fir Sperrichtung (Fortsetzung)
Pulse data

Données de 1'impulsion T = 50 ke/s
Impulsdaten 5 _ 0,5
= )
Rise time ,
Temps de montee < 0,1 psec
Anstiegszeit
Oscilloscope data .
Donnees de 1'oscilloscope
Daten des Oszillographen
Linp = 40 pF
Rise time )
Temps de montéee = 0,025 upsec
Anstiegszeit

10—>1(usec)

") ") -1
I v D

DM DM | t =3,5pusec|t = 10 usec
(mA) (V)

5 5 1,2 mA 35 pA
30 35 4 mA 230 pA

') Reverse voltage pulse (—VDM) after forward current
pulse (IDy) R
Impulsion de tension inverse (-VpuM) apres impulsion
de courant- en sens conducteur (IDuM)
Spannungsimpuls in Sperrichtung (-VDM) nach Stromimpuls
in Durchlassrichtung (Ipy)

6.6.1960 722 00 27 5
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7200144
"IDy,g = DaX. permissidle D.C. current 0A200 5-7-1960
Ippay = Courant continu max. admissible
IDpay = vmax[z’f]fﬁS?iger Gleichstrom
|
200
IDmax
(mA) 2
750
N,
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N,
AN
50 \
0
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PHILIPS [oA202

Ipma;= max. permissible value of Ip for sinusoidal input °
voltages and resistive load. (Ipy =7xIp; tay =
max. 50 msec)

IDmax = valeur max. admissible de Ip pour des, tensions
d'entrée sinusoidales avec charge résistive.
(Ipy =77.Ip; tay = 50 msec au max.,)

IDmax = max. zulé&ssiger Wert von Ip bei sinusfSrmigen
Eingangsspannungen mit Widerstandsbelastung,
(Ipy =7v.Ip; tay = max. 50 mSek)

(o)
80
D
(mA)
=75°
60
=125°C
40
20
S
S
Ol
[}
N
I
g
0 =)
0 50 00 =pv) 150

6.6.1960 c
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PHILIPS |0A210

SILICON JUNCTION DIODE for use as 127 volts mains rectifier
in television receivers

DIODE A JONCTION A SILICIUM pour utilisation en redresseuse
de réseau_de 127 ,volts dans les récepteurs de télévision

SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fiir
127 Volts-Netze in Fernsehempféngern

Dimensions in mm .
Dimensions en mm' max93 max9

Abmessungen in mm maxty|
= s
S| =R Pty
M4 max 24 R
97 |

Limiting values at Tamp = 70 °C (Absolute max. values)
Caractéristiques limites a amz;. = 70 Oc(Valeurs max.absolues)
Grenzdaten bei Tapmp = 70 OC (Absolute Maximalwerte)

-VDM = max.400 V
Ip (tay = max. 50 msec) = max.0,5 A
Ipn = max. 5 A
Crilt = max.200 pF

t 1) =min. 4 Q
Tamb = max. 70 °C

Storage temperature . o
Température d'emmagasinage = max.150 “C
Lagerungstemperatur ;

1) Rt = min. required circuit resistance. When a trans-
former is present between the mains-and the diode

Rt = Rs 4 NZRP + R
Rt = la résistance de circuit requise au min. S'il
¥y a un transformateur entre le reseau et la diode

t = Rs + N2Rp + R1
Mindestwiderstand der in der Schaltung anwesend
seln soll. Wenn ein Transformator zwischen Netz und

Diode geschaltet ist, ist Rt = Rs + N2Rp + R1

HCrit

—0

‘N
Re=Rs*+N*Rp Ry

938 3349- Tentative data. Vorldufige Daten Tite
12.12.1958 Caractéristiques provisoires
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10000 ~__7R06031

g f-fuuntin? base temperature=125°C___|H 0A 20, 16-10-53]
Ip E Température du fond de la diode=125°C E
C Temperatur des Diodenbodens=125°C .
{mA) n :
+ LA -
N L s d i
L )
B / ]
- / 4
- /' -
1000 2 E
7 .
100 E
oy ' -
= ’ -
E ]
10L i .
0 05 11 15 Wp(v) . 2
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1000 7R06032
- Mounting base temperature=125°C__|[9A 2P0, 1810738
—IpE Température du fond de la diode=125°C =
E Temperatur des Diodenbodens=125°C ]
(At :
100 :
E T .
10 :/ .
) i

0 100 200 300 —Vp(v) 400
B
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6
250 o0 5 0]
Vo HHHHH
v) i (1o=500mA)=1 3 Aeff ] &i, R Loy +E
=W =127 Vers H
200 R = 4.0 (7TW, v c W0
TIC =200uF T A
150
100
50
O O 200 300 00 I, 200
LT | I B | 1 ) 10 U
LT 1 7 ]
480 11Li (Io=500mA) =1,4 Aeff L, R o, +0
0 Vi =220 Verf w
(VY HHR: =702 (14 W) v ¢ A
— 0C =100pF Lf u
3008 s H ™
. 200
100
0 100 200 300 400 I,(mA)500
—_—
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7R06027

0A 210 15-10-58
700
V !
(v) Ii, R L,
+
600 7 LI_IC Vo
Ii(1o=500mA) =1,4 Aeff
— : Vi =250Vefr
500 Re=8.0 (16W)
C =100uF
I IL
400 !
300 & u
200
100
0
0 100 200 300 400 I,mA)500
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PHILIPS [0OA211

SILICON JUNCTION DIODE for use as 250 volts mains rectifier
in television receivers

DIODE A JONCTION A SILICIUM pour utilisation en redresseuse
de réseau de 250 volts dans les récepteurs de télévision

SILIZIUM~-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fiir
250 Volts-Netze in Fernsehempfingern

Dimensions in mm. Heat sink and mounting parts can be
supplied separately .

Dimensions en mm. Plaque de refroidissement et pleces de
montage peuvent étre fournies séparément

Abmessungen in mm. Kihlplatte und Montagezubehdr kdnnen
getrennt geliefert werden

max 9,3 max9
mwgl«

)
T Pa— oy o
I:‘k }?b‘%
M4 max 24 :
le— 97

Limiting values with heat sink of min. § cm? at Tamb = 60 °C
Absglute max. values)

Caractéristiques limites avec plague de refroidissement de
5 cm?® au moins a Tamp = 60 gC ?Valeurs max. absolues)
Grenzdaten mit Kiihl1fldche von mindestens 5 cm? bei

Tamb = 60 °C (4bsolute Maximalwerte)

max 10,3

24,5-255¢
max 4,48

-Vpu = max. 800 V
Ip (tav = max. 50 msec) = max. 0,4 A~
IpM ' = max. 4 A
Crilt = max. 100 uF
Ry 1) =min. 8¢
Tamb = max. 60 °c

Storgge temperature o
Température d'emmagasinage= max. 150 °C
Lagerungstemperatur

1) see page 2; voir page 2; siehe Seite 2

2939 Tentative data. Vorl&ufige Daten 1
1958 Caractéristiques provisoires
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Rt = Rg + p+ R

“a un trans
Rt = Rg + N

Rp+R]

R
ReZ | 2Fs o
L==ICrint
b—0

1:N
Ri=Rs+N*Rp+Ry

') R+ = min. required circuit resistance. When a trans-
former is pgesent vetween the mains and the diode
N

Ry = la résistance de circuit requise au min. S'il y
formateur entre le réseau et la diode

Rt = Mindestwiderstand der in der Schaltung anwesend
sein soll. Wenn ein Transformator zwi§chen Netz und
Diode geschaltet ist, ist Rt = Rs + N°Rp + Rj

938 2974 Tentative data. Vorlaufige Daten
Caractéristiques grovisoires
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7R06033

70000: Mounting base temperature=125°C [-]-0A 211 18-10-'58 |
Ip F Température du fond de la diode=125°C :
C Temperatur des Diodenbodens=125°C B
(mA)E ]
i A :

= ‘,

/
C / ]
- ' -
- / il
1000 -
E % =
C 4 ]
L / =
C 7 ]
100 =
= l =
B !I ]
10l l

0 0,5 1 ' 15 Wpv) 2

70.10.1958 A




oA211| PHILIPS

7R06034

7000: Mounting base temperature=100°C 04211 18-10758 |
—IpF Température du fond de la diode =100°C =
5 Temperatur des Diodenbodens=100°C 5
(LA)E :
100 -
101 T |
L / =
L ]
1 i

0 200 400 600 —Vp(V) 800

B
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o | 7R06029
f I I [OA 211 15-10-58
|
700 mams!
Vo aRsammsmmE: \
Ij Lo,
V) 1 L, R 25 |
600 Vi TIC 2]
Ij(Io=400mA) = 1, 2Aeff
Vi =250Verf i P
500 Ry =80 (11W)
C =100uF
400
300
[
200
o 100
B 1 ‘{ i
0 I
0 700 200 300 400 I,{mA)500
P
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SILICON JUNCTION DIODE for use as 220 volts mains rectifier
in television receivers

DIODE A JONCTION A SILICIUM pour utilisation en redresseuse
de réseau de 220 volts dans les récepteurs de télévision

SILIZIUM-FLACHENDIODE zur Verwendung als Gleichrichter fiir
220 Volts-Netze in Fernsehempféngern

Dimensions in mm. Heat sink and mounting parts can be
supplied separately
Dimensions en mm. Plaque de refroidissement et pleces de

montage peuvent étre fournies separement
Kihlplatte und Montagezubehdr konnen
getrennt geliefert werden

Abmessungen in mm.

max9,3 max9

maxLL¢
Br- -y
% L:i;:ﬂ:-"" ﬁb‘&fi
g k d" 9

AN

=
N

le  nax 24
97

b

Limiting values with heat sink of min.
(Absolute max. values
Caractéristiques limites aVGC gla ue de refroidissement de

5 cm® at Tamp= 70 %

5 cm? au moins a Tamb = Valeurs max. absolues)
Grenzdaten mit Kuhlfldche von mindestens 5 cm? bei
Tamb = 70 OC (Absolute Maximalwerte)
-VDM = max. 700 V
Ip (tay = max. 50 msec) = max. 0,5 A
Ipu = max. 5 A
Crilt = max. 100 pF
Ry ’) = min. 7 Q
Tamb = max. 70 °c
Storage temperabure
Température d'emmagasinage = max. 150 °C

Lagerungstemperatur

I) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

938 2940
3.3.1958

Tentative data. Vorl&dufige Daten It
Caract&rlst14ues provisoires
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I) Ry = min. required circuit resistance. When a trans-
former is pfesent between the mains and the diode

Rt = Rg + N°Rp + Rq

Rt = la résistance de circuit requise au min. S'il ¥y

a un transformateur entre le réseau et la diode

Ry = Rg + NRp + Ry

Rt = Mindestwiderstand der in der Schaltung anwesend
sein soll. Wenn ein Transformator zwischen Netz und
Diode geschaltet ist, ist Rt = Rs + N°Rp + Ri1

Ry
—
Ro= || 3Rs I
Crint

7:N
Ry=Rs+N?R,+R;

938 2974 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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70 000 7R06031
g Mounting base temperature=125°C |- 0A210 18-10-58
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1000 7R06036
g Mounting base temperature=125°C [-0A214 18-10-58 |
T E Température du fond de la diode=125°C
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- 7R06030
04 214 15-10-58
] |
|
700 i I
Vo HHHH
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+
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General purpose GERMANIUM PHOTODIODE, sealed in a metal case

PHOTODIODE AU GERMANIUM, congue pour usages généraux, en-
fermée dans un cylindre de métal

GERMANTIUM-PHOTODIODE in Metallgehduse fiir allgemeine Ver-
wendungszwecke

The symbols used in these data are those normally used for
semi-conductors. See List of Symbols for Semi-Conductors

Les symboles utilisés pour les données suivantes sont ceux
utilisés normalement pour les semi-conducteurs. Voir 1la
Liste de Symboles pour Semi-Conducteurs

Die flr diese Daten verwendeten Symbole sind die fiir die
Halbleiter iiblichen. Siehe die Symbolenliste fiir Halb-
leiter

The green dot indicates the position
of the anode (negative pole of the

Dimensions in mm battery)
Dimensions en mm Le point vert marque la position de
Abmessungen in mm 1'anode(p01e négatif de la batterie)

Der griine Punkt indiziert die Anoden-
seite (negativer Pol der Batterie)

2 Jﬁb%

Glass lens
Lentille de verre
Glaslinse

Average photosensitive area >
Surface sensible a la lumiere moyenne 1 mm
Lichtempfindliche Fl&iche

Characteristics 5
Caracteristiques - Tamp = 25 ~C
Kenndaten

Illumination
Eclairement = 100 lux
Beleuchtungsstirke

Colour temperature o
Température de couleur = 2500 K
Farbtemperatur

=Ip > 5 pA

"VD 015'30 v
Internal impedance

Impédance interne 3 M@
Innenwiderstand

5.5.1962 722 1217 14
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Limiting values (Absolute
Caractéristiques limites
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

_VD

Dark current
Courant d'obscurité
Dunkelstrom

-Vp
£
B

Noise of the dark current
Bruit du courant d'obscurite
Rauschen des Dunkelstroms

_VD

Cug-off frequency 1
Fréquence de coupure )
Grenzfrequenz

Max. spectral response .
Réponse spectrale maximum a
Max. spektrale Empfindlichkeit

Zero spectral response at
Seuil de reéponse a
Grenze der Empfindlichkeit bel

tivity at 1 kc/s

A
bel

A

max. values)
Valeurs max. absolues)

_VD
_ID
WD

1) Frequency at which the sensitivity

= 10 v

< 15 pA
= 10 v

= 1 ke/s
= 1 c/s
< 3310712 &
= 10 v

= 50 k¢/s
= 1,55 v
= 2,0 34

<

max. 30
= max. 3 mA
max. 30 mW

is half the sensi-

Fréquence a laguelle la sensibilité est la moitié de 1la

sensibilité & 1 kHz

Frequenz bei der die Empfindlichkeit die Hilfte der
Empfindlichkeit bei 1 kHz 1ist

938 3088
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SILICON ALLOY JUNCTION DIODE in all-glass construction with
metal can for use as low current VOLTAGE STABILIZER or
as a VOLTAGE REFERENCE

DIODE AU SILICIUM A JONCTION PAR ALLIAGE en construction
tout verre avec enveloppe metallique pour utilisation
comme STABILISATEUR DE TENSION ou comme ETALON DE TENSION

LEGIERTE SILIZIUM-FLACHENDIODE in Allglastechnik mit Metall-
umhiillung zur Verwendung als SPANNUNGSSTABILISATOR bei
kleinen Strdmen oder als BEZUGSSPANNUNGSQUELLE

Dimensions in mm e Max157 \o_min 37
3 ——— |
Dimensions en mm i
Abmessungen in mm — Sf —
Ny B| =t
Wy ) ]
—" 1) X
max 15 =
5 5
65182

5
5
75 _,

| 309

Type 'b!'

I) The coloured dot indicates the position of the cathode
Le point coloré marque la position de la cathode
Der farbige Punkt bezeichnet die Katodenseite

Not tinned; non étamé; nicht verzinnt

Standard cooling fin
Allette de refroidissement standard
Normal-Kiihlschelle

Extended cooling fin ;
Ailepte de refroidissement prolongee
Verlangerte Kiihlschelle

2
)

~— ~—

LS

5.5.1960 722 0000 1.
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PHILIPS

Ip
Ipu

-Ipy

Thermal data
Junction temperature rise to metal can K = 0.15
Junction temperature rise above ambient temperature
a. Without cooling fin in free

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

= max. 100 mA
= max. 100.-mA

-Ip (tay = max. 20 msec) = max. 50 mA ')

= max. 100 mA

-Ip surge(t=max. 0,1 msec) = max. 10 A )

P = max. e
Ty = max. 150 °C
Storage temperature o °
Température d'emmagasinage = -55 c/+150 “C
Lagerungstemperatur

air K= 0.4
b. With type a or extended type b

cooling fin in free air K= 0.3
c. With standard type b cooling

fin and heat sink of 3.5x3.5

cm? of 1.6 mm aluminium K = 0.25

Données thermiques, voir page 3

G
3)

Thermische Daten, siehe Seite 3

1) Provided the maximum dissipation is not exceeded
Pourvu que la dissipation maximum admissible ne soit
pas depassee
Unter der Bedingung dass die hdchstzuldssige Leistung
nicht lberschritten wird

See page H; volr page H; siehe Seite H
See page G; voir page G; siehe Seite G

3
T4 max - Tamb )

Oc/mW

Oc/mw
O¢/mw

oc/mw

722 0001
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Données thermigues

Augmentation de la température de la jonction par 8pport
a 1'enveloppe métallique K = C/mW

Augmentation de la temperature de la jonction par rapport
la température de 1'ambiance

a. Sans ailette de refroidisse-

ment a 1'air libre K = 0,4 °C/mW
b. Avec ailette de refroidisse-

ment type a ou type b prolongé -

a 1'air libre K= 0,3 °C/mW

c. Avec ailette de refroidisse-
ment type b standard et plague
de refroidissement addition-
nelle de 3,5x3,5 cm? d'alumi- o
nium de 1,6 mm K = 0,25 “C/mW

Thermische Daten
Temperaturerhchung des Kristalls in Bezug auf die Metall-

umhiillung K = 0,15 °C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls in Bezug auf die Umge-
bungstemperatuur
a. Ohne Kiihlschelle in freier B
Luf't K= 0,4 "C/mW

b. Mit Kiihlschelle Type a oder
verlangerter Type b in freier 5
uf't 0,3 ~C/mW

~
"

c. Mit Kiihlschelle Normaltype b
und zusdtzlicher Kiihlfléche
von 1,6 mm Aluminium von 5
3,5%3,5 cm? K = 0,25 "C/mW

Characteristics o
Caractéristiques Tamb = 25
Kenndaten

Column I : Typical (average) measuring results of new
diodes.
II: Characteristic range values for equipment
design
Colonne I : Résultats moyens de mesures de diodes neuves
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude
d'équipements
Spalte I : Mittlere Messergebnisse neuer Dioden
II: Charakteristischer Wertbereich fiir Geridtentwurf

Ip Vvp (av)
(ma) ix II

10 730 | 700-850
100 800

5.5.1960 7Z2 0002 -3
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Characteristics (continued)

Caractéristiques (suite) Tamb = 25 °C
Kenndaten (Fortsetzung)
cn (pF)
§¥?egg.Type “Vp (V)] -Ip (ua) (-V;)= 2v)
Typennummer I I Ix I

0AZ 200 2 0,25 <1,0 575
0AZ 201 2 0,1 <1,0 525
0AZ 202 2 0,03 | <0,5 475
0AZ 203 3 0,04 0,5 425
0AZ 204 3 0,03 (-<0,5 375
0AZ 205 3 | 0,02 | <0,5 350
0AZ 206 5 0,04 0,4 300.
0AZ 207 45 0,03 <0,4 250
0AZ 208 1,5 0,2 600
0AZ 209 2 0,1 <1,0 525
0AZ 210 2 0,01 <0,5 425
0AZ 211 3 0,02 | <0,5 350
0AZ 212 5 0,03 <0,4 250
0AZ 213 5 0,025 | <0,4 150

5.5.1960 7Z2 0004 5.
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TRANSISTORS
TRANSISTOREN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its availability
La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est livrable
Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsachlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum

Tra 1,2 | 5. 5.1963 AC128 152 4. 4.1963

Tra 3,4 | 5. 5.1963||274C128 | 5 4 4. 4.1963

Tra 5,6 | 5. 5.1963 5 5. 5.1962

Tra 7 5. 5.1963 A,B 4, 4.1963

AC107 1,2 1. 1.1962 c,D 4. 4.1963

3,4 | 1. 1.1962||ac132 | T2 2. 2.1963

A,B 3. 3.1961 3,4 2. 2.1963

c,D 3. 3.1961 A,B 2., 2.1963

E 3. 3.1961 c,D 2. 2.1963

AC125 1,2 4. 4.1963 E,F 2. 2,1963

3,4 4. 4.1963 G 2. 2.1963

A,B 4. 4.1963|| ADZ11 142 2. 2.1963

c,D 4. 4,1963 A,B 5. 5.1962

E,F 4. 4.1963||ADZ12 T2 2, 2.1963

G,H 4. 4.1963 A,B 5. 5.1962

E,J 4. 4.1963|| AF102 152 5. 5.1963

AC126 1,2 4. 4.1963 3,4 3. 3.1961

3,4 4. 4.1963 A,B 5. 5.1963

A,B 4. 4.1963 c,D 5. 5.1963

c,D 4. 4.1963| | AF114 1,2 12.12.1962

E,F 4. 4.1963 3,4 3. 3.1961

G,H 4, 4.1963 5,6 3. 3.1961

T3 4, 4,1963 A,B 3. 3.1961

AC127 1,2 2, 2.1963 ¢,D 5. 5.1963

3,4 24 21963 E,F 5. 5.1963

5 2. 2.1963||AF115 152 12.12.1962

A,B 2. 2.1963 3,4 3. 3.1961

c,D 2, 2.1963 5,6 5. 5.1963

E,F 2. 2.1963 7,8 3. 3.1961

G,H | 2. 2.1963 9 3. 3.1961

5.5.1963 772 1817 Tra 1.




TRANSISTORS
TRANSISTOREN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its availability
La figuration d'un numero de type sur cette liste n'implique

pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
AF115 A,B 3. 3.1961 AF125 Vipi2 12.12.1962

c,D 5. 5.1963 3,4 5. 5.1963

E,F 5. 5.1963 5,6 5. 5.1962

G,H 5. 5.1963 7 5. 5.1962

I,J 5. 5.1963 A,B 5. 5.1962

AF116 1,2 12,12.1962 (62%9) 5. 5.1963
3,4 12.12,1562 E,F 5. 5.1963

5,6 3. 3.1961 G,H 5. 5.1962

7 3. 3.1961 I;J 5. 5.1963

4A,B 3, 3.1961| | AF126 1,2 12.12.1962

c,D 5. 5.1963 3,4 5. 5.1962

E,F 5. 541963 5,6 5. 5.1962

G,H 5. 5.1963 A,B 5. 5.1962

AF117 192 12.12.1962 gD 5. 5.1963
3,4 3. 3.1961 E,F 5. 5.1963

5 3. 3.1961 G,H 5. 5.1963

A,B 34 3.1961 AF127 1,2 12.12.1962

c,D 5. 5.1963 3,4 5. 5.1962

E,¥ 5. 5.1963 A,B 5. 5.1962

AF118 1,2 9. 9.1962 C,Dp [ 5. 5.1963
3,4 9. 9.1962| | AFY19 1,2 5. 5.1963

5 9. 9.1962 3 5¢ 51963

A,B 9. 9.1962 A,B 5. 5.1963

(o1%)) 9. 9.1962 i %rD g: g:]gg;

E,F 9. 9.1962| | AFzZ12 1,2 5. 5.1962

G | 9. 9.1962 23| 3318

AF124 1,2 12.12.1962 c,D 5. 5.1962
3,4 5. 5.1962 g:g 2 2:]323

5 5. 5.1962 1,7 5. 5.1962

A,B 5. 5.1962 ﬁ:ﬁ g: g:]ggg

c,D 5. 5.1962 0,P 5. 5.1962

E,F | 12.12.1962 g;% 2 g:}ggg

722 1818 Tra 2.




TRANSISTORS

TRANSISTOREN
Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
AFZ12 u,v 5. 5.1962| | ASZ15 A,B 12.12.1961
Ww,X 5. 5.1962 CiD 3. 3.1960
Y,2 5. 5.1962 E,F 4. 4,1963
AA,AB | 5. 5.1962| [ASZ16 1,2 3. 3.1960
ASY26 1,2 4, 4.1963 3,4 3. 3.1960
3,4 4. 4.1963 5,6 3. 3.1960
5 4. 4.1963 7,8 12.12.1961
A,B 4. 4.1963 9,10 12.12.1961
c,D 4, 4.1963 A,B 12.12.1961
E,F 4. 4.1963 c,D 4, 4.1963
G,H 4. 4.1963 E 12.12.1961
1,7 4. 4.1963| [ ASZ17 1,2 3. 3.1960
K,L 4. 4.1963 3,4 3. 3.1960
M 4. 4.1963 5,6 6. 6.1962
4SY27 1,2 4, 4.1963 7,8 12,12,1961
3,4 4, 4.1963 9,10 12.12.1961
5 4, 4.1963 A,B 12.12.1961
A,B 4, 4.1963 c,D 4, 4,1963
c,D 4. 4.1963 E 12.12.1961
E,F 4. 4.1963| | ASZ18 152 3. 3.1960
G,H 4. 4.1963 3,4 3. 3.1960
I,J 4. 4.1963 5,6 3. 3.1960
K,L 4, 4.1963 7,8 12.12,1961
M 4, 4,1963 9,10 12,12.1961
ﬁg%gg 1,2 4. 4.1963 A,B 12.12.1961
3 4. 4.1963 oD 4o 4,196
AsY31 | 1,2 | 5. 5.1962 E 12.12.1961
3 5. 5.1962| | 45221 1,2 5. 5.1962
Asys2 | 1,2 | 5. 5.1962 By 5. S.1362
3 5. 5.1962| | ASZ23 1,2 12.12.1961
ASZ15 1,2 3. 3.1960 3 12.12.1961
3,4 3. 3.1960 A,B 12.12.19:1
5,6 3. 3.1960 AU101 1,2 4. 4,1963
7:8 3. 3.1260 £Unoz 3,4 4. 4.1963
9,10 | 12.12.1961 5 4. 4.1963
11,12 | 12,12.1961 4B 4. 4.1963
¢,D 4, 4.1963
5.5.1963 7Z2 1819 Tra 3.




TRANSISTORS
TRANSISTOREN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its availability

La figuration d'un numéro de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
ADOT | E,E | 4. 41963 5 SO0 | 152 3. 3.1958

G,H 4. 4.1963 3,4 3. 341958
AUY10 142 1. 1.1962 5,6 3. 3.1958
3,4 1. 1.1962 7,8 3. 3.1958
5 1. 1.1962 9 3. 3.1958
A,B 1. 1.1962 A,B 3. 3.1958
c,D 1. 1.1962 c,D 3. 3.1958
BCY10 1,2 6. 6.1962 E,F 3. 3.1958
3 6. 6.1962 | | 0C22 Mgl 6. 6.1962
A,B 6. 6.1962 3 6. 6.1962
c,D 6. 6.1962 A,B 6. 6.1962
E,F 6. 6.1962 c,D 6. 6.1962
BCY11 Ty 2 6. 6.1962 E,F 6. 6.1962
3 6. 6.1962 G 6. 6.1962
A,B 6. 6.1962| | 0C23 152 6. 6.1962
€,D 6, 6.1962 3,4 6. 6.1962
E,F | 6. 6.1962 ’f;ﬁ‘ 6. 6.1962
BCY12 152 6. 6.1962 CyD 6. 6.1962
3,A 6., 6.1962 E,F 6. 6.1962
BCZ10 1,2 3. 3.1960 G 6. 6.1962
A,B 3. 3.1960 | | oc24 1,2 6. 6.1962
(o085 0) 3. 3.1960 3,4 6. 6.1962
E,F 3. 3.1960 A,B 6. 6.1962
G 3. 3.1960 c,D 6. 6.1962
BCZ11 1,2 2. 2.1962 E,F 6. 6.1962
3 2, 2.1962 G 6. 6.1962
A,B 7. 7.1960 0c26 1,2 11.11.1960
i’? z' ;':Zzg 2002 3,4 11.11.1960
. vt 5,6 11.11.1960
G 2. 2.1962 7,8 11.11.1960
BCZ12 52 4. 4,1963 A,B 11.11.1960
| 3,4 4, 4.1963

7722 1820 Tra 4.




TRANSISTORS

TRANSISTOREN
Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
0oc2é | c¢,D | 11.11.1960] | océo 122 3. 3.1959
2-0C26 | 5 & | 11.11.1960 4,B | 12.12.1958
oty |2 G 11.11.,1960 6D 12.12.1958
235301 1,2 | 4. 4959 | |oC6s 1,2 3. 3.1958
3,4 | 4. 4.1959 A 5. 5.1957
5,6 4. 4.1959 | | 0C66 1,2 3. 3.1958
7,8 | 4. 4.1959 A 5. 5.1957
4,B 3, 3.1958 0c70 1,2 11.11.1960
c,D 3, 3.1958 3 5. 5.1957
E,F 3. 3.1958 A,B 5. 5.1957
G,H | 7. 7.1958 c,D 3. 3.1960
T 3. 3.1959 E,F 5. 5.1957
0C44 1,2 | 9.9.1959 G,H 5. 5.1957
3,4 | 3. 3.1958 1,7 5. 5.1957
3,6 | 3. 3.1958 K,L 5. 5.1957
7,8 | 3. 3.1958 u,N 3. 3.1958
9,10| 3. 3.1958 0C71 1,2 11.11.1960
1 3. 3.1958 3,4 3. 3.1958
A,B 5. 5.1957 5 5. 5.1957
c,D | 3. 3.1958 A)B 5. 5.1957
0c45 1,2 | 9. 9.1959 C,D 5. 5.1957
3,4 | 3. 3.1958 EF 5. 5.1957
5,6 | 3. 3.1958 G,H 5. 5.1957
4B | 5.5.1957 1,7 5. 5.1957
c,D | 3. 3.1958 KL 5. 5.1957
oc46 1,2 | 3. 3.1959 ¥,N 3. 3.1958
3 5: 5.1959 | [5.0802 [ 12 3. 3.1958
0c47 1,2 3. 3.1959 3,4 5. 5.1957
3 3. 3.1959 5,6 5. 5.1957
ocs?7 113 3. 3.1959 7,8 5. 5.1957
A, 12.12.1958 9,10 5. 51957
(o] 12.12,1958 1,02 4. 4,1963
0cs8 e 3. 3.1959 13 1. 1.1962
4,8 | 12.12.1958 4,B 5. 5.1957
¢ 12.12.1958 c,D 5. 5.1957
0C59 12 3. 3.1959 E,F 3. 3.1958
A,B | 12.12,1958 G,H 1. 1.1962
o 12.12.1958
5.5.1963 722 1821 Tra 5.




TRANSISTORS
TRANSISTOREN

The inclusion of a type number in this list does not nec-
essarily imply its a,vailability

La figuration d'un numero de type sur cette liste n'implique
pas nécessairement qu'il est livrable

Das Vorkommen einer Typennummer in dieser Liste bedeutet
nicht dass sie tatsdchlich lieferbar ist

Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
0Cc73 152 3, 3.,1958 | | 0C77 1,2 5. 5.1957
A,B 5: 51957 3,4 5. 5.1957
¢,D 5. 5.1957 5,6 4. 4.1963
E,F S 5+1957 7 1. 1.1962
G,H 5. 5.1957 A,B 5. 5.1957
Ty J 5. 5.1957 €D 5. 5.1957
K,L 5. 5.1957 E,F 5. 5.1957

2_8%;3 1,2 9. 9.1960 G,H 1. 1.1962
3,4 9. 9.1960 | | 0C79 1,2 9. 9.1960
£,6 9. 9.1960 3,4 9. 9.1960
7,8 9. 9.1960 5 9. 9.1960
A,B 7. 7.1960 A,B 7. 71960
c,D 7. 7.1960 c;D 7. 7.1960
E 7. 7.1960 E 7. 7.1960
0C75 142 11.11.1960 | | ocso 1,2 3. 3.1959
3 10.10.1960 3,4 3. 3.1959
A,B 6. 6.1958 A 3. 3.1959
¢,;D 6. 6.1958| | 0C122 1,2 2, 2.1962
E,F 6. 6.1958 A,B 2. 2.1962
G,H 6. 6.1958 c,D 2, 2.1962
LyJ 6. 6.1958 E,F 2. 2,1962
K,L 6. 6.1958 G 2, 2.1962
M,N 6. 6.1958| | 0C123 152 2, 2.1962
0Cc76 152 3. 3.1958 3,4 2, 2.1962
3,4 3e 341958 A,B 2, 2.1962
5,6 3. 3.1958 c,D 2., 2.1962
7,8 4. 4.1963 E,F 2, 2.1962
9 1. 1.1962 G,H 2, 2.1962
A,B 5. 5.1957| | 0C139 1,2 1. 1.1962
c,D 5. 5.1957 3,4 1. 1.1962
E,F 5. 5.1957 g:g 1o }:}323
G,H 1. 1.1962 E 1.°1,1962

772 1822 Tra 6.



TRANSISTORS

TRANSISTOREN
Type Page Date Type Page Date
Typ Seite Datum Typ Seite Datum
0C140 152 1. 1.1962
3,4 1. 1.1962
A,B 1. 1.1962
c,D 1. 1.1962
E 1. 1.1962
0C141 152 1. 1.1962
3,4 1. 1.1962
A,B 1. 1.1962
c,D 1. 1.1962
E 1. 1.1962
0C169 12 3. 3.1960
3,4 3. 3.1960
5 3. 3.1960
A,B 3. 3.1960
0C170 132 3. 3.1960
3,4 3. 3.1960
5,6 3. 3.1960
7,8 3. 3.1960
A,B 9. 9.1959
CsD 9. 9.1959
E,F 9. 9.1959
G 9. 9.1959
0C171 1,2 3. 3.1960
3,4 3. 3.1960
5 3, 3.1960
A,B 3. 3.1960
ORP.. i 3. 3.1960
2-0A72)
St 4 7. 7.1957
2-0C72
5.5,1963 772 1823 Tra,. 7.







PHILIPS | OC16
2-0C 16

GERMANTUM TRANSISTOR of the p-n-p type for class 4 and B
power output stages &t voltages of 7 and 14 V, and for
switching circults

TYPE 2-0C 16 is composed of 2 transistors OC 16 selected
for operation in a class B circuit with low distorsion and
low spread in quiescent currents

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p pour
étages de sortie classe A et Ba des tensions de 7 et 14 V,
et pour circuits de commutations

LE TYPE 2-0C 16 est composé de 2 transistrons OC 16 selec-
tionnés pour opération en circuit classe B avec distorsion
faible et avec dispersion faible des courants de repos

p-n-p—GERMANIUMTRANSISTOR fiir Klasse A und B Endstufen bel
Spannungen von 7 und 14 V, und fiir Schalteranwendungen.
DAS TRANSISTORPAAR 2-0C 16 besteht aus 2 Transistoren oc 16
die zur Verwendung in Klasse B Schaltung mit geringer
Virgerrung und kleiner Streuung der Ruhestrome, ausgesucht
sin

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

-Vop = max. 32V -I¢ (tay = max.20 msec) = max.1,5 A
-Vcpy = max. 32V -Icu = max. 3 4
v See page E Ig (tay = max.20 msec) = mex.1,6 A
CE Voir page E I o
-Vogy | Siehe S. E EM = max.3,3 A
E ol -Ip (tay = max.20 msec) = max.0,2 &
il =IpM = max.0,5 A
-Vgpy = mex. 10V
See page F
Pe Voir page F
Siehe S. F
continuous operation o
Ts<service continu = max.75 C
Dauerbetried

intermittent operation 1
Tj{service intermittent = max.90%")
aussetzender Betried

Storage temperature
Température d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

~55/+75%

1) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is alsc dependent upon the
type of application ' 5
Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'ope-
ration optimum a cette température est aussi dépendante
du genre de 1'application
Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit

optimaler Wir vei dieser Temperatur wird auch von der
t bestimmt

3.3.1958 938 2890 1.
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—

Mica washers
Rondelles de mica
Glimmer Unterlegscheiben

~

Nylon insulating ring
Anneau isolant de nylon
Nylon Isolierungsring

Brass washer,nickel plated
Rondelle de laiton nickelée
Messing Unterlegscheibe,
vernickelt

-~

Soldering tag
Cosse a souder
Létose

-

Steel lock washer nickel
plated !
Rondelle d'acier a den-
ture, nickeléee
Sté&hlerner Zahnring,ver
nickelt

~

Nut torque max. S0 cm kg
Nut torque for good heat
conductance min. 20 cm kg

Moment de torsion a l'écrou
50 cm kg au max. X

Moment de torsion a l'écrou
pour une bonne conductance
thermique 20 cm kg au win.

Drehmoment an der Nutter
max. 50 cm kg

Drehmoment an der MNutter
zur Erhaltung einer guten
Warmelei tfahigkeit min.20
cm kg

max 15

Dimensions 1in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

l

°
x
S
3
3
- <
I mox065¢ €
mox 20,5 58 )

[ mox225 |

Pl——e—

T —
1)
? max 22,5

NV
I s
max 18,5 <

x 1,

maQ.

938 2891
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2-0C 16

Charact;eristics o
Caractéristiques Tamb = 25 C
Kenndaten
Common_base; Base_a_la masse; Basisschaltung
-Icgg (-Vep = 14 V) =0,02 < 0,1 oA
-Iggo (-Vgp = 7 V) = 0,01 < 0,05 mA
fab 4°V6B = 7 V. 500 Kke/s
Ig =0,3 A

Common_epitter; Emetteur_a_la masse; Emitterschaltung
-Iggp (-Vcg = 14 V) = 0,6 < 2,5 ma

fab {'VCE = I V}= 5,5 ¢ 3 ke/s
Ig = 0,3 4

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

|
| |
| |
I
| |
' l
! i
i |
t i

—Veev)
—Veex
-IC = 3 A
the value at which =-Ic = 3.3 Awhen -VCE =17V
-1 =<{la valeur a laquelle -IC = 3,3 A si -Vcg=1V
der Wert bei dem -I¢ = 3,3 Awenn -VCE =1 V
-VcEk = 0,4 <0,8V

Large signal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fiir grosse Signale

Common_epitter; Emetteur_a_la masse; Emitterschaltung
Ig | -VcE -Vee (V) aFE

(a) | (V) = min. max. = | min. | max.
0,03 | 14 |=0,19|> 0,15[<€ 0,23 [=40(> 17| < 110

0,3 7 |=0,32]> 0,25 (< 0,45 |=45|> 16| < 90
2,0 1 |= 0,8 - < 1,0|=22]>» 11 |<¢ 56
3,0 1 = 1,0 - - = 18| 36,5 -

3.3.1958 938 2892 3.
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Characteristics of matched pair 2-0C 16
Caractéristiques d'une paire jumelle 2-0C 16 Tamb = 25
Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C 16

%

Ratio of aFg of the two transistors of the 2-0C 16

(at Iz = 0.34, =VCE= 77V) = max. 1.37
(at IE= 2.04A, -Vgg= 17V) = max. 1.37
Ratio of Ig of the two transistors of the 2-0C 16
(at -Vgg= 0.20 V, =-VgE = 14 V) = max. 3

Rapport de oFg des deux transistrons du 2-0C 16
(& Iz = 0,34, =-Vgg= 77V) 1,37 au max.
(a Ig = 2,04, =Vgg= 17V) 1,37 au max.

Rapport de Ig des deux transistrons du 2-0C 16
(& -VBg = 0,20 V, =VQE = 14 V) = 3 au max.
Verhiltnis von aFg der zwel Transistoren des 2-0C 16
(vei Ig = 0,3 4, ~=Vgg= 7 7V) = max. 1,37
(vei Ig = 2,04, =Vgg= 17V) = max. 1,37
Verhéltnis von Ig der zwei Transistoren des 2-0C 16
(vei-Vgg= 0,20 V, =VCE = 14 V) = max. 3

938 2893 4,
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IEMPERATURES

Temperature rise from the bottom of
the transistor to the junction

For the mounted transistor has to be
taken 1into account for the mica's
and for the thermal contact resistance.
When the transistor is mounted on
a chassis the bottom temperature
can be determined by measuring the
stud temperature (with a thermocou-
ple) and taking into account between
the bottom and the stud

X

K
K

K

See also page F

For good heat conductance the nut of the
transistor must be tightened with a torque

of min. 20 cm kg
TEMPERATURES

Augmentation de 1la température du
fond du transistron jusqu'a la Jonc-
tion

Pour le transistron monté il faut tenir
compte pour les rondelles de mica de
et pour la résistance de contact

thermique de
S1le transistron est monté aun chis-
sis, la température du fond peut &tre
déterminée en mesurant la température
du 5ougon (avec un couple thermoélec-
trique) et en tenant compte entre le
fond et le goujon de

Voir aussi page F

Pour obtenir une bonne conductance ther-
mique 11 faut serrer l'écrou du transis-
tron avec un moment de torsion de 20 cm kg

au min.

IEMPERATUREN

Temperatursteigung vom Boden des
Transistors bis am Kristall

Beim montierten Transistor soll den
Glimmerscheibén Rechnung getragen
werden mit
und dem thermischen Kontaktwiderstand mit
Wenn der Transistor auf einem Chassis
montiert ist, kann die Bodentempera-
tur bestimmt werden indem die Tempe-
ratur der Stiftschraube gemessen wird
mittels eines Thermoelements) und
berlicksichtigt wird dass zwischen
Boden und Stiftschraube

Siehe auch Seite F
Zur Erhaltung einer guten Wérmeleitfihigkeit
muss der Mutter des Transistors mit einem
Drehmoment von mindestens 20 cm kg angedreht

werden

K

K
K

K

max.1.0 %c/w

(o)
0.4 Sc/w
0.3 %/w

= 0.2 %/w

max.1,0 °C/W

0,4 °c/w
0,3 %c/w

= 0,2 OC/'

max.1,0 °c/W

0,4 %c/w
0,3 °C/W

e 0,2 %c/w

P—

3.3.1958 938 2894
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Operating characteristics as class A output amplifier
(based on K = 4.5 OC/W)

Caractéristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe A (admis que K = 4,5 °C/W

Betriebsdaten als Klasse A Endverstidrker (basiert auf
K'=4,509C/W)

The data below have been designed for continuous operation
up to Tamb = 45 °C at which Tj = max. 75 °c, and for
stable operation up to Tamb = 59 OC at which Ty may Dbe
90 oC for max. 200 hours

Les caractéristiques ci-degsous ont été congues pour
opération continue Jusqu'a Tagb = 45 °C a laquelle
Ty = 75 o¢ au max., et pour operation stable Jjusqu'a
Tamb = 55 °C a laquelle Tj peut étre de 90 OC pendant
200 heures au max.

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fiir Dauerbetriebd
bis zu Tamb = 45 °C wobei Tj = max. 75 °C, und fiir sta-
bilen Betrieb bis zu Tamb = 55 °C wobei Tj = 90 OC sein
_kann wahrend max. 200 Stunden

P

nf

Rp 1:1
Vee
b
a T
P;gé PE% I"LXCZ
: "3 '[ 3

Vee = 14 7 V‘)
-Ic = 0,44 0,95 A
R . 12 6 @°)
R2 = max.100 max.50 Q
RE = 3 0,8 @)
c1 = 500 500 wF
c2 = 200 1000 wF
Re = 26 5,5 Q
Po = max.2,5 2,23) w
Ipm (Po = max.) = 16 44,5 mA
dtot (Po = max.) = 7 10 %4)
Ivm (Po = 50 oW) = 2:'9 5,8 mA
dtot (Po = 50 mW) = 1 2 2%

938 2895 6
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by

3)

4

~

Supply voltages of 7 V and 14 V have been chosen as these
values are normal practice when a car is running

Des tensions d'alimentation de 7 V et de 14 V ont été
choisies parce que ces valeurs sont normales en pratique
quand une automobile marche

Speisespannungen von 7 V und 14 V sind gewdhlt weil diese
Werte normal in der Praxis vorkommen wenn ein Wagen fihrt

The values of these resistors are in accordance with a
D.C. resistance (RsS) of the secondary of the driver
transformer of 4 Q

Les valeurs de ces résistances correspondent a une
resistance en courant continu (Rs)'de 1'enroulement
secondaire du transformateur intermédiaire de 4 Q

Die Werte dieser Widersténde entsprechen einem Gleich-
stromwiderstand der Sekunddrwicklung des Treibertrans-
formators von 4 Q

Due to the non-linearity of the aFEg curve an output power
Po of max. 2.2 W can be obtained without exceeding a
total harmonic distortion of 10 %Z. If proper feedback is
applied Po may increase to max. 2.5 W

A cause du courbe non-linéaire de aFE une puissance de
sortie Po de 2,2 W au max. peut &tre obtenue sans de-
passer une distorsion non-linéaire totale de 10 %. Avec
une réaction propre Po augmentera jusqu'a 2,5 W au max.

Wegen der Nichtlinearitdt der aFE-Kurve kann eine Aus-
ggngsleistung Po von max. 2,2 W erreicht werden ohne

erschreitung einer nichtlinearen Verzerrung von 10 %.
Bei gee%gneter Gegenkopplung wird Po ansteigen bis zu
max. 2,5 W

Mesuré avec Rp = 30 Q

Measured with Rp = 30 Q
0
Gemessen mit Rp = 30 Q

3.3.1958 938 2896 7 ¢
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Operating characteristics as class B output amplifier
(based on K = 7 °C/W for each transistor
Caractéristiques d'opération en amplificateur de sortie
classe B (admis que K = 7 OC/W pour chaque transistron)
Betriebsdaten als Klasse B Endverstirker (basiert auf
K = 7 OC/W fiir jeden Transistor)

L

R2
T Rst
Rs

R

RS
2

The data below have been designed for stable operation up
to Tamb = 55 ©

Les caractéristiques ci-dessous ont été congues pour
opération stable jusqu'a Tamb = 55 °C

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fiir stabilen
Betrieb bis zu Tamb = 55 °C

Vee = 7 7 14 1 v
Ig (V4 =0) = 2x30 2x30 2x30 2x30 mA
R = 4 4 4 4 0%
Ry max. = 200 200 300 300 @
Rg - 0 0 0,8 0,8 @2)
Ree = 26 13 50 33 @
P, max. = 2 xi,6 2 x3,¢ 2x3,35 2x 5 W
Py max. = 3,2 6,4 6,3 9 W
~Icm(Po=max.)= 1,0 2,0 1,0 1,5 A
-I¢ (Po=max.)= 2x0,16 2x0,32 2x0,16 2x0,24 A
g s SR AT sttty
Tom (Po=nax.)= max. %g max.zgg max. %g max.lgg gﬁ 6)
d4ot(Po=max.)= <10 < 10 7) <10 <108 2
Ipy (Po=50mW)= 302 4,6 2,3 2,8 mA
dtot (Po=50mF)= 3,0 2,0 7) 20 1,59 %

1)2) See page 7; voir page 7; siehe Seite 7

5)...8) See page 9; voir page 9; siehe Seite 9

938 2897 8.
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E)Vim is the peak value of the required secondary E.M.F.
voltage of the transformer, so the voltage drop in the
bias resistance and in the secondary of the transformer
(Rg = 2x4 Q) are included in these figures

Vim est la valeur de créte de la tension F.E.M. requise
de 1'enroulement secondaire du transformateur. lLes chutes
de tension a travers la resistance de polarisation et a
travers 1l'enroulement secondaire du transformateur
(Rs = 2x4 Q) sont donc comprises dans les valeurs men-
tionnées

Vim ist der Scheitelwert der EMK der Sekunddrwicklung des
Transformators. Die Spannungsverluste im Vorspannungs-
widerstand und in der Sekunddrwicklung des Transformators
(Rg = 2x4 Q) sind also in den genannten Daten. einbegriffen

6)These max. values are the maximum required total values
of Vip and Ivm, which may occur due to the spread in the
transistor data

Ces valeurs max. sont les valeurs totales de Vim et Ipm
requises au max., qui peuvent se présenter par suite des
tolérances des données des transistrons

Diese Maximalwerte sind die maximal erforderlichen Total-

werte von Vim und Ivm,die infolge Streuung der Transistor-
daten vorkommen kénnen

7)With feedvack factor 3
Avec coefficient de reaction de 3
Mit Gegenkopplungsfaktor 3

8)With feedvack factor 2
Avec coefficient de réaction de 2
Mit Gegenkopplungsfaktor 2

939 2308 - 3.3.1958 —
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7R05850 o _—
IC16 4-3-58]
~ uE —Ic
x (A)
‘n‘ \
KA 25
N
\
Current limits N
= —=—=Limites de courant
Stromgrenzen .
|| 2
i 1}
—Vee=1v >
Tamb=25C
N
\ \ 1
1,5
\
\
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H
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1
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0
400 —Ig (mA}JOO 200 100 0



PHILIPS | oci16
= 2-0C 16

7R05851
535,

[oCT6
3,5 tow_e;r cqr;gn_t lim fjs ‘
- T n
LY Uh7es orarenzen <"
? —lce=1V
7¢-7mb=25 o(;
2,5
2
)
4
1
4
ﬁ y
05
PRl
0 02 0,4 06 08 —VgelV) 1

3.3.1958 C




OC16
2-0C 16

PHILIPS

A 4
000 e
& |
| ~Hceo
/’
'/
4
/
V4
i / A 1cpo
100
Iceo(Tj) E
Tceo(Tj=25°C)F /
Icgol(Tj) 1
ICBO(U = 25°C) L V
]
/|| LY ]
i /11 L/
10k
E /
7
/ /
/ %
1 L =g
/ ]
L | ]
r //
7
20 40 60 80 T [°C) 100




FYP— 32 WIP— ap xow no sayqissiwpp sinajoa="PUI3__XOUNIp__
NNI pup W3J)— o senjoa a)qissiuied wnuyxpw =XPW3)_ ¢ XOWpN39,

(

mQN
oo (U”) g o ! )
6 6 U DL P L T T TTTT T TITT T i T L 507 T 3 LN L L T T | 7 A T Q
. o
N
s —~
£ ~ 0z
[2m0] V/
wzhi N
e )
o & M
- :
o% h
p }RL1IQDIS UaYOSIwiay) Jep DbunJdsydls Jnz xu\k
U3PIAM U3J)0J306 USWIYDUSSDY U3])0S SJ mo>|*
‘anbiwiay} 9311/GDES D) 43INSSD A \_\
Jnod sainsaw S3p 9Jpussd 3nby 1T Py
‘A311qDYS (DWiISY} W3y
9INSUS 0f  epBW, 8q SO ,SUOISIMOIG T | LI LGl |y Lyil Ba=(-#E 9100 0%
FYP— pun WIY— uor apsem opqnplsa Jowixpw=XPWIJy_ «XOUWp9,  V8LSOUL




)

xow no aqissiupo Ig="""y

g mSBﬂ:th E:EEQEIGEUQ

S9 (26)“L S¥ SZ 69 (2.)5L S¥ 6z 69(0,)“5L S% (74
T 0
NN n ==
™~ ll
y N , N yian i
v H
- ¢
¥ %)
M/ o0 9F /7
T REsE M/Do S,
l M/ 28T og
w HEH HM/ 20 OF Y
v \
[+ eaas o€
N bungabuwin [
1 H Nz uapoquopsISunl
! WOA PUDISISPIMSUIIDAA= )|
0o Jnjosedwar - 3 soupiquin,g p.nbsnl Koy
. o —U3p0qJ0}SISUDL] =7 aqnDJyos L U04)SISuDdy Pp puos 1
u0LSISUDLY NP PUOY -34S 9p Inypsadwal =S|[| NP PNDY3 D S0UD}SISAY =]
C C ng sdninipdiaf =y 10fnob np aunypiadwal =S| e 1 [ A\SV
o O wo}30q J03SISUDIY ) P 94MDIJAWd] =>] 1 o) 10jSISUDI} JO W0IIOG [ ’
,S S:«E.wQE&. =uy aunypiadway pnyS =S| w0 mu:Eﬂm..E E:tm.t. XIEEU,Q
1 e FEFR S EEEEREEsmEEEEEREEN
Lsi—y-92 o120 HHHHHT HHHHH 0S
N wvsoas I @qno1do ~uE.;cE|x°EoQ



PHILIPS
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2

R.F. POWER TRANSISTOR of the p-n-p type for use in high-|
speed industrial switching applications, digital computers

and high-quality audio amplifiers

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Collector
Voltage (emitter reference;
averaging time = max. 20 msec)
Peak voltage (emitter reference)
Voltage (base reference;
averaging time = max. 20 msec)
Peak voltage (base reference)
Current (averaging time = max,
20 msec)

Peak current

Emitter
Reverse voltage (base reference;
averaging time = max. 20 msec)
Peak reverse voltage
Current (averaging time = max,
20 msec)
Peak current

Base
Current
Peak current

Dissipation
Total dissipation (See also
pages F and G)

Temperatures
Storage temperature

Junction temperature

THERMAL DATA

Thermal resistance from junction
to transistor bottom

Thermal resistance from transis-
tor bottom to heat sink

with mica insulation

’ without insulation
1) See pages D and E

~VeE
(tav

~Veru

-VcB
(tav

-VeBu

-1
(tay

~Icu

T
(Fav

-VEBM

I
(tav
IEM

-Ip
-Ipy

Ptot

Ts
T

[}

max.
max.

max.

max.
max.

max.

max.
max.

max,

maX,
max.

max,

=55 OC to +75 oC

max.

24 v 1)
20 msec)

327 1)

36V
20 msec)

47 v

1A
20 msec)
2 A

12V
20 msec)

15V

1.2 A
20 msec)

2.2 A

200 mA
200 mA

90°-Tamb
K

90 oc

3 oc/W

0.5 °c/W
0.2 °c/wW

722 1219
6.6.1962

Tentative data
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Dimensions in mm Mica insulation

301201
169102

10.9+02

3.9%005  31%005
= i
I JdLA
75 @ Q
5|9 i

Insulation bush

CHARACTERISTICS at T, =25 °C
Collector current at IE = O mA

-Igpo(-Vgp = 10 V; Ig = O ma) = 30 pA < 100 pA
Emitter current at I¢c = O mA
-Igpo(-VEB = 10 V; Ic = O mA) = 20 pA < 100 pA

Collector bottoming voltage
~Veg (-Ig = 1 A; -Ip = 30 mA) = 0.6V
Base voltage
-Vpg (~Veg = 2 V; -Ig = 100 mA)= 0.26 V. < 0.35 7
-vpg (-Veg=2V; -Ic= 14)= 1.0V < 2.0V
D.C. current amplification factor
hFE (_yog = 2 V; -Ig = 100 mA)= 200
hpg (-Vog = 2 V; =Ig = 1 4) = 150 > 50

722 1220 Tentative data 2,
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CHARACTERISTICS (continued)
Collector knee voltage
Measured at -Ig = 400 mA
-IB = value at which -Ig¢ = 440 mA
when -VCE= 1V
—Ig
:
|
|
|
|
|
E
|
! —ee (V)
-Vorg = 0.4 < 0.6V
Parameters
Measured at
Collector voltage -Vog = 2V
Collector current =Ig = 400 mA
Transistor bottom temperature Tp = 25°C
Intrinsic base resistance Tppe = 100 Q
Feedbagk capacitance Cpte = 170 DPF
Cut-off frequency fap = 2.5 Mc/s
Intrinsic transconductance 8m = 16 A/V
Current amplification fac-
tor at low frequencies hreg = 180
722 1221 Tentative data 3.
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R.F. POWER TRANSISTOR of the p-n-p type for use in high-
speed industrial switching applications, digital computers;
rarticularly suitable as a pulse generator for a ferrite

store

LIMITING VALUES (Absolute max. values)

Collector
Voltage (emitter reference;

averaging time = max. 20 msec) -¥%§v

Peak voltage (emitter reference)-Vomy
Voltage (base reference; .

averaging time = max. 20 msec) (%gv

Peak voltage (base reference) -VCBy
Current (averaging time = max. -1
20 msec) (g

av

Peak current -Icy

Emitter
Reverse voltage (base reference;

averaging time = max. 20 msec) 'Y%Ev
Peak reverse voltage -VEBRM

Current (averaging time = max. 1
20 msec) (%av

Peak current IEM
Base

Current -IB

Peak current -IBpy

Dissipation

Total dissipation (See also
rages F and G) Ptot

Temperatures

Storage temperature Tg
Junction temperature TJ
THERMAL DATA
Thermal resistance from junction
to transistor bottom K

Thermal resistance from transis-
tor bottom to heat sink

with mica insulation K
without insulation K

) gee pages D and E

(]

n nn v onn 1

"

max., 36 V
max. 20 msec)
max. 55 V
max. 1

max. 20 msec)
max. 2 A
max, 12V
max. 20 msec)
max. 15V
max., 1.2 A
max, 20 msec)
max. 2.2 A
max. 200 mA
max. 200 mA

o
max. EQ—KZQEB

-55 OC to +75 °C
max. 90 °C

3 o%c/w

0.5 o°c/wW
0.2 °c/w

722 1222 Tentative data
6.6.1962
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Dimensions in mm Mica insulation
45
301201 301*01

16.9%02
E ‘
7 N
g (O O Oz "~
{ AN v/ E
/@ | |
g vy -
max 40 ol Eﬂ
max 22 1
4 0]
s | [ ) g 39005  31%005
S g | F
st P T1E
IS n o LA
: T 75| % o

Insulation bush

CHARACTERISTICS at Ty = 25 %

Collector current at I = O mA
-Igpo(-VeB =10 V; Ig =0 mA)

Emitter current at Ig = O mA
-Igpo(-Vgp = 10 V; I = O mA)

30 pA < 100 pA

20 pA < 100 pA

Collector bottoming voltage
-Vcg (-Ig = 1 A; -Ip = 30 mA) = 0.4V

Collector current
-Ic (-Veg = 40 V; Vgg = 0.5 V) = < 2 mA

Base voltage

-Vpg (-Veg = 2 V; =Ig = 100 ma) = 0.25V < 0.357V

-Vpg (-Vce=2V; -Ic= 1 A) = 0.8V < 2.0V
D.C. current amplification factor

npg (-Vgg = 2 V5 -Ic = 100 mA) = 200

hpg (-Vgg=2V; -Ic = 14)

150 > 50

722 1223 Tentative data 2.
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CHARACTERISTICS (continued)

Collector knee voltage
Measured at -Ig = 400 mA
-Ig = value at which -Ig = 440 mA
when -Vog= 1V
—IB

]
! —ee (V)
-VeEk = 0.35 V < 0.6V
Parameters
Measured at
Collector voltage “Veg = 2V
Collector current -Ip = 400 mA
Transistor bottom temperature T = 25 OC
Intrinsic base resistance Tpb' = 80 Q
Feedback capacitance Cyre = 170 pF
Cut-off frequency fap = 2.5 Mc/s
Intrinsic transconductance 8n = 16 A/V

Current amplification fac-
tor at low frequencies hre = 180

722 1224 Tentative data 3.
6.6.1962
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OPERATING CHARACTERISTICS for typical pulse amplifier
driving a ferrite store

Gate Gate

+350mA
—350mA

|/Rise time<0.5 sec

|
e
0

2 4 6 8 10 2 14 16 usec.

Output transformer. Three windings, each of 30 turns, wound
together for minimum leakage inductance on a standard for-
mer, enclosed in a pair of ferroxcube cores FX1561

722 1225 Tentative data 4.
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R.F. POWER TRANSISTOR of the p-n-p type for use in high-
speed industrial switching applications, digital computers
and for medium frequency transmitter and carrier telephony
applications

LIMITING VALUES (Absolute max. values)
Collector
Voltage (emitter reference;

= = 1
averaging time = max. 20 msec) Yggv - g;g';: Sg gsez):)
Peak voltage (emitter reference)-Vggy = max. 40 V 1)
Voltage (base reference; i _
averaging time = max. 2(’) msec) VcB ; max. 36V

(tay = max. 20 msec)

Peak voltage (vase reference) -VeBy = max. 47 V
Current (averaging time = max, 1 _
-Ic = max. 1A
20 msec) (tay = max. 20 msec)
Peak current -Icy =max. 24
Emitter
Reverse voltage (base reference;
= -V =max., 12V
averaging time = max. 20 msec) (%‘gv = max, 20 wsec)
Peak reverse voltage -VEpy = max. 157V
Current (averaging time = max.
T = max. 1.2 A
20 msec) (Eﬁ‘av = max. 20 msec)
Peak current IEy = max. 2.2 A
Base
Current -IB = max. 200 mA
Peak current -Ipgy = max. 200 mA
Dissipation
Total dissipation (See also B s = HEE 90°-Tamb
pages F and G) tot = ¢ X
Temperatures
Storage temperature Tg = -550C to +75 OC
Junction temperature Ty = max. 90 OC
THERMAL DATA
Thermal resistance from junction
to transistor bottom K = 3 Oc/W
Thermal resistance from transis-
tor bottom to heat sink
with mica insulation K = 0.5 °c/W
without insulation K = 0.2 oc/w
') See pages D and B

722 1226 Tentative data 1
6.6.1962 -
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Dimensions in mm

10.9%02

T sorrar

Mica insulation

45

-

WS

max 3.4
I}
min8 max10.5|

e

{

1
e

CHARACTERISTICS at Ty = 25 %

Collector current at Ig = O mA
-Icgo(-VeB = 10 V; Ig = O mA)

Emitter current at Ig = O mA
-Iggo(-Vgg = 10 V; Ig = O ma)
Collector bottoming voltage
-Vgog (-Ig = 1 A; -Ip = 30 ma)
Collector current
-I¢ (-Vgg = 40 V; Vgg = 0.5 V)
Base voltage
-Vgg (-VgE = 2 V; -Ig = 100 mA)
-Vgg (-VcE=2V; -Ic= 1 4)
D.C. current amplification factor
nrE (-Vog = 2 V; -Ic = 100 mA)
brg (-Veg = 2 V; -Ic= 1 4)

3.9%005  3.1%o05

|
L IL7
752 i

Insulation bush

30 pA < 100 pA

]

20 pA < 100 pA

= 0.25V < 0.35 V

= 0.8V < 2.0V
= 200
= 150 > 50

722 1223 Tentative data 2.
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CHARACTERISTICS (continued)
Collector knee voltage
Measured at -Ig = 400 mA
-IB = value at which -Ig = 440 mA

when " -Vog= 17V
—JB )
} -Vepk = 0.35 V< 0.6 V|]<—
|
|
|
|
|
|
! —Vee(v)
—Veex
Parameters
Measured at
Collector voltage -Veg = 2V
Collector current -I¢ = 400 mA
Transistor bottom temperature Ty = 250¢
Intrinsic base resistance Tppt = 70 Q
Feedback capacitance Cb'c = 170 pF
Cut-off frequency fap = 2.5 Mc/s
Intrinsic transconductance gm = 16 A/V
Current amplification fac-
tor at low frequencies hre = 180

OPERATING CHARACTERISTICS as R.F. class B amplifier
Tamp = 25 °C

3+

Transformer ratio N = 3,3%:1

772 1228 Tentative data 3
6.6.1962 i
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OPERATING CHARACTERISTICS as R.F. class B amplifier (con-

tinued) Tamb = 25 o¢
Supply voltage Vs = -12V
Frequency f & 500 kc¢/s
Load resistance Ry = 12 Q
D.C. collector current -Ic = 90 mA
Peak drive voltage Vim = 2.1V
Drive power Py = 25 mW

500 mW

Power delivered to load Py

OPERATING CHARACTERISTICS as R.F. class B push-pull ampli-
fier = [o)
Tamp = 25 °C

-
0ocz24 \
€ gt
v
‘ I @RI Vs
0C2% — T
2Re
< +

Transformer ratio (1:1):N = (1+1):2

Supply voltage Vs = =12V
Frequency f = 500 ke/s
Emitter resistor RE = 1.0 Q
Load resistance B = 90 @
Transistor load Ree = 90 @
Collector current =10 = 2x275 mA
Peak collector current -Icy = 865 mA
Peak drive voltage Vip = 5.4 7V
Drive power Py = 325 oW
Power delivered to load Po = 3.0W

For operation up to an ambient temperature of 55 oc, the
thergg} resistance of each heat sink should be less than
4.5 w

722 1229 Tentative data 4.
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2-OC 26

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type for use in class
A and B output stages at battery voltages of 7 and 14
volts.

TYPE 2-0C26 consists of 2 transistors OC .26 selected for
operation in class B output stages.

TRANSISTOR A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p pour étages
de sortie classe A et B a des tensions de batterie de
7 et 14 volts.

LE TYPE 2-0C 26 est composé de 2 transistors 0C 26 sé-
lectionnés pour le fonctionnement en étage de sortie
classe B.

p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR fir Klasse A und B Endstufen bei
Spannungen von 7 und 14 V.

DAS TRANSISTORPAAR 2-0C 26 besteht aus 2 Transistoren
0C 26, die ausgesucht worden sind zur Verwendung in
Klasse B Endstufen.

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

'VCB = max. 40V -Vgp = max. 07V
~Vopy = max. 407V ! ~Vgpy = max. 10V
-V, = max. 40V ') -I = max. 3,5 A
CE 112 c 3
~Vogy = BaX. 40V 1)) Po = max. 12,5 W)
continuous operation o
TJ service continu = max. g0 “C
Dauerbetried
intermittent operation on 4
Tj service intermittent = max. 100 °C %)
aussetzender Betrieb
Storage temperature & o
Température d'emmagasinage = -55°C/+75 “C
Lagerungstemperatur

1) See pages F and G; voir pages F et G;siehe Seiten F und G

2) Higher peak voltages, due to high interference pulses
at the input, are allowed as long as an energy dissi-
pation of 5 mWsec during such a pulse is not: exceeded

Des tensions de créte plus elevees par suite d'impul-
sions de brouillage a 1' entrée sont admissibles tant
qu'une dlssination d'énergie de 5 mWsec pendant une
telle impulsion n'est pas dépasseée.

Hohere Spitzens"annungen infolge von Stérimpulsen-am
Eingang sind erlaubt, wenn nur der Energieverbrauch
wahrend eines solchen Impulses einen Wert von 5 mWSek
nicht liberschreitet.

3)4) see page 3; voir page 3; siehe Seite 3.
T1.11.1960 722 0312 T @
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2-0C 26

—>| THERMAL DATA
Thermal resistance from junction
to bottom of transistor in ¢ o
free air X = 1.2 c/W
Thermal resistance from bottom
of transistor to heat sink if
mounted with 1 mm lead washer < o
and mica washer K = 0.5 “C/W
—> DONNEES THERMIQUES
Resistance thermique entre
jonctions et le fond du tran- < °
,sistor a l'air libre K=1,2 °C/W
Résistance thermique entre le
fond du transistor et plague
de refroidissement, lorsgu'il
est monte avec une plaque de
plomb de 1 mm et avec une plaque ¢ B
de mica K =0,5 "C/W
—>| THERMISCHE DATEN
Warmewiderstand zwischen Kristall ¢ o
und Transistorboden in freier Luft XK=1,2 "C/W
Warmewiderstand zwischen Transistor-
boden und Kiihlplatte wenn der Tran-
sistor mit einer 1 mm-Bleischeibe
und einer Glimmerscheibe montiert < o
ist K =0,5"C/W
Mounting
—>| Montage
Einbau
a = Lock washer e = Insulation tube )
Rondelle Isolateur de traversee
Unterlegscheibe Durchfiihrungsisolator
b = Soldering tag f = Steel lock washer
Patte a souder Rondelle d'acier
Lotose Stdhlerne Unterlegscheibe
¢ = Lead washer g = Nut
Plaque de plomb Ecrou
Bleiplatte Mutter
d = Mica insulation
Isolement de mica
Glimmerisolierung
722 0313 2.




PHILIPS

OC 26
2-0C 26

Dimensions in mm
Dimensions -en mm
Abmessungen in mm

. 301%02
169 tgzs

max395

kﬁmax2Q3

-

lﬂEEZZS

301*02
—

Lead washer,

Plaque de plomb, 1 mm

Bleischeibe.
39

Mica insulation, 0.05 mm
Isolement de mica, 0,05 m
Glimmerisolierung, 0,05

45

1 mm

1 mm

-

1241 Imax95

e

11005

Insulation tubes |
Isolateurs de traversée Y
Durchfiihrungsisolatoren _
39F005 37*005
|

Page 1, Seite 1
3) For transistor bottom temperature

Tm > 75 °C
Pour une temperature du fond du
transistor Tm > 75 °C

Flir eine Tran31storbodentemperagur
Ty 2>

4) Total duration max. 200 hours
Durée totale 200 heures au max.
Gesamtdauer max. 200 Stunden

11,11.1960 7Z2 0314
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Characteristics; caractéristiques; Kenndaten

Tpm = transistor bottom temperature = 25 oC,
unless otherwise specified °

Tm = température du fond du’transistor = 25 Cj
sauf indication différente °

Tm = Temperatur des Transistorbodens = 25 °C,
wenn nicht anders angegeben

=_. _min. max.

-Igpo(-Vgg = 0,5 V) 151 | < 100 ph
~Vog ( Veg = 2 V;-Ic = 3,5.4) 60!> 321 v
-Igy (-Vgg = 14 V; Ig = 30 mA) 0,75 | 50,38 | < 1,5 ma
-1z (-vgg= OV;Ig= 14) 321> 17< 50m
-1z (-Vgg= OV; Ig= 3 A) 1200> 601< 210 mA
~Vpg (-Vgg= OV;Iz= 14) o,5o} 50,30 | <0,75 v
~Ugg (-Vgg= OV; IE= 3 4) 0,801%0,35,< 1,27

Column I: Setting of the transistor and typical (average)
measuring results of new transistors
II: Characteristic range values for equipment design
Colonne I: Valeurs pour le réglage du transistor et les
résultats moyens de mesures de transistors peufs
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1l'etude
d'equipements
Spalte I: Einstelldaten des Transistors und mittlere
Messergebnisse neuer Transistoren
II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtentwurf

_ 1 j_.II_ Ty II_
Vg = 14 | v -Ig o= 3| A
T, = 100 : °c -1z = 2)
-IcBo = 4 | < 20 mA “VoEk = 0,4 | < 0,87V
| |
-VeE 6 | v |
-Ig = 1 : A Vg = 14 : v
fee = 45 | > 3 ke/s R = 4 0 ?)
hre (-Ig = A) _ |
e (=T = 0,1 A) = 0145 | 2 03

') See page 5; voir page 5; siehe Seite 5
2) the value at which -Ig
-Ig = la valeur a laquelle -Ig

der wert bei dem -I¢

3.3 A when -VcE
3,3 A lorsque -VCE
3,3 A wenn -VCcE

nowon
<<

3) Collector load resistor, for A.C. short-circuited
Résistance extérieure du collecteur, en court-circuit
pour courant alternatif
kusserer Kollektorwiderstand, flir Wechselstrom kurzge-
schlossen .

722 0315 rn
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Characteristics (continued) 5
Caractéristiques (suite) Tp =25 "C
Kenndaten (Fortsetzung)

large signal characteristics
Caracteristiques pour grands signaux
Kenndaten fiir grosse Signale

T I ax I | II
-Ig = 30 mA -Ig = 3 : A
hpg = 40 | 20-75 hpg = 25 | 15-45
' |
~Veg = 1 : v "-Vog = 14 : v
=Ig = ] -Ic = 30 | mA
hpp = 35 | 20-55 -Vgg = 0,18 | > 0,1V

Characteristics of matched pair 2-0C 26
Caracteristiques d'une paire jumelle 2-0C 26
Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C 26

Ratio of app of the two transistors of the 2-0C 26
Rapport de app des deux transistors du 2-0C 26
Verhdltnis von apg der zwei Transistoren des 2-0C 26

LIt
(I = 3 4) 1,15 11-1,35
(Ig = 0,3 4) 1,15 1-1,35

|

|

|
Ratio of -Iy of the two transistors of the 2-0C 26
Rapport de ~Ip des deux transistors du 2-0C 26
Verhdltnis von -Ig der zwei Transistoren des 2-0C 26

(-VBg = 0,18 V; ~Vgg = 14 V) 1,7 1 < 3

Page 4; Seite 4

1) Measured under pulsed conditions to prevent excessive
dissipation. Care should also be taken not to exceed
the maximum transient energy dissipation of 5 mWsec.

Mesuré avec des impulsions pour prevenir une dissipation
excessive. En outre il faut veiller a ne pas dépasser
la dissipation d'énergie transitoire max. de 5 mWsec.

Zur Vermeidung einer {ibermissigen Verlustleistung ge-
messen mit Impulsen. Es soll darauf geachtet werden|
dass der maximalen Energieverbrauch wihrend Ausgleichs-|
vorginge von 5 mWSek nicht iiberschritten wird

TTe 11,1960 772 0316 =
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Operating characteristics as class A output amplifier
(vased on Ktot = 4.5 °C/W)

Caractéristiques d'utilisation en am lificateur de sortie
classe A (admis que Ktot = 4,5 °C/W)

Betriebsdaten als Klasse A Endverstirker (basiert auf

Ktot = 4,5 OC/W)

The data below have been designed for continuous operation
up to Tamp = 45 OC at which Tj = max. 90 Oc, ‘and for
stable operation up to Tamp = 55 OC at which Tj may Dbe
100 OC for max. 200 hours L,

Les caractéristiques ci-degsous ont ete congues pour
service continu Jjusqu'a Tapp = 45 °C a laquelle
Tj = 90°C au max., et pour fonctionnement stable jusqu'a
Tamb = 55 OCc a laquelle Tj peut &tre de 100 °C pendant
200 heures au max.

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fiir Dauerbetrieb
bis zu Tamb = 45 9C wobei Tj = max. 90 °C, und fir
stabilen Betrieb bis zu Tgmn = 55 ©C wobel Tj = 100 C
sein kann wdhrend max. 200 Stunden

=

)

15.
AAAAAN
WWW

Voo = 7 1%4v ")
-Ic = 1,8 0,72 A
Ry = 50 50 2 2)?)
Rp = max. 50 max. 200 Q
R3 2 0,3 0,5 @ ?)
Re *) = 4 23 @
Po = max. 4 max. 4 W
= = 60 22 mA

Tom (Po = max.) _ pay, 110 max. 40 mA
d ’) (Po = max.) = 6 3 %

tot o = max. 6%
Tom (Pop = 50 mW) = 6 2,2 mA
dgot °) (P = 50 mW) = 1 0,4 %

192y314)5) gee page 7; voir page 7; slehe Seite 7

722 0317 6.
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1»)

2

~

3)
3

5

~—

o
~

Nominal working voltages of a car accumulator of 6 Vi
resp. 12 V

Tensions de fonctionnement nominales d'un accumulateur]
d'automobile de 6 V resp. 12 V

Nominelle Betriebsspannungen eines 6 V- bzw. 12 V-Auto-
akkumulators

The values of these resistors are in accordance with
a D.C. resistance of the secondary of the driver|
transformer of 2 Q. . ;

Les valeurs de ces résistances correspondent a une reé-
sistance en courant continu de 1'enroulement secondaire|
du transformateur intermédiaire de 2 Q.

Die Werte dieser Widerstinde entsprechen einem Gleich-|
stromwiderstand der Sekunddrwicklung des Treibertrans-
formators von 2 Q.

NTC no. B8 320 014/50 E; R = 50 @ at, &, bei Tamp = 25 °C

The speaker should not be disconnected from the circuit
with the power on, because then the transient ratings
may be exceeded, which may cause permanent damage to
the transistor ,

Le haut-parleur ne doit pas &tre coupe du circuit si 14
tension d'alimentation est en circuit, parce que alors
les caracterist;ques,limites des tensions de crét
peuvent &tre dépassées, cequi peut entrainer une
deterioration permanente du transistor

Der Lautsprecher soll nicht bei eingeschalteter Speise-
spannung abgeschaltet werden, indem dann die Grenz-|
daten der Spitzenspannungen {iberschritten werden
diirften, was zu einer dauernden Beschddigung des|
Transistors fiihren kann

Measured with a source impedance Rg = 10 Q,

Mesure avec une impédance de la source d'entree Rs = 10 ¢

Gemessen bel einer Impedanz der Eingangsspannungsquelle
Rs =10 Q

Measured with a source impedance Rs = 400 Q@ at Vg=7 |
and Rg = 375 @ at Vg = 14 V ,

Mesure ayec une impédance de la source d'entree Rs =
400 Q a Vg =7 Vet Rs = 375 Q a Vs = 14V

Gemessen bei einer Impedanz der Eingangsspannungsquelld
Rs = 400 Q bei Vg = 7 V und Rs =375 Q bei Vg = 14 V

11

.11.1960 7Z2 0318 g
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Operating characteristics as class B output amplifier
(pased on Kiot = 7 ©C/W per transistor)

Caractéristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe B (admis que Ktot = 7 Oc/wW pour chague transistor)

Betriebsdaten als Klasse B Endverstédrker (basiert auf
Kiot = 7 OC/W fiir jeden Transistor).

The data below have been designed for continuous operation
up to Tamp = 45 ©C at which Tj = max. 90 9C, and for
stable operation up to Tgmp = gS OC at which TJ may be
100 °C for max. 200 hours L.

Les caractéristiques ci-dessous ont ete congues pour
service continu Jjusqu'a Tapp = 45 ©C a laquelle Tj £
90 °C au max., et pour fonctionnement stable jusqu'a
Tamb = 55 OC a laguelle Tj peut &tre de 100 OC pendant
200 heures au max.

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fiir Dauerbetrieb
bis zu Tamp = 45 OC wobel Tj = max. 90 °C, und fir sta-
bilen Betrieb bis zu Tamp = 55 ©C wobei Tj = 100 OC sein
kann wahrend max. 200 Stunden

>Ry , j
o |
S 2
Sls § "
e s
(—_)
= 2R
R N
Vg - 7 14 v
-1, (V4 = 0) = 2x30 2x30 mA
R1 = max. 200 max. 350 @
R2 = 0 0,47 Q
Boo = 9 16 Q
Pc = max. 2x4,87 max. 2x10 W
By = max. 9,75 max. 17,9 W
“Ioy (By = max.) = 3 3 A
-Ig (PO = max.) = 0,95 0,95 A
I, (By = max.) = 200 max. 200 mA
- = 2x1,06 2x2,51 V
Vim (Po = max.) = max. 2x1;81 max. 2x3:28 v
dLot(Po = max.) = max. 9  max. 10 % 6)
I, (P, = 50 mW = 5,6 4 ma
bm ( o =°0m ) = max. 9 6,7 m.A6
dtot(Po = 50 mW) = 3 3%°)
1)6)See page 7; voir page 7; siehe Seite 7
722 0319 8.
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100¢ i
- HA 9 P
- Max.value of =Ipgp at—Vop=40V -
- Valeur max de<Icgo o —Veg=40V .
L Max. Wert von—Ippgobei-Yog=40V R
~LcBOmax §
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Kp = thermal resistance between transistor bottom and
ambience
Km = résistance thermique entre le fond du transistor
et 1'ambiance
Kp = thermischer Widerstand zwischen Transistorboden
und Umgebung
Heat sink material: 3 mm aluminium, mounted vertically
Plaque de refroidissement: aluminium de 3 mm, montée
verticalement
Klihlschelle: 3 mm-Aluminium, senkrecht montiert
i I 111 T
[ . I
8 . ]
FHHH
K, (°C/W) Curve 1:bright aluminium
m g
\ Courbe 1:aluminium blanc ‘
\ Kurve 1: blankes Aluminium
[T T T T T I T
6 LTI P T T
\ | Curve 2: blackened aluminium n
[ T'|Courbe 2:aluminium noirci H
A — Kurve2: geschwarztes Aluminium —
- fid 11 [ FJ |
\ \ [ [ T[]
NS |
\, L]
N
4 T
] NC N ‘L
™~
e f st C 7
[ ]
B N | ~LL [ 11
N2 T
2 L == "
B | S —
L. 1 [
T
EENE ! Ly u ‘
| | | 1 RN | ‘
I 1 1 T O I J‘\.‘ﬁ‘
0 [T EEEENEEE H T
0 100 200 ' 300 400
Heat sink area
Surface de la plaque (cm?2)
de refroidissement
Fldche der Kihlschelle
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2-0C30

GERMANTUM TRANSISTOR of the p-n-p type for class A and B
power output stages at voltages of 7 and 14 V
TYPE 2-0C 30 is composed of 2 transistors OC 30 selected
for operation in a class B circuit with low distortion and
low spread in quiescent currents

TRANSISTROV A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p pour
étages de sortie classe A et B a des tensions de 7 et 14 V
LE TYPE 2-0C 30 est composé de 2 transistrons OC 30 selec-
tionnés pour opération en circuit classe B avec distorsion
faible et avec dispersion faible des courants de repos

p-n-p GERMANIUMTRANSISTORfir Klasse A und B Endstufen bei
Spannungen von 7 und 14 V
DAS TRANSISTORPAAR 2-0C 30 besteht aus 2 Transistoren
0C 30 die ausgesucht sind zur Verwendung in Klasse B
Schaltung mit geringer Verzerrung und mit kleiner Streuung
der Ruhestrome

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Ve = max. 16 V -Ig =max. 1,4 A
=Vopy = max. 32 V -Icy = max. 1,4 A
-Vog = max. 16 V') Ig = max. 1,5 A
~Vemy = max. 32 V') Ipy = max. 1,54
-Vgg = max. 10 V -Ig .= max. 0,25 A
-Vgpy = max. 10 V -Ipy = max. 0,25 A
Tj =max. 75 %

Storage temperature °

Température 4'emmagasinage = =55/+75 °C

.Lagerungstemperatur

Characteristics at a temperature of 25 %C of the botton]
of the transistor (measured with thermo-couple
Caracteristiques a une température du fond du transistron
de 25 °C (mesurée avec un couple thermoélectrique) o
Kenndaten bei einer Transistorbodentemperatur von 25 “C
(gemessen mit einem Thermoelement
Common_base; Base a la masse; Basisschaltung

-Icro - -Ve = 14 V) = 12 < 40 pA

-Iggo (-Vgg = 7 V) = 10 < 40 pA
“VWgg= 77V
£, = 300 ke/s
e Ig =0,14A /

1) Based on an emitter to base impedance of max. 500 Q
Fondé sur une impédance entre émetteur et base de 500 @
au max.
Gegriindet auf eine Impedanz zwischen Emitter und Basis
von max. 500 Q

© 938 3220 1.
4.4.1959
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

Common_emitter; Emetteur 3 la masse; Emitterschaltiune

-IcRo ('VCE = 14V) =0,3 <1 mA
tee JVCE = 7V} = B kc/s
Ig =0,14

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

—Veex

sIg = 1,4 A
the value at which -I¢=1.55 A E=1V
la valeur a laquelle -Ic= 1,55 A si -VCE=11V
der Wert bei dem -Ic= 1,55 A E=1V
-Verk = 0425 <0,5V
Large signal characteristics

Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten filir grosse-Signale

Common_emitter; Emetteur_a_la masse; Emitterschaltung
Ig |-VCE | -
(,S (v (v? 9FE
0,01 14 0,14 32
0,1 7 | 0,22 36

0,8 1 0,38 28
1,5 1 0,47 22

-IB

Thermal resistance (gunction to
,Jbottom of transistor

Résistance thermique (de la Jonction g
jusqu'au fond du transistron)

Thermischer Widerstand (vom Kristall
bis am Boden des Transistors)

= max. 7,5 °C/W

938 2920 — ‘ ' 2



PHILIPS | 0C30
2-0C30

Dimensions in mm Mica insulation
‘Dimensions en mm Isolement de mica
__Abmessungen in mm Glimmerisolierung
23
o 131 145

K
94

™,

o)
o L)

e

Bore-hole dimensions for
heat sink

Dimensions des trous dans
la plaque de refroi-
dissement

Bohrmasse fiir die Kiihl-
platte

Insulation tubes 3
Isolateurs de traversée
Durchfihrungsisolatoren

The parts for insulating the transistor from the heat sink
can be supplied under No. 56203

Les piéces détachées pour isoler le transistron de la plaque
" de refroidissement peuvent étre fournies sous No. 56203

Die Einzelteile zur Isolierung des Transistors von der
Kihlplatte kdnnen unter Nr. 56203 geliefert werden

It is recommended to fix the transistor with screws M3.5

I1 est recommandé de fixer le transistron par des vis M3,5

Es wird empfohlen den Transistor mit Schrauben M3,5 zu
befestigen

') Gold plated
Dore
Vergoldet

938 3219 . ; 3.

4.4.1959
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| Characteristics of matched pair 2-0C 30 at a temperature
of 25 OC of the bottom of the transistor (measured with
thermo-couple) . ,

Caractéristiques d'une paire jumelle 2-0C 30 a une tempe-
rature du fond du transistron de 25 OC (mesurée avec un
couple thermoélectrique)

Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C 30 bel einer Tran-
sistorbodentemperatur von 25 OC (gemessen mit einem
Thermoelement)

Ratio of aFg of the two transistors of the 2-0C 30
(at Ig =0.14, =Veg=70V) = max. 1.3

(at Ig =0.84, =Vecg=1V) = max. 1.3
Ratio of I¢ of the two transistors of the 2-0C 30

(at -Vpg = 0.14 V, -Vcg =7 V) = max. 3
Ra%gortlde aFg des deux transistrons du 2-0C 30

E =0,14 =-Vgg=7V) = 1,3 au max.

(a3 Ig =0,84 ~-Vgg=17V) = 1,3 au max.
Rapport de I¢ des deux transistrons du 2-0C 30

(a -Vgg = 0,14V, =-Vgg=77V) = 3 au max.

Verhdltnis von apg der zwel Trangistoren des 2-0C 30
(vei Ig = 0,1 4, -Veg = 7 V) = max. 1,3

(vei Ig = 0,8 A, =-VgE =1 V) = max. 1,3
Verhiltnis von Ig der zwei Transistoren des 2-0C 30
(bei -Vpg= 0,14V, =-Veg =7V = max. 3

Operating characteristics as class A output amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe A .

Betriebsdaten als Klasse A Endverstarker Tamb = 25-45 oc

938 2921 4
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Operating characterist .ics as class A am glifler(continued)

Caractéristiques d'utilisation en amplificat eur_c(qsse ?
suite

Betriebsdaten als Klasse A-Verstirker (Fortsetzung)

Minimum dimensions (in mm) of heat

sink (blackened Al) 100x120x1.5
Dimensions minimum (en mm) de la

plague de refroidissement (Al

noirci) 100x120%1,5
Mindestabmessungen (in mm) der
Kiihlfliche (Al geschwdrzt) 100x120x1,5
Vee = 12 6V
-Ic = 200 410 mA
Rq = max. 50 max. 50 Q 1)
Ry = 220 82 @ %)
Ree = 60 12 Q
Iim = 6 15 mA
Vim = 140 170 oV
Po = 1 1w 3)
see page F
a = voir page F

v siehe SeiteF

Transformer data
Données du transormateur

Transformatordaten
Core Dynamo sheet Air gap
Noyau EI42 Téle de dynamo IV; 0,35 mm Entrefer 50 u
Kern Dynamoblech Luftspalt
Wire : enamelled Cu N3 and (N14N2) bifilarly wcund
Fil : Cu émaillé N3 et (N1+N2)bobinés bifilairement
Draht: emailliertes Cu N3 und (N1+N2) vifilar gewickelt
Wire diameter | Coil resistance
Coil  |Number of turnS |Diametre du fil | Résistance de
< ulee wg dgg Sgahf“rs Drahtdurch- la bobine
p naung messer Spulenwiderstand
3 N1 g2 0,4 mm 0,9 Q
‘E.) N2 208 0,4 mm 2,25 Q
O N3 300 0,25 mm 10 Q
= Nj 108 0,35 mm 1,46 Q
[N RF 52 0,35 mm 0,79 @
2| N3 160 0,35 mm 2,25 Q

) See page 7; voir page 7; siehe Seite 7
) See page 8; voir page 8; siehe Seite 8

938 2922 5
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Operating characteristics of matched pair 2-0C 30 as class B
output amplifier (Tamb = 25 to o¢c)

Caractéristiques d'utilisation d'une paire Jumellg 2-0C30 en
amplificateur de sortie classe B (Tamb = 25-55

Betriebsdaten eines Transistorpaars 2-0C 30 als Klasse B-
Endverstdrker (Tamb = 25-5

—) =—

A

= N2 _
2 - RL=
0c 30 N3HA m 50

Ny Vec

Rs RE
NTC

. .
Minimum dimensions (in mm) of heat sink

(blackened Al) per transistor (tran-

sistor mounted without insulation) 50x100x1.5
Dimensions minimum (en mm) de la plague

de refroidissement (Al noirci), par

transistron (transistrons montés sans

isolement) 50x100x1,5

Mindestabmessungen (in mm) der Kiihlflache
(Al geschwirzt), Jje Transistor (Tran-

sistor-Montage ohne Isolierung) 50x100x1,5
Vee = 14 7V
-1c (V4 =0) = 2x15 2x20 mA
Ra = max. 200 max. 100 @ 4)
R5 s 3 3R
Ré = NTC B8 320 01A/4E
R7 = 390 270 @
RE = 0,25 - Q
Ree = 90 28,4 Q
Icm = 0,6 1A
Vbm s 2x195 2x155 mV
Tbm = 18 32 mA
Po = 4 3N
a - See page G; voir pageG

siehe SeiteG
4) See page 8; volr page 8; siehe Seite 8

938 2923 6.
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Operating characteristics of 2-0C 30 as class B amplifier
(continued

Caractéristiques d'utilisation du 2-0C 30 en amplificateur
classe B (suite)

Betriebsdaten der 2-0C30 als Klasse B-Verstirker(Fortsetzung)

Data of the driver stage with 0C72
Donnees de 1'étage préamplificateur avec 0C72
Daten der Treibverstufe mit 0C72

Minimum dimensions of the heat sink 12 cm2
Dimensions minimum de la plaque de >
refroidissement 12 cmy
Mindestabmessungen der Kiihlfliche 12 cm
-VcE = 8,2 4,9 Vv
~I¢c = 5,4 10,6 mA
R1 = 15 3,3 k@
R2 = 8,2 1,2 kQ
R3 = 820 150 Q

I3 (Po = 50 mW)

3,7 10 upA

Data of the transformers Try and Tr
Données des transformateurs Try et r2
Daten der Transformatoren Tri und Trp

Core Dynamo sheet Air gap

Noyau | T6le de dynamo | Entrefer

Kern Dynamoblech Luftspalt
Try Vee = 14 V| EI42 IV; 0,35 mm 20 u
Vec = 7 V| EI48 IV; 0,35 mm 20 p
T Voo = 14 V| EI48 IV; 0,35 mm 50 p
2|vee = 7 V| E148 IV; 0,35 mm 20 u

Wire of all windings : enamelled copper
Fil de tous les enroulements: cuivre émaillé
Draht aller Wicklungen : emailliertes Kupfer

1) Ry is used for adjusting -Ig
Ry est utilise pour le réglage de -Ig
Ry dient zur Einstellung von -Ig

2) To diminish the influence of fluctuations in Vgg it is
recommended to use an incandescent lamp (12 V/50 mA
or 6 V/50 mA)instead of R

Afin de diminuer, 1'influence de fluctuations de Vcc il
est recommande d'utiliser une lampe a incandescence
(12 V/50 mA ou 6 V/50 mA) au lieu de R2

An Stelle von R2 wird zur Verringerung des Einflusses von
Anderungen in Vcc die Verwendung eines Gliihlampchens
(12 v/50 mA bzw. 6 V/50 mA) empfohlen

938 2924 [ B el 73
4.4.1959
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Wire of all windings : enamelled copper
Fil de tous les enroulements cuivre émaille
Draht aller Wicklungen : emailliertes Kupfer
Coil |Number of turns|Wire diameter
Bobine{Nombre de tours|Diametre du fil
Spule |Windungszahl Drahtdurchmesser
Voo =14 v | M 1760 0,12 mm
m N2 2x220 0,3 mm
Ty
Vo= 7V N1 1020 0,2 mm
N2 2x170 0,4 mm
N1 128 0,45 mm
Voo = 147 | M2 42 0,7 mm
N3 42 0,7 mm
Trp N4 128 0,45 mm
Nq 55 0,7 mm
Voo = 7V N2 45 0,7 mm
N3 45 0,7 mm
N4 59 0,7 mm

3) Max.output power in the primary of the output transformer
Puissance de sortie max. dans le primaire du transfor-
mateur de sortie
Maximale Ausgangsleistung an der Primédrseite des Aus-
gangstransformators

) R4 is used for adjusting -Ic
R4 est utilisé pour le réglage de -Ig¢
R4 dient zur Einstellung von -Ic

938 2925 8.
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7R05755
30 0C 30 6-1-"5

(mA) 1
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2-'OC30

7R05759
1000 0C30 6-7-5]

100k
Iceo(T) F :
Iceo(Tj=25C)F

Icgo(Tj) |
TcBo[l=25C)f /’ 7 ~Iceo
i 7
, / /
/
_ /A1y
10k
- V.
A
/’
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4 ]
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10 JR05757
lllll\lllllllllllHl [ 1 0C30 6-1-%8
d Input source resistance=50211 EEEEEE
(%} Résistance de la source d’entrée=500 [TT1
Widerstand der Eingangsspannungsquelle=50.D.
' | dzx3HH
—Vcec =12V
/ Temb=25°C
5
~d
e P4
= -
- -
0
0 05 1 15 Py (W)
10 T T T T T I T T LT
d Trnput source resistance=2504% 1L 1|
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M 5 7R05758
0C30 6-1-'58)

%
5°C
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-
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o

Il 1l

EEEIN)

2 3 4 Py(W) 5
0OC30 in class B

2-
2-0C 30 en classe B
2-0C30 in Klasse B
—Vee =74
( 0, Tomb=25°C
: 345
5
' ’ 202+4]
A~ . T —t
0 HH -
0 1 2 3 4 Po(W) 5
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1)Temperature of mounting plate=Tamb
Température de la plaque de montage=Tamb
Temperatur der Montageplatte=Tamb

110C 30 10-4-58
7R05906

Ptotmax (W)

2)With mica insulation | !
Avec isolement a mica | !
7 Mit Glimmerisolierung I
3)With heat sink 100x120x1.5mm blackened Al 111l
Avec plaque de refroidissement 100x120x15mm Al noirci =~
Mit Kiihlblech 100x120x1,5mm Al geschwdrzt
4)With heat sink 50x100x1.5mm blackened Al mu
N\ “ Avec plaque de refroidissement 50x100x1,5mm Al noirci
6 Mit Kiihlblech 50x100x1,5mm Al geschwarzt ]
5)Without heat sink
Sans plaque de refroidissement
N Ohne Kiihlblech
\ 6)Without mica insulation
Sans isolement a mica
5 \ Ohne_Glimmerisolierung
N &! "/'1
%—'
NS
\6’6\ SN
AN
4 ZNZ ]
N T
\ T
N I T
N o
T
3 ) NERN
%) NN
N ) T
\/g% ™ F
< -{¢ :
2 75 S
> ) 5 A
~. Y
™ (-/a N
N 5 T
= \
=05 Q /Wﬁ s
9 D \\./

25 35 45 55 65 Tamb(C)75
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GERMANIUM TRANSISTOR of the P-n-p type in all-glass con-
struction especlally suitable for converter and mixer-
oscillator applications

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre speclalement propre aux applications
de convertisseur et de mélangeur-oscillateur
DP-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik speziell zur
Verwendung als Frequenzumformer und als Mischer-0szillator

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max, absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VcB = max. 15V -I¢ = max. 5 mA
-VCBM = max. 15V -IcM = max. 10 mA
-VCcE See pageCC IE = max, 5 mA
-VeEx ggégepggftec TEM = max. 10 ma
= - See page D
VEB = max. 12V Po Voir page D
~-VEBM = max. 12V Siehe Seite D
continuous operation 6
Ty service continu = max. 75 °C
Dauerbvetrieb
intermittent operation 0.3
Tj service intermittent = max. 90 9¢3)
aussetzender Betrieb

Storgge temperature
Température d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-55/475 ¢

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge margue le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
3)Totql duration max. 200 hours

Durée totale 200 heures au max.
Gesamtdauer max. 200 Stunden

9.9.1959 938 2915 T
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Characteristics o
Caractéristiques Tamp = 25 C
Kenndaten

Min.
-Igpo (-veg = 2 V) = 0,5

-Icpo (-VgB = 15 V)

-IgBo (-VEB = 2 V) = 0,4

-Iggo (-VEB = 12 V)

tay GHBZ STy - 1575

-Icgo (-Veg = 2V) = 25

o (-<vcE = 6V g _

VEE (1g - 1 mA = 150 > 125
- are  (TWCE 6Vl = 100 > 45

Small signal characteristics

Kenndaten fiir kleine Signale

Common_base;_Base 4 la_masse; Basigschaltung

Max.
< 2,0 pA
< 10 pA
< 2,0 pA
¢ 40 pA

< 30 Mc/s

Common_emitter; Emetteur & la masse;_Bmitterschaltung”

< 75 pA
< 185 mV

< 225

Caractéristiques pour petits signaux Tamb = 25 %

bi
|
he
L
Max.
Measured at v
Mesurees a -
Gemessen bel
Co'c = 10,5 > 7 < 14 pF
Cv'e = 410 pF
&ce = 40 < 100 pA/v
gb'e = 390 wA/V
8b'c < 0,5 wa/v
Em = 39 ma/V
o' = 110 <2502 ")
Too'/fab = 7:3 > 3,5 < 20 asfc
1)See page 3; voir page 3; siehe Seite 3
938 3872 2.
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Junction temperature
Température de la jonction
Kristall temperatur

Jgnction Bemperature rise in free air of
0°C to 75°C ;

Augmentation de la température de la <
Jonction en l'air libre de SSC Jusqu'a 75°C K = 0,6 /W
Temperaturgrhbhungodes Kristalls in freier

Luft von O° bis 75°C

1)Tgst method of ryb' (see page 2)
Méthode d'essal de ryp' (voir page 2)
Verfahren zur Priifung von ryb' (siehe Seite 2)

f=0,5Mc/s
ﬂ’\) max 2Veff
R

The collector must be screened statically from the rest
of the circuit., D.C. working point of the transistor
“Vcg = 6 V, IE = 1 mA

In position 1 the reading of the H.F. voltmeter is ad justed
to a certain value. In position 2 the reading of the volt-
meter is adjusted to the same value with the aid of the
variable resistor R, Now the value of rpp' is the same
as that of R

Le collecteur doit &tre blindé d'une fagon électrostatique
du reste du circuit. Point de fonctionnement du transistron:
-Vcg = 6V, Ig = 1 mA

Dans la position 1 la lecture du voltmétre H.F. est réglée
a une certaine valeur. Dans la position 2 le voltmetre est
réglé a la méme valeur a 1'aide de la resistance variable R.
La valeur de rpp' est alors égale a la valeur de R

Der Kollektor muss elektrostatisch von der librigen Schal-
tung abgeschirmt werden, Arbeitspunkt des Transistors:
=VCE = Ve IE = 1 mA

In Stellung 1 wird der HF-Voltmeter auf einen gewlssen
Wert eingestellt. In Stellung 2 wird der Voltmeter mit
Hilfe des verinderlichen Widerstandes R auf denselben
Wert eingestellt., Der Wert von rpp' ist dann gleich dem
Wert von R

939 2313 3.
3.3.1958
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Operating characteristics as mixer—osca}lator at an input
signal frequency of 1 Mc/s. Tamb = 25, C.

Caracteéristiques d'utilisation comme melang ur-oscillatgur
& une fréguence du signal d'entrée de 1 MHz. Tamb = 25 C.
Betriebsdaten als Mischer-Oszillatorogei einer Eingangs-

signalfrequenz von 1 MHz. Tamb = 25
g%57

200 h S2 220pFT L

+
| "6V

LY

E
?aw / PF
<

] Il// 2,240

|

|

{

|

!

i s

| % ‘E?ﬁaqm
1 PF
| 2-10
| __22

|

i

|

|

Mixing transistor; Iransistron_mélangeur; Mischiransistor

-VcE = 5.8V

I = 0,4 mi
Vosc = 0,3 Verr')
g1 (H.F.) = 0,3 mA/V
g (I.F.; U.F.; ZF) = 17 pA/V
;% 2 = 28 aB

Oscillator_transistor; Transistron oscillsteur; Oszillator-
transistor
-Vgg = 4,87

IE = 0.3 mA

across tuned circuit
sur le circuit accordé = 5,7 Vefe
iiber Abstimmkreis

Vosc {
between collector and base
entre collecteur et base = 3,5 Veff

zwischen Kollektor und Basis

between emitter and base
entre émetteur et base = 0,3 Verr
zwischen Emitter und Basis

Vosc

Vosc

1)2)gee page 5; voir page 5, siehe Seite 5

939 2314 4.



— de 680 Q, connectée aux ‘bornes de sortie du transformateur

PHILIPS |oc44

For coil data of the circuit disgram on page 4 see page 6
Pour %es données des bobines du schéma sur page 4 voir
page

Fir die Spulendaten des obigen Schaltbildes auf Seite4
siehe Seite 8

1)Oscillator voltage between emitter and earth
Tension d'oscillation entre émetteur et la masse
Oszillatorspannung zwischen Emitter und Erde

2)Conversion gain (Po/Py) is the ratio between the I.F.
power in a 680 Q load resistor connected to the output
terminals of the I.F. transformer and the available H.F.
power in the aerial circuit. (680 @ is the input re-
sistance of an 0OC 45)

Lfamplification de conversion (Po/?i) est le rapport
entre la puissance M.F. dans une résistance de charge

M.F., et la guissance H,F. disponible dans le circuit
d'antenne (680 Q est la résistance d'entrée du 0OC 45)

Die Mischverstérkung (Po/Pi) ist das Verhdltnis zwischen
der ZF-Leistung in einem Belastungswiderstand von 680 Q,
angeschlossen an den Ausgangsklemmen des ZF-Transformators
und der zur Verfiigung stehenden HF-Leistung im Antennen-
S kreis. (680 Q ist der Eingangswiderstand des OC 45).

939 2333 i 5.
— 3.3.1958




OC44| PHILIPS

Coil data
Données des bobines (voir page 7)
Spulendaten (siehe Seite 8?
AERIAL COIL
Rod: ferroxcube 4B; dimensions 10 x 200 mm
Syt 77 turns of 32 x 0.04 silk insulated Litz wire,
closely wound on a former. diameter 12 mm
Unloaded Q at 1 Mc/s: 150 (mounted in chassis)
L = 480 uH
Sp: 7 turns of 0.3 mm enamelled copper wire, closely
wound at the earth side of S,

Earth side S Coil former
C6té mise d lo terre. 72 Sy glar}drT__ 1
Geerdete Seite ’_ﬂﬁ]—L‘/ pulenkorper

R -
OSCILLATOR COIL

The oscillator coil is mounted in a potcore D 18/1¢2,

ferroxcube 3B3,; air gap 0.5 mm

S3 43 turns of 32 x 0.04 silk insulated Litz wire;
collectortap at 26 turns from earth side
Unloaded Q: 45 at 1.5 Mc/s

S4: 2 turns of 0.3 enamelled copper wire

S5: 8 turns of 0.3 enamelled copper wire

Siy Ss.?4

Spulenkorper
I.F. TRANSFORMER

The I.F, transformer is mounted in a potcore D 18/12,

ferroxcube 3B3; air gap 0.3 mi
Sg: 65 turns of 16 x 0.04 silk insulated Litz wire;

collector tap at 52 turns from earth side
Unloaded Q: 110
S7: 3 turns of 0.3 enamelled copper wire

S6 Sz
RN

AN

939 2315. 6.
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Coil data (See page 6)
Données des bobines
Spulendaten (Siehe Seite 8)

EOBINE D'ANTENNE

Baguette: ferroxcube 4B;: dimensions 10 x 200 mm
81: 77 tours de fil toronné de 32 x 0,04 & couche
de soie enroulés jointifs sur un mandrin d'un

diametre de 12 mm
Q, sans, amortissement additionnel a 1 MHz: 150
(monté dans le chéssis)
L = 480 pH

Sp: 7 tours de fil de cuivre emaille de 0,3 mm,
enroulés jointifs sur l'extrémité mise a la
terre de Si

Earth side Sz Coil former
Cété mise d la terre Mandrin
Geerdete Seite Spulenkérper

BOBINE D'OSCILLATEUR

La bobine d'oscillateur est montée dans un noyau
en pot D 18/12, ferroxcube 3B3; entrefer 0,5 mm
: 43 tours de fil toronné de 32 x 0,04 a couche
de soie; pris pour le collecteur a 26 tours a
partir de 1l'extrémité mise a la terre
Q,sans amortissement additionnel a 1,5 MHz: 45
S4: 2 tours de il de cuivre emaille de 0,3 mm
Sg5: 8 tours de fil de cuivre émaillé da 0,3 mm
S3 S5 S4

B ~Coil former
gl Mandrin

TRANSFORMATEUR U.F. = e

Le transformateur M.F. est monté dans un noyau

en pot D 18/12, ferroxcube 3B3; entrefer 0,3 mm
65 tours de fil toronné de 16 x 0,04 a couche
de soie; pris pour le collecteur a 52 tours a
partir de 1'extrémité mise a la terre
Q,sans amortissement additionnel: 110

S7: 3 tours de fil de cuivre émaillé de 0,3 mm

331958
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Coil data (see page 6)
Données des bobines (voir page 7)
Spulendaten

ANTENNENSPULE

Stab: Ferroxcube 4B; Abmessungen 10 x 200 mm

Sq: 77 Windungen von seidenisoliertem Litzendraht
32 x 0,04 anschliessend gewickelt auf einem
Spulenkdrper mit Durchmesser von 12 mm
Q,ohne Belastung,bei 1 MHz, montiert im Chassis:
150. L = 480 pH

Sp: 7 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht,

— liber S1 auf der geerdeten Seite anschliessend
aufgewickelt
Earth side Coil former
Coté mise d la terre 52 5 Mandrin

Geerdete Seite Spulenkirper

OSZILLATORSPULE

Die Oszillatorspule hat einen Topfkern D 18/12,

ferroxcube 3B3; Luftspalt 0,5 mm

S3: 43 Windungen von seidenisoliertem Litzendraht
32 x 0,04; Kollektoranzapfung 26 Windungen von
d%r geerdeten Seite. Q,ohne Belastung,bei 1,5 MHz
4

4+ 2 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht
5: 8 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht

S3 Ss ;W

S
S

Coil former
Mandrin,
Spulenkorper

ZF-TRANSFORMATOR

Der ZF-Transformator hat einen Topfkern D 18/12 ,
ferroxcube 3B3; Luftspalt 0,3 mm
Sg: 65 Windungen von seidenisoliertem Litzendraht
16 x 0,04;Kollektoranzapfung 52 Windungen von der
geerdeten Seite. Q,ohne Belastung: 110
S7: 3 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht
%6 ﬁ7

s 938 2917 8.
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Operating characteristics as frequency %panger at an input
signal frequency of 1 Mc/s. Tamb = 25 °C
Caracteristiques d'utilisation comme changeur de frequense
a une frequence du signal d'entrée de 1 MHz. Tamb = 25°C
Betriebsdaten als selbstschwingender Méscher bei einer
Elngangsfrequenz von 1 MHz. Tamb = 2
2-10,
pF
4}v
o—
5,1V
0,4 mA
across tuned circuit B
Vosec sur le circuit accordé = 2 Vefrr
iiber Abstimmkreis
between collector and earth
Vose entre collecteur et terre = 0,12 Verr
Zwischen Kollektor und Erde
between emitter and earth
Vosc 9 entre émetteur et terre = 50 mVers
zwischen Emitter und Erde
g1 (H.F.) = 0,5 mA/V
8 (I.F.; M.F., ZF) = 17 waA/v
2
Bo®) = 28 aB
Py
For coil data of the above circuilt diagram see page 10
Pgur les données des bobines du schéma ci-dessus voir page 10
Fir die Spulendaten des obigen Schaltbildes siehe Seite 11
2)see page 5; voir page 5, siehe Seite 5

939 2318 ' = 9.
—  3.3.1958
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AERIAL COIL Sy, S2
This is the same as the aerial coil described on page 6,
but for Sy having 5 turns instead of 7
0

The oscillator coil is mounted in a potcore D18/12,
ferroxcube 3B3; air gap 1 mm

: 54 turns of 32x0.04 silk insulated Litz wire
Unloaded Q : 55 at 1.5 Mc/s

2 turns of 0.3 enamelled copper wire
5 turns of 0.3 enamelled copper wire
S3 S5 Su

S4
55

AN
e st

Spulenkaorper
I.F. TRANSFORMER Sg, S7
This transformer is the same as that described on page 6

BOBINE D'ATENNE Sy, Sp
Cette bobine est la méme que celle décrite sur page 7,
a 1'exception de Sy, qui a 5 tours au lieu de 7
B E_D! I TE
La bobine d'oscillateur est montée dans un noyau en
pot D18/12, ferroxcube 3B3; entrefer 1 mm
S3 : 94 tours de fil toronne de 32x0,04 a couche de soie.
Q sans amortissement additionnel a 1,5 MHz: 55
S4 : 2 tours de fil de culvre émaillé de 0,3 mm
S5 : 5 tours de fil de culvre émaillé de 0,3 mm
S3; S5 S4
\ |

oW ~Coil former
bS5 Mandrin_
Spulenkérper

IRANSFORMATEUR M.F.
Ce transformateur est le méme que celui décrit sur page 7

939 2319 10.
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ANTENNENSPULE S1, S2
Diese Spule ist dieselbe als die auf Seite 8 beschriebene
Antennenspule, mit Ausnahme von S, die hier 5 anstatt 7
Windungen hat.
Z ORSPULE

Die Oszillatorspule hat einen Topfkern Di8/12, Ferroxcube
3B3; Luftspalt 1 mm

83 54 Windungen von seidenisoliertem Litzendraht 32x0,04
Q ohne zusdtzliche Dampfung bei 1,5 MHz: 55

S4 : 2 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht
S5 : 5 Windungen von 0,3 mm emailliertem Kupferdraht
S3 S5 Sy

~Coil former
Mandrin
Spulenkorper

ZF- NSF T

Der ZF-Transformator ist derselbe als der auf Seite 8
beschriebene ZF-Transformator

939 2320 4 - 1.
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7R05479
100 0C44 1-5-57
Pemax
(mw)
PC rpax=maximum permissible Pc
PCmax = Pc admissible au max.
50‘ Crmax =maximal erlaubte Pe
\
A\
N
N
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R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass
construction especially suitable for I.F. use
TRANSISTRON H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en
construction tout-verre spécialement propre pour l'utlli-
sation a M.F.

HF p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik speziell
zur Verwendung bel Z.F.

Dimensions 1in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max15 i min37

?\t\_:’)u

1)—
max15 .

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristigues limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vgg = max. 15V -I¢ = max. 5 mA
-VcBM = max., 15V -IcM = max. 10 mA
-VCcE See page CC Ig = max. 5 mA
Voir (]
~VCEM Sgehepggite [0 TEM = max. 10 mA
= = See page D
VEB = max. 12V Pc Voir page D
-VEBM = max., 12V Siehe Seite D
continuous operation 0
T4 service continu = max. 75 C
Dauerbetrieb
intermittent operation 0.3
Ty service intermittent = max. 90 "C°)
aussetzender Betrieb

Storage temperature
Température d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-55/+75 °c

)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)Total duration max. 200 hours
Durée totale 200 heures au max.
Gesamtdauer max. 200 Stunden

9.9.1959 938 2941 T
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Characteristics &

Min.

Max.
< 2,0 pA
< 10 pA
< 2,0 pA
< 40 pA

< 12 Mc/s

Caractéristiques Tamb = 25 °C
Kenndaten
Common_base;_Base a la_masse; Basisschaltung

-Icgo (-Veg= 2V )= 0,5
-Iggo (-VgB = 15 V)
-Igpo (-VEB = 2V ) = 0,4
-Iggo (-VEg =12 V)
fab EE%CB » ? gAg = 6

-Icgo (-gg= 2V )= 12 < 40 pA
-VBE g;g‘JE Z f’ Lg = 170 >145 < 195wy
-V = 6V g _ ”
are SIE - Tmal= 50 »>25 <125
Small signal characteristics o
Caractéristiques pour petits signaux Tamb = 25 "C
Kenndaten fiir kleine Signale
Cr'e
rpy' 1
b
bo W MM c
i gb'e ?
lbe| Gh'e: T Ch'e  Gm Vb'el Jee Vee
! S T _ 3
Min. Max.
Measured at { -VCE == '¥g v
Mesurees a =
Gemessen bei | 1E = 1 —
Cbh'c = 10,5 > 7 <14 pF
Cv'e = 1000 pF
8ce = 15 < 40 pA/v
8b'e = 760 uA/v
8b'c <0,5 pa/v
&m = 39 mA/V
FBb - .<200 @')
S rpb'/fab = 12,5 > 5 < 30 Qs/Mc
1)See page 3; voir page 3; siehe Seite 3
938 3873 2.
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Junction temperature
Température de la Jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air of
00C to 75°C B

Augmentation de la temperature de la s o
Jonction en 1l'air 1ibre de 0°C Jusqu'a 75°C K = 0.60C/ui
Temperaturerhﬁhun% des Kristalls in freier

Luft von 0° bis 759C

1)T§st method of rpp' (see page 2)
Methode d'essai de rpp' (voir page 2)
Verfahren zur Priifung von rpp' (siehe Seite 2)

C f=0,5Mc/s
max 2Veff

The collector must be screened statically from the rest
of the circuit. D.C. working point of the transistor
Ve =6V, IE = 1 mA

In position 1 the reading of the H.F. voltmeter is ad justed
to a certain value. In position 2 the reading of the volt-
meter is adjusted to the same value with the aid of the
variable resistor R. Now the value of rpp' is the same
as that of R

Le collecteur doit &tre blindé d'une fagon électrostatique
du reste du circuit. Point de fonctionnement du transistron:
VcE=6V, Ig=1m i %

Dans la position 1 la lecture du voltmetre H.F. est réglée
a une certaine valeur. Dans la position 2 le voltmetre est
regle a la méme valeur a 1'aide de la resistance variable R.
La valeur de bb' est alors égale a la valeur de R

Der Kollektor muss elektrostatisch von der ibrigen Schal-
tung abgeschirmt werden. Arbeitspunkt des Transistors 5
“Veg = V, Ig = 1 mA

In Etelluug 1 wird der HF-Voltmeter auf einen gewissen
Wert eingestellt, In Stellung 2 wird der Voltmeter mit
Hilfe des verinderlichen Widerstandes R auf denselben
Wert eingestellt. Der Wert von rpy' ist dann gleich dem
Wert von R

939 2337 3.
3.3.1958
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9 kHz

Fiir einen Selektivititsfaktor 5 bel einer Verstimmung

von 9 kHz

Core material
Matiere du noyau
Kernmaterial

I.F. transformers of circuit diagram page 4
Transformateurs M.F. du schema de page 4
ZF-Transformatoren des Schaltbildes Seite 4

A. For a selectivity factor of 5 at a detuning of 9 kc/s
Pour un facteur de sé€lectivité de 5 a un désaccord de

Ferroxcube

T T2

Tuning capacitor
Condensateur d'accord
Abstimmkondensator

C1=220pF |C2=220pF

C3=220pF

unloaded
Q « sans charge
unbelastet

110 70

110

loaded, nominal
transistors

Q charge. transis-
trons nominaux
belastet, nominel-
le Transistoren

35 35

35

verhédltnis

Turn ratio; Rapport de transformation;

Windungs-

Terminals
Broches
Klemmen

T T2

T3

2-3/1-3

3,12

0,35
Vet

1073

0,256

14-5/1-3

4,34 .1072|5,92.1072

4,34.107°

5-6/1-3

T2 .
7a 10

von 9 kHz

Core material
Matiere du noyau
Kernmaterial

B. For a selectivity factor of 40 at a detuning of 9 kc/s
Pour un facteur de sélectivité de 40 a un desaccord de

9 kHz
Fir einen Selektivitdtsfaktor 40 bei einer Verstimmung

Ferroxcube

939 2339
3.3.1958
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T

T2

3

Tuning capacitor
Condensateur d'accord
Abstimmkondensator

C1=390pF

C2=390pF

C3=390pF

unloaded
sans charge
unbelastet

Q

160

160

160

loaded., nominal
transistors
charge, transis-
trons nominaux
belastet, nominel-
le Transistoren

Q

80

80

80

Turn ratio; Rapport de

transformation; Windungsver-

héltnis
Terminals
Broches Ty T2 T3
Klemmen
2,35 _
2-3/1-3 =l 0,307 0,225
4-5/1-3 3,82:10°° 5,21-1072 | 3,82-107°
6 2,25 -3
5-6/1-3 2 - Vo
Data of circuit diagram page 4
Caractéristiques du schéma de page 4
Daten des Schaltbildes Seite 4 2)
f = 450 450 kc/s
-Veg = 6 6 v
-Ic =, 1 1 mA
Tamd = 25 25 ©c
o - 60 57 aB
Py
s9 = 5 40

1){gr a sglectivity factor of

9 kHz (Sg9 = 5)

5 at a detuning of 9 kc/s

Pour un facteur de sélectivité de 5 a un désaccord de

Fir eineh Selektivitadtsfaktor 5 bel einer Verstimmung

von 9 kHz
2)For

89 = 5 -
59 = 40; pour S9 = 40; fir S9 = 40

P

939 2340

6.
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7R05483
100 [T 0C45 1-5-57
I T
Pemax
(mW)
PC gy =maximum permissible Fe
PCmax =Pc admissible au max.
\ PC oy =maximal erlaubte Pc
80
N
2
N
\
60
\
N\
\
N
N
40
\
\|
N
X
kA
\
20
\
A
X
8 A,
25 45 65 85 Tomb(°C)
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction for medium current high speed computer switching
applications

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre pour utilisation en commutateur
de courants moyens et de grande vitesse dans des machines
a calculer s

D-n-p-GERMANTUMTRANSISTOR in Allglastechnik’ zur Verwendung
als Schalter grosser Geschwindigkeit fir mittlere Strome
in Rechenmaschinen .

Dimensions in mm The red dot indicates the collector
Dimensions en mm Le point rouge marque le collecteur
Abmessungen in mm Der rote Punkt indiziert den Kollektor

e Mmax15 “min37
N
12 =|l
g =1
b g
max15 <

Limiting values (Absolute max. values) .
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeB = max. 20 V
-VCE = max. 20 V 2) g = max. ZE%%%ED mW
-VEB = max. 157V
-IcM = max. 125 mA  -Ic(tgy = max. 20 msec) = max. 100 mA
IEM = max. 125 mA Ig(tay = max. 20 msec) = max. 100 mA
-IBM = maXx. 125 mA -Ig(tay = max. 20 msec) = max. 15 mA

service continu = max.75 °C
Dauverbetrieb

{ intermittent operation
T

) { continuous operation
Tj

service intermittent max.50 °c 3)

aussetzender Betrieb

Storage temperature ° o
Temperature d'emmagasinage = =55°C/+75°C
Lagerungstemperatur

') Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

2) This value is permissible at -VBE 2027
Cette valeur est permise a -VBE 2 0,2 V
Dieser Wert ist erlaubt wenn -VBE 2 0,2 V
3) See page 3;. voir page 3; siehe Seite 3
938 3518 Tentative data. Vorldufige Daten 1,

3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Temperature, température, Temperatur

Junction temperature rise in free
air

Augmentation de la température de < Br 7.
la jonction en 1'air libre K = 0,6 "C/mi

Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

Characteristics o
Caracteristiques Tamp = 25 C
Kenndaten
Common_base;_Dbasg a la masse; Basisschaltung
-Icpo (Ve = 5V ; Tamp = 25 °C) = max. 3 pA
-Tcpo (Ve = 5V ; Tagp = 60 °C) = max. 35 uA
-Igpo (-Vgg = 5V ; Tamp = 25 °C) = max. 3 pA
-TgBo (-Vgg = 5V ; Tamp = 60 O¢) = max. 35 p4
Ve (-Icpo = 100 pA; Tagp = 60 °C) = min. 20V
-vgB (-Igmo = 100 ua; Tamp = 60 °c) = min. 15V
{punch through voltage }
Vpr < tension de perforation = min. 20 V
Durchschlagsspannung
-vgg (-Vgg = 5V ; IE = mA) = max. 0,20 V )
Vvgg (-Vgg = OV ; IE = 7,5 mi) = max. 0,35V
vgg (-Vgg = OV ; IE = 50 mai) = max. 0,55V
v (-Vgg = OV ; IE = 100 mi) = max. 0,65V
fav (-VgB = 5V ; I = 3 mA) = min. 3 Mc/s
Common_emitter; émgtg&gr_é_lg masse;_Emitterschaltung
-vgg (-Ig = 7,5 mA; -IB = 0,38 mA) = max. 0,20 V
-vcg (-I¢ = 50ma; -IB = 3,1 mA) = max. 0,25 V
-vgg (-Ig = 7,5 mA; -IB = 0,38 mA) = max. 0,35 V
-vgg (-Ig = 50 mi; -IB = 3,1 mh) = max. 0,55V
F (Vg = 5V ; IE = 1ma) =max. 25dB %
Co (-vgg = 5V; IE = 3 mA) = max. 20 pF
apg (-Vcpg = OV ; I = 15 mi) =min. 20
max. 80
apg (-Vegg = OV ; I = 100 m4) = min. 10

;3 Tamb = 60 °C ,

Noise factor, measured at 1 kc/s with a source impedance
of 500 @ - ,

Facteur de bruit, mesuré a 1 kHz avec une impedance de
la source d'entrée de 500 Q

Rauschfaktor, gemessen bel 1 kHz mit einer Impedanz der
Eingangsspannungsquelle von 500 @

938 3519 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caracteristiques provisoires
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Transient behaviour
Phenomenes transitoires
Ausgleichsvorginge

Time constant with current feed

Constante de: temps avec alimentation

par courant TQ;§ 2,75 usec 6)

Zeitkonstante mit Stromspeisung

(-Veg = 0,75 V; -Igy = 100 mA)

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation

par tension Tvé 0,30 psec

Zeitkonstante mit Spannungsspeisung

(-VCE = 5V; -Igy = 1 mA

%)

From page 1; de la page 1; von Seite 1

Total duration max. 200 hours. Likelihood of full
performance at this temperature is also dependent
upon the type of application 3 ,

Duree totale 200 heures au max. La probabilité d'opé-
ration optimum & cette température est aussi dépendante
du genre de 1l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

For normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

93
3.

8 3520 Tentative data. Vorlaufige Daten 3.
3.1959 Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction for medium current high speed computer switching
applications

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre pour utilisation en commutateur
de courants moyens et de grande vitesse dans des machines
a calculer .

P-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik zur Verwendung
als Schalter grosser Geschwindigkeit flr mittlere Strdme|
in Rechenmaschinen .

Dimensions in mm The red dot indicates the collector|
Dimensions en mm Le point rouge marque le collecteur
Abmessungen in mm Der rote Punkt indiziert den Kollektor

. _max15 . min37

(\i 1

2 ==
!EJ ——
1 Q
max15

04

Limitir}g values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VCcB = max. 20 V

-VCE = max. 20V 2) Fg = max. 7_5512,@ oW
-VEB = max. 15V ’
-IcM = max. 125 mA -Ic(tay = max. 20 msec) = max. 100 mA
IEM = max. 125 maA Ig(tay = max. 20 msec) = max. 100 mA
-IBM = max. 125 mA -IB(tay = max. 20 msec) = max. 15 mA
' continuous operation °
Tj service continu = max.75 -C
Dauerbetrieb
intermittent operation on 3
T3 service intermittent = max.50 “C °)
aussetzender Betrieb

Storgge temperature o o
Température d'emmagasinage = =-55°C/+75°C
Lagerungstemperatur

') Not tinned; non-étamé; nicht verzimnt

?) This value is permissible_at -VBg 2 0.2 V
Cette valeur est permise & =-VBE 2 0,2 V
Dieser Wert ist erlaubt wemnn -VBE 2 0.2 V

3) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

938 3518 Tentativg data. Vorlaufige Daten =
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Temperature, température, Temperatur

Junction temperature rise in free
air
Augmentation de la température de < [o]
ia jonction en l'air libre K = 0,6 “C/uW
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

Charac@eristics 5
Caractéristiques Tamp = 25 C
Kenndaten

Common_base;_base & la_masse; Basisschaltung
-Icro (-V¢8 = 5V ; Tamp = 25 °C) = max. 3 pA
“Tcmo (-VeB = 5V ; Tamp = 60°C) = max. 35 ph
-Igpo (-VEs = 5V ; Tamp = 25 °C) = max. 3 ph
~Tgpo (-Vss = 5V ; Tagmp = 60°C) = max. 35 b4
-vcg (-IcBo = 100 pA; Tamp = 60 O0¢) = min. 20V

-vgp (-Igpo = 100 pA; Tamp =
{éunch through voltage }

Vpp { tension de perforation = min. 20V
Durchschlagsspannung
-vgg (-vcg = 5V ; IE 0 mA) = max. 0,20 V 43
vgg (-Vgg = OV ;I = 7,5 mA) = max. 0,30 V
vgg (-Vgg = OV ;Ig = 50 mA) = max. 0,45 V
vgg (-Vgg = OV ; Iz = 100 mA) = max. 0,55 V
fab (-VeB = 5V; IE = 3 mi) = min. 4,5 Mc/s
Common_emitter; émgtﬁegr_é_lg masse;_ Emitterschaltung
-vgg (-I¢ = 7,5 mi; -Ip = 0,15 mA) = max. 0,20 V
-Vgg (-I¢ = 50 m4; -Iy = 1,25 mA) = max. 0,25 V
-vgg (-I¢ = 7,5 mA; -Ip = 0,15 mA) = max. 0,30 V
-vgg (-Ig = 50 mA; -Iz = 1,25 mA) = max. 0,45 V
¥ (<vgg = 5V; I = 1 mA) = max. 25 dB°)
Co (-vgg = 5V; Ig = 3 mA) = max. 20 DF
apg (-VgBg = OV ; Iz = 15 mA) = min. 50
max. 200
apg (-Vgpg = OV ; Ig = 100 mA) = min. 25

4) Tomp = 60 °C
5) Noise factor, measured at 1 kc/s with a source impedance
of 500 Q L.
Facteur de bruit, mesure a 1 kHz avec une impédance de
la source d'entrée de 500 Q
Rauschfaktor, gemessen bei 1 kHz mit einer Impedanz der
Eingangsspannungsquelle von 500 @

938 3521 Tentative data. Vorlédufige Daten 25
Caractéristiques provisoires
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Trqnsignt behaviour
Phénoménes transitoires
Ausgleichsvorginge

Time constant with current feed
Constante de' temps avec alimentation < 6
par courant T.= 2,75 usec °)
Zeitkonstante mit Stromspeisung
(-Veg = 0,75 V; -Igy = 100 mA)

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation

par tension T’v§ 0,30 usec
Zeitkonstante mit Spannungsspeisung
-VCE = 5 V; —ICM = 1 mA)

3) From page 1; de la page 1; von Seite 1

Total duration max. 200 hours. Likelihood of full
performance at this temperature is also dependent
upon the type of application i i

Duree totale 200 heures au max. La probabilité d4'opé-
ration optimum a cette température est aussi dependante
du genre de 1'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

6) For normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

938 3520 Tentative data. Vorldufige Daten 18
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Z

SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p
type in hermetically sealed-in metal case construction
for the pre-stages in hearing aids

TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANIUM
du type p-n-p en construction boite métallique scellee
hermetiquement pour les préamplificateurs de protheses
auditives .

D-N-p-GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit
hermetisch abgeschlossenem Metallgehiuse fir die Vorstufen
von Horgeraten

The red dot indicates the collec-
tor connection

Dimensions in mm
Le point rouge marque la connexion
Dimensions en mm du collecteur

Abmessungen in mu Der rote Punkt indiziert dem Kol-
lektoranschluss

max4 37

7:"7

oF] . LOE
E%ﬁ

£, ! ‘N».
S

B

Limitigg values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vg = max. 7 V -Ig (tay = max.20 msec) = max. 5 mA
-Vepy = max. 7 V =Icy = max.10 mA
-Vog = max. 3 V') Ig (tgy = max.20 msec) = max. 5 mA
-Vogy = max. 7 V') Iry = max.10 mA
-VER = max. 7V Bc = max.10 mW?)
-VEBY = max. 7 V T; = max.55 °C

Storage temperature
Temperature d'emmagasinage = -55°C/+55°C

Lagerungstemperatur
Characteristics o
Caractéristiques Tamp = 25 C
Kenndaten

Common base; Base a la masse; Basis schaltung

-Ico (-Vep = 2 V) 1,5 pA
~IcBo (VB = 2 V5 Tamp = 35 °C) = 3,5 ua
-Iggo (-VEg'= 2 V) = 1,5 pA
- F (-<Vep=27V ; Ig = 0,5m4) < 10 aB

2) ZBE = max. 10 kQ
) See also page C; voir aussi page C; siehe auch Seite C

I

938 3547 Tentative data. Vorldufige Daten O
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued) 5
Caractéristiques (suite) Tamp = 25 C
Kenndaten (Fortsetzung)

-Icgo (=Vcg = 0,5 V) < 100 pA
-Icgo (-Vgg = 0,5 V5 Tagp = 35 °C) < 300 ua

Small signal characteristics at Tamp = 25 R

Caractéristiques pour faibles signaux a —VeE = 0,5 V
Kenndaten fiir kleine Signale bel CE=0»
Ig =0,25 mA

h-parameter measured . _
at £ =.1 ke/s Iz = 8 A

paramétre h mesuré -VBE =120 nv
a £ = 1KkHz h21e = 35 >20
h-Parameter gemessen fae - = >10 ke/s

bei £ = 1 kHz

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la °
jonction en 1l'air lidbre K £1,5 °C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

938 3363 Tentative data. Vorlédufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires



PHILIPS OC57

~ 07@‘075%5.’:;9 ma: T 17’0 T 111 I
L1 [ S_— B._
=45 1, 1¢ 1002A
\ / [mA) - = =
|
8
o BN\
M ﬁ\_% o i==t==160
M\
< 6
L) == 60
4
400
HEEE 30
2
10 Py =X 20
1
¥ e 10
»
100 I (2450 0 Z—Ve(V)76
e S e s e 10pA
= == 42\1 = = 2 70 3020
g 3aasagadsananunary)
= 0,2 100
BE
(V)
e

3.3.1958 A




ocs57| PHILIPS

12 PCmax=maximum permissible P¢ 0C57 4358
Cma){ Pemax=Pc admissible au max.
(mw) PCmax= maximal erlaubte P¢

10

25 35 45 55 Tamb[°C) 65
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7R06073

0C57 15-11-’58
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12 7R05853
PCmax= maximum permissible P¢ QCy7 4-3736
Cma){ Pemax=Pc admissible au max.
(mw) PCmax=maximal erlaubte Pc
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SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p
type in hermetically sealed-in metal case construction
for the pre-stages in hearing aids

TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANIUM
du type p-n-p en construction boite métallique scellee
hermetiquement pour les préamplificateurs de prothéses
auditives ..

P-n-p-GERMANTUM-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit
hermetisch abgeschlossenem Metallgehiuse fir die Vorstufen
von Horgeridten

The red dot indicates the collec-
tor connection

Le point rouge marque la connexion
du collecteur

Dimensions in mm
Dimensions en mm

Abmessungen in mn Der rote Punkt indiziert den Kol-
lektoranschluss
max4,,, 37
C—, L) o 1/0,5
= =t
B S1 E §
£ B

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vep =max. 7V -I¢ (tay = max.20 msec) = max. 5 mA
-Vcpy = max. 7 V -IcM = max.10 mA
-Veg = max. 3 V') Ig (tay = max.20 msec) = max. 5 mA
-Vegy = max. 7 V') Try = max.10 mA
-VEB = mex. 7 V Bc = max.10 mW?)
-VEBY = max. 7 V T4 = max.55 °C

Storage temperature o o
Température d'emmagasinage = -55°C/+55°C

Lagerungstemperatur
Characteristics °
Caractéristiques Tamp = 25 C
Kenndaten
Common base; Base 4 la masse; Basis schaltung
=IcBo (-Vcg = 2 V) = 1,5 pA
~IcBo (-VcB =2 V; Tamp =35 °C) = 3,5 pa
-Igpo (-VEB = 2 V) =1,5 pA

F (-Veg=2V; Ig=0,5m) < 10 dB

2) ZBE = max. 10 ko
) See also page C; voir aussi page C; siehe auch Seite C

938 3547 Tentative data. Vorldufige Daten 3
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued) o

Caractéristiques (suite) Tamp = 25 C

Kenndaten (Fortsetzung)

Common_emitter; Emetteur & la masse; Emitterschaltung
-Iceo(-VeE= 0,5 V) < 100 pA
-IcE0(-VCE = 0,5 V; Tagp = 35 °C) € 300 v

Small signal characteristics at . | Tamb = 25 o

Caractéristiques pour faibles signaux a ] _y =0,5V

Kenndaten fiir kleine Signale beil CE ’

Ig =0,25 mA
h-parameter measured _
at £ =1 ke/s, B 4,5 KA
parametre h mesure -VBg = 120 oV
: af =1KkHz - 55 > 30
h-Parameter gemessen h21e =
bei £ = 1 kHz fag = > 10 kc/s

Junction temperature

Température de la jonction

Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la < o
jonction en l'air libre 21,5 °c/mW
Temperaturerhthung des Kristalls in
freier Luft :
938 3364 Tentative data. Vorlzufige Daten 2

Caractéristiques provisoires
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12 7R05853
P PCmax= maximum permissible P¢ 0C57 4-3-5]
me{ Pemox="Pc admissible au max.
(mw) PCmax=maximal erlaubte P¢
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Pemax=maximum permissible P GC57 4-3-58)|
Cma)g Pcimax=Pc admissible au max.
(mw) PCmax= maximal erlaubte PC
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SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p
type in hermetically sealed-in metal case construction
for the pre-stages in hearing alds

TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANIUM
du type p-n-p en construction boite métallique scellee
hermétiquement pour les préamplificateurs de protheses
auditives ..

p-n-p-GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit
hermetisch abgeschlossenem Metallgehduse fir die Vorstufen
von HOrgerdten

The red dot indicates the collec-
tor connection

Dimensions in mm
Le point rouge marque la connexion
Dimensions en mm au collecteur

Abmessungen in mm Der rote Punkt indiziert den Kol-
lektoranschluss

Tf.ﬂ‘ﬁ,<_37_,:

G =] - ‘VC/E'
Tomy|  EE -—

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vep =max. 7 V -Ig (tgy = max.20 msec) = max. 5 mA
-VeBM = max. 7 V -Icu = max.10 mA
-Vcg = max. 3 v') Ig (tay = max.20 msec) = max. 5 mA
-Vegy = max. 7 V') Try = max.10 mA
-Vgp = max. 7V P = max.10 mW?)
-VEpM = max. 7 V Ty = max.55 °C

Storage temperature 0 °
Température d'emmagasinage = -55 C/+55 C

Lagerungstemperatur
Characteristics °
Caracteristiques Tamp = 25 C
Kenndaten
Common_base;_Base & la masse; Basis schaltung
-Icgo (-Veg =2 V) =1,5 pA
-IcBo (-VcB = 2 V; Tamp = 35 °C) = 3,5 pA

-IgBo (-Vgp = 2 V) =1,5 pa

F (-vcg=2V; Ig=0,5m) < 10dB

2) ZBE = max. 10 ko

) See also page C; voir aussi page C; siehe auch Seite C

938 3547 Tentative data. Vorl&ufige Daten “Ts
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite) Tamp = 25
Kenndaten (Fortsetzung)

%

-Iceo (-VCcE = 0,5 V) < 100 pA
-IcE0 (-VCE = 0,5 V; Tamb = 35 °C) < 300 pA

Small signal characteristics at N Tamb = 25 °C
Caracteristiques pour faibles signaux a -VCE = 0,5
Kenndaten fir kleine Signale bei W .
IE = 0,25 mA
h-parameter measured _ 5
at £ = 1 ke/s -18 = 35 e
| paramétre h mesuré -VBE = 120 mv
a f =1 kHz h21e = 80 > 50
h-Parameter gemessen Tae = > 10 ke/s

bei £ = 1 kHz

Junction temperature
Temperature de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la temperature de la < o
Jjonction en 1l'air libre K = 1,5°C/aW
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

938 3365 Tentative data. Vorlaufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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12 7P050§ 3
P PC max= maximum permissible P¢ 0C57 4-3738
Crmax Pemax=Pc admissible au max.
(mw) PCmax= maximal ertaubte Pc
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7R06077
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7R05853

2

PCpax= maximum permissible P¢ 0C57 4-375

3]

Pcmax

PCmax=PC admissible au max.

(mw)

Cmax=maximal erlaubte Pg

10

1 25

I35 45 55 Tams

12.12.1958
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SUBMINIATURE GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the p-n-p
type in hermetically sealed-in metal case construction
for the output stage of hearing aids

TRANSISTRON SUBMINIATURE A JONCTION A CRISTAL DE GERMANIUM|
du type p-n-p en construction boite métallique scellee
hermétiquement pour 1'étage de sortie de protheses auditives

p-n-p-GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR in Subminiaturtechnik mit
hermetisch abgeschlossenem Metallgehduse fiir die Endstufen
von Horgerdten

The red dot indicates the collec-
tor connection

Le point rouge marque la connection
du collecteur

Der rote Punkt indiziert den Kol-
lektoranschluss

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

rg@&ﬁ“< 37
@i ey |-
B % ===q\\.

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

w 0,25

-VeB = max.7 V -Ic (tay = max.20 msec) = max. 5 mA
-VeBM = mex.7 V -IcM = max.10 mA
-Vog = max.3 V') Ig (tay = max.20 msec) = max. 5 mA
-Vepy = max.? V')  Imy = max.10 mA
-VEB = max.?7 V Pc = max.10 mW?)
-VEBM = max.7 V Ty = max.55 °C
Storqge temperature o °
Température d'emmagasinage = =55 C/+55 C
Lagerungstemperatur
Bareeiiciatiqnes Tamb = 25 oC
Kenndaten
Common_base;_Base & la_masse; Basisschaltung
-Icpo (-VgB = 2 V) = 1,5 pA
-Icpo (-VeB = 2 V; Tamp = 35 °C) = 3,5 ua
-Iggo (-Vgs = 2 V) = 1,5 pA
¥ (-Vvgp=2V; Ig =0,5mh) < 15 dB

') ZBg = max. 10 kQ
2) See also page D; voir aussi page D; siehe auch Seite D

938 3548 Tentative data. VorlZufige Daten e
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite)
Kenndaten (Fortsetzung)

Tamb

=25 %%

-ICEO (-VCE = 2 V) < 120 pA
-ICE0 (-VCE = 2 V; Tamb = 35 °C) < 360 iy
-Ic (-Vcg =2 V; -IB =50 pA) =3,75 >3 <5,4mh
._I c
Collector knee voltage (m4) —Ig
Tension de coude du g -----
collecteur :
Kniespannung des Kol- I
lektors |
! !
] |
: 7 e lV
-I¢ = 10 mA —Veex ,jff)
the value at which -I¢ = 11 mA wheu -VCE =1V
-Ip = la valeur a laquelle -I¢ = 11 mA si -VCE =1V
der Wert bei dem =Ic = 11 mA wenn -VCg =1V
-VeEx = 0,18V <0,25V
Junction temperature
Temperature de la Jjonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air

Augmentation de la température de la

jonction en 1'air libre
Temperaturerhéhung des Kristalls
freier Luft

3

<

K
in

1,5 °c/mw

938 3367

" Tentative data. Vorldufige Daten

Caractéristiques provisoires.
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7R05853

PCmax=maximum permissible P¢

Pernax Pemgox=Pc admissible au max.
x=maximal erlaubte Pc

PCma,

0C57 4-3-"58

35

45

55 Tomb[°C) 65
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GERMANIUM MINIATURE TRANSISTOR of the p-n-p type in metal
construction for use in hearing-aids

TRANSISTRON MINIATURE A CRICTAL DE GERLANIUM du type p-n-p
en construction métalligue pour utilisation dans les
protheses auditives

p-n-p GERMANTIUMTRANSISTOR in Miniaturtechnik mit Metall-
gehduse zur Verwendung in Horgerdten

oF
Dimensions in mm o~ o
Dimensions en mm 5 :?ij
Abmessungen in mm &y | 'a
<
37
el =]
——
— )

=

Limiting values (Absolute max. values at Tamp, = 4502)0
Caractéristiques limites (Valeurs max. abso]uesoa Tamh=45"C)
Grenzdaten (Absolute Yaximalwerte bel Tamb = 45°C)

') See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

-VCE = max. 10V ST = max. 10 mA
-VCEM = max. 10V Ix = max. 10 mA
-VEB = max. 10V -1IB = max. 2 mA
-VEBY = max. 10 V Pc = max., 25 amW
-VcB = max. 10V Ty = max. 65 %
-VcBy = max. 10V
Storage temperature
Température d'emmagasinage = max. 65 °C
Lagerungstemperatur
Characteristics
Caractéristiques Tagb = 25 °C
Kenndaten
Cogmon_base;_Base a la_masse; Basisschaltung
Measured at |~VCB = 2 v
Mesuré a Ig = 0,5 mh
Gemessen bei r - 1000 &/
hiip = 7 Q
-h21p = 0,968
h22p = 0,7 WA/V
higp = 7-107%
-IcBo (-VcB = 4,5 V) = 5 A2 pa

3.3.1958

938 2944
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (continuation) Tamp = 25 o
Kenndaten (Fortsetzung

Common_emitter; Enetteur A _la masse; Emitterschaltung

lMeasured at “Veg = ¢ ’
Mesuré a Ig = 0,5 mA
Gemessen bei T = 1000 c/s
hije = 2,2 kQ
h21e = 30
hgge = 23 vy
hi2e = 9-107%
fae = 15 kc/s
P = 9 <15 dB
-Icgo (-VgE = 4,5V ) = 110 <225 pA
.18 [-wg= 2V }: 15 uh
-VBE I =0,5mAj= 115 oV
-1 -Vcg= 2V |= 95 uA
-VBE {IE = 3 mA} 175 oV

Junction temperature
Température de la jonction
Kristall temperatur

Junction temperature rise in free air

Augmentation de la température de la < °
jonction en 1'air libre K = 0,65 “C/mW
Temperaturerhthung des Kristalls in

freier Luft

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Noise factor with input source impedance of 500 Q
gacteur de bruit avec impédance de la source d'entree de
00 Q
Rauschfaktor bei einer Impedanz der Eingangsspannungs-
quelle von 500 Q

o

939 2403
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GERMANIUM MINTIATURE TRANSISTOR of the p-n-p type in metal
construction for use in hearing-aids

TRANSISTRON MINIATURE A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p
en construction métallique pour utilisation dans les
protheses auditives

p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR in Miniaturtechnik mit Metall-
gehduse zur Verwendung in Horgeriten

Dimensions 1in mm ::3‘ .

Dimensions en mm 5 :1:(!3

Abmessungen in mm SA )
<

]

e =

Limiting values (Absolute max. values at Tamb = 45 %) .
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues a Tambh=45C)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte bei Tamb = 45°C)

~VCE = max. 10V -ICc = maX. 10 mA
-VcEy = max., 107V Ik = max., 10 mA
-VEB = max, 10V -Ip = max. 2 mA
-VEBM = max., 10V Pc = max. 25 mW
-V¢B = max. 10V Tj = max. 65 °c|

-VeRpy = max. 10V

Storage temperature °
Température d'emmagasinage = max. 65 “C
Lagerungstemperatur

Characteristics &
Caractéristiques Tgmb = 25 “C
Kenndaten

Common_base;_Base & la_masse; Bagisschaltung

Measured at -Vcs = 2 v

Mesuré a 1E = 3 oA

Gemessen bei £ = 1000 C/S
hiip = 17 Q
_h21b = 01979
h22p = 1,6 pA/V
hiop = 8-107%

-Icgo (-VgB = 4,5 V) = 5 <12 pa

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

3.3.1958 938 2945 1.
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Characteristics (continued)

Kenndaten (Fortsetzung)

Measured at -VcE = 2
Mesuré a i = 3
Gemessen bel £ - 1000
h11e = 0,8
hoie = 47
hpze = 80
hise = 5,4-107%
fae = 10
F') - 9
-Ice0 (-VCE = 4,5V ) = 150
-Ip [-Vcg= 27V }= 9
-VBg (IE =0,5mAj = 110
-18 {'VCE = 27V |= 65
-VBE |IE = 3 mAj-= 170

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la temperature de la
Jonction en l'air libre
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

of 500 Q@
d'entrée de 500 Q

gangsspannungsquelle von 500 Q

Caractéristiques (continuation) Tamd =

Common_emitter; Emgtteur_a_ la magse; Emitterschaltung

")Noise factor at I1g=0.5 mA with input source impedance
Facteur de bruit a Ig=0,5 mA avec impédance de la source

Rauschfaktor bei IE=0,5 mA bei einer Impedanz der Ein-

25 %

v
mA
c/s
kQ

vA/V

ke/s
<15 4B

325 pA
HA
mV
RA
oV

k< 0,65 c/ow

939 2405
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Common emitter
Emetteur ¢ la masse

7R05598 Emitterschaltung
"To?‘ Is 12‘ -?-'57 TT
B fIC.
Tamb=25°C iy 5=
> 140uA
L~
P
EEB= 120
B =—
‘\‘\\e "1 ="
NG ST & =160
NC == i =60
N, I
N ] 40
N ——
0
100——Ip (A 0 5++—Vce(V)+10
/ ]
y, .
OuA
o . 0,1
e T
P -
40
‘L‘J e 60
80
H R 100
NCE 2 120
- 140
—VBe
r(v)
11
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PHILIPS

OC70

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, suitable for general purposes

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout-verre, prevu pour les usages generaux
p-n-p-GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik

9 - max’s ., min37
S
oW ==
- N %
c_. - J—‘ g' :l:a“,
—"2 2
max15 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)

Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)
-Veg = max. 30 V 3) Iz =
-VeEM = max. 30 V 3) IEN =
-I¢ = mex. 10 mA -Ip =
-Icy = max. 50 mA -Ipy =

see page N
Po voir page N
siehe Seite N

continuous operation
service continu
Dauerbetried

TJ {
intermittent operation
Tj < service intermittent
aussetzender Betrieb

Storage temperature
Temperature d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur

max. 15 mA
max. 70 mA
max. 5 mA
max. 20 mA
max. 75 OC
max. 90 OC 4)
-55/+75 °C

Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)4)See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

11.11.1960

7z2 0343
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Characteristics
Caractéristiques Tamp = 25 ©°C
Kenndaten

Term

re rc
eo—AMM— ¢
2n
(o, 3 -0
Min, Max,
Measured at -VeB = 2 v
Mesuré a _ _
Gemessen bei | “1E & 0,5 mA
T = 1000 c/s
Tre = 39 0
rp = 1000 Q
re = 1,43 ¥e
'nm = 1,38 ¥
hiip = 71 > 58 <88 @
=h21p = 0,968 > 0)952 (01976
haap = 0,7 < 1,3 pA/v
np = 7.107¢
-Icpo(-VCB = 4,5 V) = 5 <12 A

3)’l‘hese values are permissible at VBg 2 0.1 V. See also
page M
Ces v;leurs sont admissibles a Vg 2 0,1 V.Voir aussi
page
Diese Werte sind erlaubt bei VBE 2 0,1 V. Siehe auch
Seite M

4)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilite d'opération
optimum a cette température est aussi dépendante du genre
de 1l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit

optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wir auch von
der Verwendungsart bestimmt

939 2344 — Z



PHILIPS (0C70

Characteristics (continued) 5
Caractéristiques (continuation) Tamb = 25 C
Kenndaten (Fortsetzung

Common_emitter; Emetteur a la masse; Emitterschaltung

Min. Max.
Measured at -VeE = 2 v
gg;\éggenabei -Ic = 0,5 .
g = 1000 c/s
hi1e = 2,2 > 1,2 < 3,6 k@
ho1e = 30 > 20 < 40
hpoe = 23 < 53 WAV
hize = 9.104 < 27.10-4
fae = 15 ke/s
F) = 10 <15 dB
-Icgo (-Veg =4,5V) = 110 < 225 pA
-Ig -VCE= 4,5V | = 0,4 > 0,21 < 0,65 mA
-Vgg |-Iz = 10 pAf= 110 > 75 < 150 mV

10 > 4,6 < 13,2 mA
275 > 200 < 385 mv

-Ig {—VCE = 4,5V }
-Vgg |-IB = 250 pi

Junction temperature
Température de la jonction
Kristall temperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de

la jonction en l'air libre
Temperaturerhohung des Kristalls

in freier Luft

0,4 °C/mW

]
A

1)Nc.ise factor with input source impedance = 500 Q
gact,eur de bruit avec impédance de la source d'entrée =
00 Q
Rauschfaktor bei einer Impedanz der Eingangsspammungsquelle|
00 Q

5.5.1957 939 2389 3.
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PHILIPS | oC70

Common base
Base d la masse

TRO5494 Basisschaltung
0C70 9-5-'57 I
(mA) =
A\ L 10 10mA
HAGY 9
N s
\\ 7
‘\‘\ 5
N, \ 5 5
™S 4
Tamb=25 °c N i3
2
!
10Ig (mA)115 0 5t—Veg (V)10

e

_
m
[

ImA
/ 2
02 4
— s et s
a ] = S
u‘"‘q == 7
3 = e
7 LT 18
-__Q 9/ 7 L =TT 1o
e 030 = =—_Llio
Vesl = et

W
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Small voltage curves Common  base
Courbes pour petites tensions Base a la masse
Kurven fir niedrige Spannungen Basisschaltung
©[0C70 9-5-57 T
2 [ e
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Small current curves
Courbes pour petits courants

OC70

Common  base
Base a la masse

Kurven fir kleine Strome Basisschaltung
[0C70 26-2-760 [
3 N —Ici-l
© AN 1]
& NC Tamb=25°C (mA) ]
N\ ™ o1
N % [ I
@ \ |
N\ 1T [ |
?J\L*, |
£ 3 |
| |
N \
N | ‘
N 0054
\ \
T AN
N
N,
N
[
—> 1501 (1 A)—-100 50 0
| | /
[ [ 4
| | 1/
/I
] ' 005
s |
N ‘
T T I
| |
= ‘ |
0,7
| ‘ Veg L]
[ 1] (V) T
[ [] [T T [ 1
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Common emitter
Emetteur @ la masse

7R05493 Emitterschaltung —Ig=
0C70 9-5-7% /{-Ic\ 250uA
\mA’ Lt ]
1] 10 u L
:4 dumnn T 200
\T T
\‘62- i = - ,50
\ ] m—— =
\ ) u =100
== i =60
Tamb=25 °C H\ : RS 60
40
A 50
+200-—Ip [AFHO 5 10—Vee(V)
/. —'IB=
4 OuA
/101
4", 20
JQ\" / 40
N
Vo4 60
80
4 0,2 100
h‘-?*/ 150
2 F =200
TN
7 250
0,3 300
A
(V)
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Small voltage curves Common emitter
Courbes pour petites tensions Emetteur a la masse
Kurven fir niedrige Spannungen Emitterschaltung
s 0Cc70 9'5"5i7 {IB =25?€1f4|
E” | TTTT .
g 8 Tomb=25C
—Ic 200
mA) / &
% /
6 )
i 150
1
I
4 /
100
A 80
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u 20
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N0
S 20
A 40
S 60
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A 150
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OC70

Small current curves Common emitter
Courbes pour petits courants Emetteur & la masse
Kurven fir kleine Strome .~ Emitterschaltung
w[0C70 9-5-57 ”.00.
o
P —Ic
ERERE o)
\L
&
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o R 400
\
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N
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N
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4
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OC 70 Common emitter
Emetteur d la masse
7R05498 Emitterschaltung ~
0C 70 9-5-'57
current limits 14
————limites du courant
Stromgrenzen —Ic
A mA)
—Vee =45V -
Tqm b= 25 OC
‘\
. 10
8
\V
A
Y 6
‘\
Smm . :
2
N —
amms /)
250—1I(uA) 200 150 100 50 0
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300 —Ig(uA) 200 100
[0C70 3-5-57 0
Common emitter
Emetteur & la masse »
Emitterschaltung A y
) I i 1 0
0 I A L
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¥
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Common emitter
Emetteur a la masse

7R05501 Emitterschaltung
20570 9557 | T |
4 he param.
Yo he param.(—Vgg=2V)
10
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OC70

- Common emitter
‘mitter n
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PHILIPS

250 o erE
pCmax=maximum permissible P¢
PCrmax=FC admissible au max.
PCpax=maximal erlaubte PC
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PHILIPS [ OC71

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, suitable for general purposes
TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-

struction tout-verre, préevu pour les usages generaux
p-n-p-GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik

Dimensions in mm

Dimensions en mm
Abmessungen in mm

- mox®s i, min37 .

: ’ =1=¥
N ——7—2%

f
"4 3
max15 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vcg = max. 30V 3) Ig = max. 15 mA
~Veopy = max. 30 V 3) IgM = maxX. 70 mA
-Ic = max. 10 mA -IB = max. 5 mA
-Icy = max. 50 mA -Ipy = max., 20 mA

see ‘page N
Pc voir page N
siehe Seite N

continuous -operation

Tj < service continu = max. 75 ©C
Dauerbetried

X intermittent operation

Ty < service intermittent = max. 90 OC %)
aussetzender Betrieb

Storage temperature

Température d'emmagasinage = -55/+75 OC

Lagerungstemperatur

1)The_red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)%)See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

11.11.1960 722 0343 1.
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Characteristics
Caractéristiques Tamp = 25 °C
‘Kenndaten

Common_base; Base & la_masse; Basisschaltung

re Ierm re
e AW—o¢
rp
O I3 o}
Min Max. "
lMeasured at -Ve = 2
Mesuré a -1Ig = 3 mA
Gemessen bel £ - 1000 ¢/s
e = 615 Q
r, = 500 Q
Te = 625 kQ
Iy = 611 kQ
hi1p = 17 >10 @5 @
-hp1p = 0,979 »0,968 <0,987
ho2p = 1,6 2,7 pA/V
hiop = 8.107%
-Icpo (-VcB=4,5V) = 4,5 <12 pA

3)These values are permissible at Vg 2 0.1 V. See also
page M
Ces valeurs sont admissibles a Vpg 2 0,1 V. Voir aussi
page M
Diese Werte sind erlaubt bei Vgg 2 0,1 V. Siehe auch
Seite M

4)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application
Durée totale 200 heures au max. La probabilite d'opération
optimum a cette température est aussi dépendante du genre
de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

939 2391 2.
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OoC71

Characteristics (continued)

Caractéristiques (continuation) Tamb = 25 °c

Kenndaten (Fortsetzung

Common_emitter; Emetteur A _la masse; Emitterschaliuns

Measured at -Veg = 2
Mesuré a Ig = 3
Gemessen bei
> 3 = 1000
hjje = 0,8 50,4
hp1g = 47 >30
hooe = 80
hize = 5'4"10_4
fae = 10
F')= 1
-Icxo(-VeE = 4,5 V) = 150
-I¢ {-ch =4,5V = 0,7 0,33
-VBg |-IB = 10 pA) = 110 >80
-Ic {-VCE =4,57) = 14 37,2
-Vgg (-Ip = 250 p;}.= 270 >210

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air
Augmentation de la température de la
Jonction en 1'air libre
Températurerhchung des Kristalls in
freier Luft

)goise factor at -I¢ = 0.5 mA with input source impedance =
00 @

Facteur de bruit a -Ic = 0,5 mA avec impédance de la

source d'entrée = 500 R
Rauschfaktor bei -Ig = 0,5 mA bei einer
Eingangsspannungsquelle = 500 Q

v
mA
c/s
<i,5 kR
K75
<200 pA/V
<17-107%
xc/s
<15 dB

€325 pA
1,20 mA
<155 oV
© <21 mA
<385 mV

[N

0,4 °c/mW

Impedanz der

3.3.1958 938 2948
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Operating characteristics as driver of push-pull output
stage with 2-0C 72 3

Caractéristiques d'utilisation comme preamplificateur d'un
étage de sortie push-pull avec 2-0C 72

Betriebsdaten als Treiber fiir eine Gegentaktendstufe mit

2-0C 72 5
Tamb = 25 (o]

Vs

AAAA

2+

For the data of the push-pull output stage please refer
to the operating characteristics of the 0OC 72

Pour les données de 1'étage de sortie push-pull voir les
caracteristiques d'utilisation du 0C 72

Fir die Daten der Gegentaktendstufe siehe die Betriebs-
daten des 0OC 72

A, 2-0C 72 with cooling fins
2-0C 72 avec ailettes de refroidissement
2-0C 72 mit Kihlschellen

Vs = 12 9 6 6V
=VEE = 10,5 - 4,1 4,5 4,2 V
1z = 1,3 3,0 4,0 2,3ma
Ry = 68 12 15 39 ke
R2 = 8,2 15 4,7 15 ke
R3 = 820 1500 270 470 @
Tva (26') = 50 wn) = 7 10,5 1 3,6 pa
lim (Be') = 50mR) = &,4 12 13,5 4,0 ua
Ypr/¥sec’) = 0 Ll —

i+1 141 141 1+1

])Out;ut power of the push-pull output stage
Puissance de sortie de 1'étage de sortie push-pull
Ausgangsleistung der Gegentaktendstufe

2)Transfomer ratio of the driver transformer ;
Rapport de transformation du transformateur intermédisire)

Transformationsverhdltnis des Treibertransformators

939 2397 4,
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Operating characteristics as driver of push-pull output
stage with 2-0C 72 (continued) A

Caracteéristiques d'utilisation comme preamplificateur d'un
étage de sortie push-pull avec 2-0C 72 (continuation)
Betriebsdaten als Treiber filir eine Gegentaktendstufe mit
2-0C 72 (Fortsetzung)

Tamb = 25 °C

B, 2-0C 72 without cooling fin
2-0C 72 sans ailettes de refroidissement
2-0

C 72 ohne Kiihlschellen

Vs = 6 4,5V
-VCE = 4,5 3V
IE = 4,8 6|5 mA
R1 = 8,2 6,8 k@
R2 = 2,7 2,2 ke
R3 = 220 120 @
Tom (Po') = 50 mW) = 14 23 pA
Iim (') = 50 m#) = 17,5 31 pA
Npr/Nsec?) = l?%% %:%

‘)Output power of the push-pull output stage
Puissance de sortie de 1l'etage de sortie push-pull
Ausgangsleistung der Gegentaktendstufe

2)Transfonmer ratio of the driver transformer 5
Rapport de transformation du transformateur intermediaire
Transformationsverhédltnis des Treibvertransformators

5.5.1957 939 2398 5.



IN20

2qLiIHY

Juqipo liug-fdsug o Teviih es

nu'h twasisolilquasig emmos aol
(noltpuntdaco) &5 D0-

& Q‘BYF
dim eludabneddsinsysl sa

piigs

il

iéz2 [ielostene yailtavagl
{(bsuat 2onz) ST 00-% dYlw szade
LIty eoupldatTiIos1ed
g -fauy slitoz 9b 93&ds
a2ls nedabedsitted

‘afusteaivod) S§ 20-S
Dﬁ 5 = dmgT
1 snifsco suordlw ST
wh asfdells zass ST
oslisdsalald sato ST
Ve a = gV
Ve Ced = qOV-
Am 2,0 a,b = aI
o 8,9 S8 = 1R
QA 5,5 .8 = g
G 08t 0ss = A
Ay £5 At = (%z we = { o9 gl
hy T 2t = (ke 02 - ('eq) prI
g‘i 'F‘L‘,J‘ = { \"avr»:.r': ““I""

bel

o

oxela Jugie

[lug=deuvy sld1ca b o [ ab eldvroe sh songazivd
gludnbnudxetnsany lab anutalolesnazeuh

. nsmrotacatd Tavith sid o otfdst wsmrotzastT(C
ougl bsrmadnl nuedsmoaaett ubh nellsmiolanstd ob Iroqaed
gioderToTens1I1adiet? goa 2lndlsdieveaoltemiolensT

ot tger.e.e



PHILIPS

OoC71

Common base
Base & la masse

7R05510 15 Basisschaltung
OC71 20-5-57 T1
] —Ic
{mA
0 2
N U 10mA
\
5\ S 9
N
S\ 8
\\L 7
N 6
™ 5 5
4
Tamb=25°C 3
2
1
7(&;[ 3 (mA)~— <) S5t—les 'V) u 10
I
7 E=
f ImA
2
3
. NN == 4
= = ==lc
= ll’ sv :——""‘ ..-:-— : 18
TV O =0
1 e =
Ves
(v)
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Small voltage curves Common base
Courbes pour petites tensions Base & la masse
Kurven fiir niedrige Spannungen Basisschaltung
0C 71 _20-5-’57 L
2 | —Ic
Y [ \
{mA =
1 10mA
|
A 9
7
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p
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Small current curves Common base
Courbes pour petits courants " Base & la masse
Kurven fiir kleine Strome Basisschaltung
0C71 20-5-%57 0 :
Ny
B —Ic[1]
g Tomb=25°C -+ (mA
s A0
\\5
N
=
\\\1 ‘j\b 0,7
AN
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N
N
N
N 0,05
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i ]
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!1

(1

5.5.1957 c




OC71| PHILIPS

00
1000: 0 ;gog-ss-'sz
%

i Vi

- v

i 4

100} a
Icpo(T) F
j=25°C
'l
/
4
/
/

[ /
10k

o y,

E 4

7

iy

LA

20 40 60 80 T;(°C)




PHILIPS

ocn1

Common emitter
Emetteur & la masse

7R05509 Emitterschaltung
0C71 20-5-57 _IC
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Small voltage curves Common emitter
Courbes pour petites tensions Emetteur @ la masse
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Small current curves Common emitter
Courbes pour petits courants Emetteur 6 la masse
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— Common emitter

Emetteur ¢ la masse
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type for A.F. medium
power class A and B output stages and for switching and
pulse oscillating circuits. The transistor can be used with
a cooling fin which can be ordered separately.

TYPE 2-0C72 consists of 2 transistors 0C72 selected for
operation in a class B circuit with low distortion at small
and large signals and with low spread in quiescent currents.

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p pour
étages de sortie B.F. classe A et B, de puissance moyenne et
pour circuits de commutation et d'oscillation pulsée. Le
transistron peut étre utilisé avec une ailette de refroi-
dissement qui peut étre commandee séparément.

LE TYPE 2-0C72 est composé de 2 transistrons 0C72 selec-
tionnes pour opération en circuit classe B avec distorsion
faible a des signaux faibles et élevés et avec dispersion
faible des courants de repos.

p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR fiir NF Klasse A und B Endstufen
mittlerer Leistung und fir Schalt- und Impulsoszillations-
stromkreise. Der Transistor kann mit einer Kiihlschelle
verwendet werden, die separat bestellt werden kann.
DIE TYPENNUMMER 2-0C72 besteht aus 2 Transistoren 0C72
die ausgesucht sind zur Verwendung in Klasse B Schaltung mit
geringer Verzerrung bel kleinen und grossen Signalen
und mit kleiner Streuung der Ruhestrome.

max 157 min 37
—"2) R
nmxIS S
- 15
e %5 Dimensions in mm

Dimensions en mm
uj Abmessungen in mm

95

Cooling fin 56 200
Allette de refroi-

dissement 56 200
@ Kihlschelle 56 200

1)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3.3.1958 939 2347 o
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Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vop =mex. 32 V -IC (tagy = max.20 msec)=max. 50 mA )
~Vopy = max. 32V -Icy -max.125 mA ')
-Vog { ggirp;gZeFF -Ic (tay=max.20 msec) =max.125 mA 2)
-Vegu | Siene S. F  |Icu] =max.250 mA 2)
-Vgg = max. 10V Ig (tav=max.20 msec) =max. 50 mA 1
-Vgpy = max. 10 \'2 IEM =max.130 mA 1)
See page G IE (tay=max.20 msec) =max.125 mA 2)
e {BL7E 250 . ©)
’ -Ip  (tgy=max.20 msec) =max. 20 mA 2)
1By -max.125 mA 2)
{contlnuous operaticn
T service continu =max. 75 °C
Dauerbetriebd

{1nterm1ttent operation
T3

aussetzender Betried

Storage temperature B
Température d'emmagasinage =-55/+75 oC
Lagerungstemperatur

1)Based on low distortion requirements in class A or B
amplifiers

Fondé sur les exigences de faible distorsion dans le cas
de amplificateurs classe A ou B

Basiert auf den Bedingungen filir geringe Verzerrung in
Klasse A oder B Verstarkern

2)For switching or oscillating purposes
Pour 1'usage comme commutateur ou oscillateur
Bei Verwendung in Schalt- oder Oszillatorstromktreisen

3)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon
the type of application

Durée totale 200 heures au max. La probapilité d'opération
optimum a cette temperature est aussi dependante du genre
de 1l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von
der Verwendungsart bestimmt

service intermittent =max. §0 OC 3)

938 2949 2.
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Characteristics
Caractéristiques Tamb = 25 OC
Kenndaten
Common_base; Eaie_é_lﬁ masse; Basisschaltung
Min, Max.
-Icpo (-VeB = 10 V) = 4,5 <10 pA
-Iggo (-VEB = 10 V) = 4,5 <10 pA
-Vep= 6V
fab {IE = 10 mA = )350 ke/s

Common_emitter; Emgtteur_ a_la masse; Emitterschaltung
-Iggo (<Vgg = 6 V) = 125 550 <300 pA

=VCE = 30V
-Ic {*VBE 20,5V = 7,5 >3 <15 pA
~Vgg= 6V
fae { IE = 10 mA >8 ke/s
-V = 27V
1 CE
r) { Ig =0,5 mA} <15

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

—lce V)

Ip = 125 mA
{ the value at which ~-Ig
B

135 mA when -Vgg =1 V
135 mA si =-Vgg =1V
135 mA wenn -Vgg =1V

la valuer a laquelle -Ig
der Wert bei dem =Ic
=VeEg € 0,4 V

1)Noise factor measured at 1000 ¢/s with an input source
impedance of 500 Q
Facteur de bruit mesuré g 1000 Hz avec une impédance de la
source d'entrée de 500 Q

Rauschfaktor gemessen bei 1000 Hz mit einer Impedanz der
Eingagﬁsspannuﬂgsquelle von 500 Q

5. 5.1957 939 2349 3.
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (continuation)
Kenndaten (Fortsetzung)

Common_emitter; Emetteur_ a la m

Large signal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fiir grosse Signale

-VCE 1E -vpe (V) aFE
(v) | (ma) Min. | Max. = [Hin. | Max.
6 1,5 > 0,13 | € 0,17
5,4 10 70 | > 45| <120
0,7 80 < 0,45 50| 30| <90
0,7 125 < 0,70 y 25
1 250 > 15

Junction temperature
Température de la jonction

Kristalltemperatur
Junction temperature rise in free air
without cooling fin and heat sink K = 0.4 O°C/mW
with cooling fin type 56200 and
heat sink of at least 12.5 cm? X = 0.3 OC/mW

Augmentation de la température de la jonction
en l'air libre

sans ailette de refroidissement et

sans plaque additionnelle de re-

froidissement X = 0,4 °C/mW

avec ailette de refroidissement

type 56200 et avec plagque addi-

tionnelle de refroidissement de

12,5 cm? au moins X = 0,3 °C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls in freier Luft

ohne Kiihlschelle und ohne zus#tzliche

Kihlfliche K = 0,4 °C/mW
mit Kiihlschelle Type 56200 und mit

zusdtzlicher Kiihlflache von mindestens

12,5 cm? K = 0,3 °C/mW

Characteristics of matched pair 2-0C72
Caractéristiques d'une paire jumelle 2-0C72 Tamb = 25 %
Kenndaten eines Transistorpaars 2-0C72

Ratio of aFE of the two transistors

both at IE = 80 mA and at IE = 10 mA Tt 210 <13
Rapport de oFE des deux transistrons
alE=80mAetalE=10mA 1519 ITa0: K13
Verhdltnis von afFg beider Transistoren

bei I = 80 mA und bei IE = 10 mA Ty 15—D150—53

939 2357 4,
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Operat;ng characteristics as class A amplifier
Caractéristiques d'utilisation en amplificateur classe A
Betriebsdaten als Klasse A Verstirker Tamb = 25 OC

With cooling fin type 56200 mounted on a heat sink of min.
12.5 cm?. The design of this circuit is based upon inter-
changeability of the transistor and upon stable operation
up to Tgmp = 45 OC

Avec allette de refroidissement type 56200 montée & une
plaque de refroidissement de 12,5 cm? au moins. Ce circuit
est prevu pour le remplacement du transistron et pour une
operation stable Jjusqu'a Tapph = 45 OC

Mit Kihlschelle Type 56200 auf einer zusitzlichen Kiihlfliche
von mindestens 12,5 cm? montiert. Diese Schaltung ist fiur
Auswechselung des Transistors und fiir einen stabilen Betrieb
bis zu Tamp = 45 OC vorgesehen

_.___%;___.___?—

= Vee
%

vee 9 227
=Ic 6 8,2 mA
Ry 2 18 k@
R2 2,2 4,7 kQ
RE 140 280 @

Pe max. 38 38 nW
Rg 680 1150 Q@

Ip (Pc = max.) =0,16 0,11 0,09 mlerr 1
Ij (Pc = max.) =0,22 0,13 0,09 mherr
dtot (Pc = max.) = 3,6 3,8 3,6 %

1)Due to the spread of the transistors Ij may increase 50 %
Par suite des tolérances des transistrons I peut augmen-
ter de 50 %
Infolge der Streuung der Transistoren kann I3 50 %
hoher sein

5.5.1957 939 2393 5.
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Operating characteristics of the 2-0C 72 as class Bamplifier
Caractéristigues d'utilisation du 2-0C 72 en amplificateur
classe B

Betriebsdaten des 2-0C 72 als Klasse B Verstérker

Tamb = 25 °oc

Each transistor with cooling fin type 56200 mounted on a
heat sink of min. 12.5 cm?. The design of this circuit is
based upon stable operation up to Tamb = 45 OC, For data
of the driver stage please see the data sheets of the oc 71
Chaque trapsistron avec ailette de refroidissement type
56200 monté a une plaque de refroidissement de 12,5 cm?
au moins. Ce circuit est prevu pour une opération stable
Jusqu'a Tamb = 45 9C. Pour les données du préamplificateur
voir les feuilles de données du OC 71

Jeder Transistor mit Kiinlschelle 56200 auf einer zusatz-
lichen Kiihlfliche von mindestens 12,5 cm? montiert. Diese
Schaltung ist flr einen stabilen Betrieb bis zu Tamb = 45 oc
vorgesehen. Fir die Daten der Treiberstufe siehe die Daten-
bléatter des 0C 71

Vs
ZRe

. L
Vg = 12 9 6 6V
IE (Vi = 0) = 2x1,5 2x1,5 2x1,5 2x1,5 mA
R4 = 4,7 4,7 323 J71=3 2}1(9
R5 = 100 100 100 NTC ")Q
RE 5) = e 14 5 0@
Pe (max.) = 2x250 2x210 2x175 2x120 mW
Po (max.) = 390 355 310 240 mW
Ree = 430 305 160 280 Q
-1¢ (Po = max.) = 27 32 40 27 mA
-IcméPo = max.;4 5, = 85 100 125 85 mA
Vom (Po = max. 5) ) = 2x3,4 2x2,4 2x2,1 2x0,6V
Ipm (Po = max.)’) = 2,8 3,2 4,9 2,8 mA
dtot(Po = max.) = 8,5 8,5 9,5 8,5 %
Von (Po = 50 mW)*) = 2x1,0 2x0,66 2x0,53 2x0,20 V
Tbm §Po =50 mwg = 0,42 0,49 0,70 0,56 mA
dtot(Po = 50 mW = 4,5 4,5 5,0 5,5 %

1)...5) See page 8; Voir page 8; siehe Seite 8

939 2394 6.
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Operating characteristics of the 2-0C72 as class B amplifier
J (continued)
Caractéristiques d'utilisation du 2-0C 72 en amplificateur
classe B (continuation)

Betriebsdaten des 2-0C 72 als Klasse B Verstirker (Fortsetz;
ung

Tamb = 25 oC

Circuit diagram of page 6 but without cooling fins

Schema de circuit de la page 6 mais sans ailettes de refroi-
dissement

Schaltbild von Seite 6 aber ohne Kithlschellen

Vs = 6 4,5V
Ig (Vi = o) = s 2.x%X1,5 mA
Rg = 3.3 2,7 kQ
R5 = 100 100 Q
RE3) = 10 5Q
P¢ (max.) 25 175 2 x 130 mW
Po (max.) = 275 220 mW
Ree B 140 15 @
-I¢ (Po = max.) = 40 40 mA
-IcM(Po = max.) = 125 125 mA
Vom (Po = max.)*)?) = 2x 2,8 2% 2,1V
Itm (Po = max.)?) = 4,9 4,9 mA
dtot(Po = max.) = 945 9 %
Vom (Po = 50 m#)*) = 2x 0,80 2x 0,63V
Itm (Po = 50 mW) = 0,74 1,0 mA
dtot(Po = 50 mW) = 5,0 5,5 %

1)2)3)%)5)see page 8; Voir page 8; Siche Seite 8

5.5.1957 939 2395 ‘ 7%
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T)R4 is a variable resistor of 1-3 k@
R4 est une résistance variable de 1-3 kQ
R4 ist ein verdnderlicher Widerstand von 1-3 k@

2)R5 consists of an 85 Q rgsistor in pagallel with an NTC
résistor of 130 @ at 25 °C (b = 4500 ’K) X
R5 est une résistance de 85 Q en parallele avec une re-
sistance NTC de 130 @ a 25 %¢ (b = 4500 °K)
R5 besteht aus der Parallelschaltung eines Widerstandgs
von 85 Q upd eines NTC-Widerstandes von 130 Q bei 25 “C
(v = 4500 °K)

3)The circuits with a resistor RE have the advantage over
the circuit with an NTC resistor that the transistors
are fully interchangeable
In order to reduce the distortion at small signals the
common RE can be replaced by 2 separate emitter resistors;
the value of each resistor must be 1.15 times the value
of the common RE in order to ensure the same thermal
stability. The load resistance should be adapted to this
higher value.

Les circuits avec une ;ésistance RE ont l'avantage sur
le circuit avec une résistance NTC gue les transistrons
sont interchangeables sans aucune reglage

Afin de diminuer la distorsion aux faibles signaux la

résistance commune RE peut étre remplacée par 2 résistances
d'émetteur séparédes; pour assurer la méme stabilite
thermique, la valeur de chaque résistance doit étge
1,15 fois la valeur de la résistance commune RE. La re-

sistance de charge sera adaptée a cette valeur plus élevée

Die Schaltungen mit einem Widerstand RE bieten iiber der
Schaltung mit NTC-Widerstand den Vorteil voller Austausch-
barkeit der Transistoren

Zur Verringerung der Verzerrung bei kleinen Signalen kann
der gemeinsame Widerstand Rg ersetzt werden von 2 getrenn-
ten Widerstznden. Jeder dieser Widersténde soll
den 1,15-fachen Wert des gemeinsamen Widerstandes haben.
Der Belastungswiderstand soll diesem hdheren Wert ange-
passt werden

4)The losses in R5 and in the resistances of the driver
transformer are included ,
Y-inclus les pertes dans R5 et dans les resistances du
transformateur intermédiaire
Einschliesslich Verluste in R5 und in den Widersténden
des Treilbertransformators.

5)Maximum required driver voltage and current in case of
the most unfavourable distribution of the spread of the
transistor data

Tension et courant d'entrée requis au max. dans le cas
de répartition la plus défavorable des toleérances des
donnees des transistrons

Maximal erforderliche Eingangsspannung und Strom bel un-
glinstigster Verteilung der Transistorstreuungen

939 2396 8.
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Operat@ng characteristics as D.C. converter .
Caractéristiques d'utilisation comme convertisseur & tension
continue

Betriebsdaten als Gleichspannungswandlep Tamb = 25 OC

No
%i Ns
82
E L
X3
3 Ny

Without cooling fin. The oscillation is initiated by means
of the switches Sq and S which are mechanically coupled,
so that S, opens after Sy has been closed.

Sans ailette de refroidissement, L'oscillation est démarrée

par moyen de S1 et Sp qui sopt couplés mécgniquement, de
fagon que S2 soit ouvert apres que S1 a eté ferme.

Ohne Kiihlschelle. Schwingungseinsatz wird erreicht mittels

der Schalter Sq1 und Sp. die derart gekoppelt sind dass
S2 offnet nachdem S1 geschlossen ist.

Na _ Np Vs = 6V
mg = 012 g = 0s32 Ig = 28mA
Ne = 0,058 Na = 0,5 PS = 168 mW
Nt Tt Vo = 457V
Nt =N N N N
t a + Nb + Ne + Ng To - 3 mk
P, . 135
7 = 81 %

Total transistor dissipation
Dissipation totale du transistron = 11,7 oW
Gesamtverlustleistung des Transistors

Total diode losses
Pertes de diode totales
Gesamtverluste in den Dioden

Total transformer losses

Pertes de transformateur totales
Gesamtverluste im Transformator
Total resistor losses

Pertes de résistance totales
Gesamtverluste in den Widerstinden
Output resistance

Résistance de sortie = 2 kQ
Ausgangswiderstand

5.5.1957 938 2619 9.
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Operating characteristics of two transistors 0C72 as push-
pull D.C. converter

Caractéristiques d'utilisation de deux transistrons 0C72
comme convertisseur a tension continue push-pull

Betriebsdaten von zwel Transistoren 0C72 als Gleichspan-

nungswandler Tamb = 25°C
47000pF
8uF —
N
27080
No — i6ur 4= N 048 L-
{k —0 Vg O Na J5A85 =
2700 Ne
8uF
47000pF 2002 # -
.62 No
Without cooling fin
Sans ailette de refroidissement
Ohne Kiihlschelle
Vs = 6V
Is = 154 mA
.N_d. = _lg.—— Pg = 924 mW
Ne 1,37 + 1,37 Vo = 75,5 V
Ne -
= 2,7 Io = 9,4 mA
¥ Po = 710 oW
7 = 77 %

Total transistor dissipation
Dissipation totale destransistrons = 86 mW
Gesamtverlustleistung der Transistoren

Total diode losses
Pertes de diode totales = 39 oW
Gesamtverluste in den Dicden

Total transformer losses
Pertes de transformateur totales = 35 oW
Cesamtverluste im Transformator

Total resistor losses
Pertes de reésistance totales = 54 mW
Gesamtverluste in den Widersténden

Output resistance
Résistance de sortie < 1,4 k2
Ausgangswiderstand

938 2620 10.
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Determination of the peak power ratings

For a pulse duration, shorter than the temperaﬁure stabi-
lisation time

_ Ty max ~ Tamb = Kj-amp X P

= Kt

For a pulse duration, shorter than the temperature stabi-
lisation time

Pp

_ Ty mex = Tamb

Pp = Kj-amo = ©
P 4
-
7 00
t = pulse duration
tq = pulse period
& = t/t1 = duty factor
P = constant power dissipation
Pp = permissible pulse power dissipation over P
Ky = function of t and & (see page H)
Kj-amb = value of Kt for durations longer than the temper-
ature stabilisation time ')

Ty = maximum permissible Junction temperature
Tamb = ambient temperature

Temperature stabilisation time = 300 sec (see page H)

Example: to determine the peak power rating for P = 150 oW,
t = 1 msec, & = 0.02 and Tagb = 25 OC
From t = 1 msec and & = 0,02 it follows that
K¢ = 0.0075 °C/uW (see page H).

p _75:-25 - 0.3 % 150 _
Pp = 5 o07% ~ 665 oW

.-
AI) Kj-amp 1s the thermal resistance between junction and|
ambience (with cooling fin and heat sink of at least]
12.5 cm? Kj-amb =.max. 0.3 OC/mW, see page 4)

14141962 722 0967 11.




OC72
,.9C72 | PHILIPS

Détermination des valeurs limites des puissances de créte

Pour une durée d'impulsion, plus courte que la durée pour
la stabilisation de la temperature

_ Ty max - Tamb - Kj-amp X P

P
P Kt

Pour une durée d'impulsion, plus longue que la durée pour
la stabilisation de la temperature

T T

_ _Jmax " “amdb _
Fp Kj-amb F
P &
T DEITR
L Z _[P"
! —

= durée de 1'impulsion

tq = période de 1l'impulsion

8 = t/t1 = facteur de marche

P = dissipation de puissance continue

Pp = dissipation de puissance d'impulsion admissible
au-dessus de P

Ky = fonction de t et & (voir page H)

Kj-amp = valeur de K¢ pour une durée plus longue que la
durée pour la stabilisation de la temperature 1)

Ty max = température des jonctions maximum admissible

Tamp = température ambiante

Durée pour la stabilisation de la température = 300 sec

(voir page H

Exemple: Déterminer la valeur limite de la pulssance de|
créte pour P = 150 wW, t = 1 msec, & = 0,02 and
Tamb = 25 OC
Pour t = 1 msec et & = 0,02 on peut lire de 1la|
page H que Kt = 0,0075 OC/mW

I1 en résulte: Pp = Zi_:63%6%§9L2£l§9 ~ 665 oW
)

5 Kj-amp €st la résistance thermique entre les jonctions
et 1l'ambiance (avec ailette de refroidissement et
plaque de refroidissement de 12,5 cm? au moins Kj-amb =
max. 0,3 O°C/m¥, voir page 4).

7Z2 0968 12.
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Bestimmung der Grenzwerte von Impulsleistungen

Fir eine Impulsdauer, kiirzer als die Zeit zur Temperatur-
stabilisierung ist

_ T4 max - Tamb - Kj-amb X P

= Ky

Fir eine Impulsdauer, l&nger als die Zeit zur Ausgleichung|
der Temperatur ist

Pp

T) max - Tamb _

Py =
P Kj-amb

—
~~
<

1l |

7 7

} — 1
t = Impulsdauer
t1 = Impulsperiode
) = t/tq = Arbeitsfaktor
P = konstante Verlustleistung
Py = die lber P hinaus erlaubte Impuls-Verlustleistung
Kt = eine Funktion von t und § (sieche Seite H)

Kj-amb = Wert von Kt fir eine Lingere Dauer als die Zeit
zur Ausgleichung der Temperatur !

Tj pax = max. erlaubte Kristalltemperatur
Tamp = Umgebungstemperatur

Zeit zur Ausgleichung der Temperatur = 300 Sek. (siehe
Seite H)

Beispiel: Der Grenzwert der Impuls-Verlustleistung zu
bestimmen, wenn P = 150 mW, t = 1 mSek, § = 0,02,
und Tamb = 25 oc
Fiir t = 1 mSek und § = 0,02 ist nach Seite H
K¢ = 0,0075 °oc/mW

_ 75 =25 - 0,3x150
Damit wird Pp = 570074 ~ 665 oW

Yy Kj-amb is*% der thermische Widerstand zwischen Kristall
und Umgebung (mit Kihlschelle und Kiihlplatte von|
wmindestens 12,5 cm? 1st Kj-app = max. 0,3 °C/mW,
siehe Seite 4).

1.1.1962 722 0969 13.
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Commgn base
Base & la masse

Basisschaltung
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Small voltage curves Common base B
Courbes pour petites tensions Base @ la_masse
Kurven fir niedrige Spannungen Basisschaltung
$[oc72 5-6-57 50
My
3 [T —Ic
AR R L o ©
~ m
'/
7 1 100
yammraa 80
y, 60
rim'ia =5 50
yd 40
/ ///" ot 30
ariy aparess 20
/ y.é — 10
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111+ (V)05 0 05-—Vep(VIH 1
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0,2 10mA
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7
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Vep
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Common emitter
Emetteur a la masse

7R05541 Emitterschaltung
0C72 5-6-%57. 1750 TT 11 TTT 1T
N I | I ]
c T i A
mA L 1B= Tj=45°CHH
_\ > 3m;-1
i}/éo\
\t‘}L . 700 1 2
\\ =15
A= 7

0,1
|
—Ig=
OmA
0,2 0,1
03
d 0,5
pd
X 1
L3 \ 15
AT 04 2
2
7 3
—Vse
(V)
10,6
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Small voltage curves Common emitter
Courbes pour petites tensions Emetteur 6 la masse
Kurven fir niedrige Spannungen Emitterschaltung —Ig=
w[0C72 5-6-57 | | | 3mA
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250 7R05547
PCmax= maximum permissible P¢ 0C72 5-6-'57
P¢max =Pc admissible au max.
Py Cmax =Mmaximal erlaubte Pg
200 a:Without cooling fin
Pemax Sans ailette de refroidissement
( W) Ohne Kiihlschelle
m b:With cooling fin 56200 and heat sink
of at least 12,5¢cm
Avec ailette de refrordlssement 56200
b montée a une plaque de refroidissement
N de 12,5¢cm2 au moins.
1501\ Mit Kiihlschelle 56200 auf einer zusdtz—
N lichen Kuhlfldche von mindestens 12,5¢cm2
montiert.
N\
N
a
AN
N
100
N,
N
N
\\
AN
P 50 N\
N
\\
o o
25 45 65 85 Tamb(°C)
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PHILIPS 0C73

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction for general purposes

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout verre pour les usages generaux

p-n-p GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik

Dimensions in mm

Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max15 min 37

N 2

(!
Eii?
\

—1

0N— 2)
max 1.5

043

Limiting values (Absolute nax. values)
Caractéristigues limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-Vcp = max. 32V ! ) = max. 10 mA
-Vepy = wax. 32V Ig = max. 10 mA
-VCE = max. 30V See page LL
¥ _ Pc Voir page
VCEM = max. 30V Siehe Seite L
-VEB = max. 30V
-VEBM = max. 30V
continuous operation o
Tj service continr = max. 75 °C
Dauerbetried
intermittent operation 0.3
Ty service intermittent = max. $0 °C°)
aussetzender Betrieb
Storage tewmperature °
Température 4'emmagasinage = =55/+75 °C
Lagerungstemperatur
1)The red dot indicates the collector 2)Not tinned
Le point rouge marque le collecteur Non étamé
Der rote Punkt indiziert denKollektor Nicht verzinnt

3)Total duration max. 200 hours, Likelihood of full per-
formance of the circuit at this temperature is also
dependent upon the type of application
Durée totale 200 heures au max. La probabilité d'operatlon
optimum du circuit a cette température est aussi dépen-
dante du genre de l'application
Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung der Schaltung bei dieser Temperatur
wird auch von der Verwendungsart bestimmt

938 2950 14
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Characteristics °
Caractéristiques Tamb = 25 C
Kemndaten

Common_base;_Base 4 la_masge; Bagisschaltung

min. max.
-IcBo (-VeB = 4,5 V) = 3,5 2,0 <6 pA
-Ico (-Vep = 30V ) = 4,5 32,5 <9 pa
-IEgg0 (-VEB = 4,5V ) = 2,5 31,5 <8 upA
-Iggo (-VEB = 30V ) = 3,5 21,9 <10 pA
Tap g:ggB - 01% ZA; = 500 ke/s

Common_emitter;Emetteur 4 la_masse; Emitterschaltung

-1cro (-Vcg =4,5V) = 100 40 €200 pA
-Ic -Vgg = 4,5V | = 0,6 0,35  <0,85 mA
-Vgg |-Ip = 10 pAf = 110 »75 <150 mV

-I¢ -VCE = 4,5V | = 12 Y72 < 17 mA
-VBg |-IB = 250 pA| = 285 »200 . <385 mV
-Vcg = 10V _
afe f_IE - 0,5 m; = 45 »30 <65
1 -VgE= 2V ) _
F') f-IE 0,5 mg = 10 >4 <15 dB

Junction temperature
Température de la jonction
Kristall temperatur

Junction temperature rise in free air

Augmentation de la température de la ¢ 0
jonction en 1l'air libre K = 0,4 °C/mW
Temperaturerhdhung des Kristalls

in freier Luft

1)I;oise factor at £ = 1000 ¢/s with input source impedanceof
00 Q

Facteur de bruit a f = 1000 Hz avec impédance de la
source d'entrée de 500 Q

Rauschfaktor bei £ = 1000 Hz beil einer Impedanz der
Eingangsspannungsquelle von 500 Q

939 2385 2.
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Common base
Base & la masse

7R05583 ]Baslisschaltung
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Small voltage curves

PHILIPS

Common base

Courbes /our petites tensions Base & la masse
Kurven fur niedrige Spannungen Basisschaltung
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Small current curves
Courbes pour petits courants
Kurven fir kleine Strome

OC73

Common base
Base a la masse
Basisschaltung
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Common emitter
Emetteur d la masse

7R05562 Emitterschaltung
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Small voltage curves Common emitter
Courbes pour petites tensions Emetteur & la masse ~
Kurven fur niedrige Spannungen Emitterschaltung
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Smadll current curves
Courbes pour petits courants

Common er\m’tter
Emetteur G la masse
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Common erpitter
Emetteur @ la masse
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"/
PCmax=maximum permissible Pg
PCrmax=Fc admissible au mgx.
PCrnqy=moximal erlaubte PC
200 max »
Femax
(mw)
150
100
50
0
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction with metal cover; designed for class A and B
output stages for battery voltages up to 9 volts and power
outputs of approximately 1 watt.

TYPE 2-0C74 consists of 2 transistors 0C74 selected for
operation in a class B circuit with low distortion and
low spread in base-emitter voltages

TRANSISTOR A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-

struction tout-verre avec enveloppe metallique; congu
pour des etages de sortie classe A et B a des tensions
de batterie jusqu'a 9 volt et avec une puissance de sortie
d'environ 1 watt. y ;
LE TYPE 2-0C74 est compos€ de 2 transistors 0C74.sélec-
tionnes pour fonctionnement en circuit classe B avec
distorsion faible et avec dispersion faible sur les
tensions base-émetteur

P-n-p-GERMANTUMTRANSISTOR in Allglastechnik mit Metallum-

hiillung fiir Klasse A und B Ausgangsstufen fiir Batterie-
spannungen bis 9 V und mit einer Ausgangsleistung von
etwa 1 W.
DAS TRANSISTORPAAR 2-0C74 besteht aus 2 Transistoren
0C74, die ausgesucht worden sind zur Verwendung in Klasse
B-Schaltung mit geringer Verzerrung und mit kleiner
Streuung der Basis-Emitterspannungen.

max 15,7 min 37

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Cooling fin 56200
Allette de refroi-

dissement 56200
Kiihlschelle 56200

1
) The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt bezeichnet den Kollektor

2 . ’
<) Not tinned; non-etame; nicht verzinnt

9.9.1960 722 0190 1.
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Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

-Vog = max. 20V -Ig = max. 300.mA
-Vog = max. 20V ') Ig = max. 310 mA
-Vgg = maxs 6V see page E
Pg. voir page E
siehe Seite E
continuous operation o
Tj 4 service continu = max. 75 C
Dauerbetrieb
intermittent operation 6. @
T3 service intermittent = max. 90 °c ©)
aussetzender Betrieb
Storage temperature 5 °
Température d'emmagasinage = -55 c/+75 “C
Lagerungstemperatur.
THERMAL DATA .
Junction temperature rise to ambient temperature in free
air
without cooling fin or heat sink K é 0.22'°C/mw
with cooling fin verticaily in free
> air or mounted on board £ 0.15 °c/mw
with coéling fin type. 56200 on heat < o
sink of at least 12.5 cm?2 = 0.09 “c/mW

Données thermiques: voir page 3
Thermische Daten: siehe Seite 3

1) See also page D. Voltage excursion up to this value will
not cause distortion due to curvature of the output
characteristic

Voir aussi page D. Modulation de la tension jusqu'a
cette valeur n'entrainera pas de distorsion par suite
de la courbure de la caractéristique de sortie

Siehe auch Seite D. Spannungsaussteuerung bis zu diesem
Wert wird keine Verzerrung infolge Kriimmung der Aus-,
gangskennlinie zur Folge haben

2) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-|
formance at this -temperature is also dependent upon
the type of application

Durée ‘totale 200 heures au max. La probabilité de foncti-
onnement optimum & cette température est aussi dépen-
dante du genre d'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeid
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch
von der Verwendungsart bestimmt

722 0191 2.
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Thermal data: see page 2
DONNEES THERMIQUES

Augmentation de la temperature de la jonction au regard
de la température de l'ambiance a 1l'air libre

Sans ailette de refroidissement
et sans plaque additionnelle de
refroidissement K

Avec ailette de refroidissement
verticalement a l'air libre ou
monté a une plague isolante K

Avec ailette de refroidissement
et avec plaque additionnelle de
refroidissement de 12,5 cm2? au
moins K

THERMISCHE DATEN

Temperaturerhdhung des Kristalls in bezug auf die Umge-
bungstemperatur in freier Luft

ohne Kiihlschelle und ohne
zusdtzliche Kiihlfliche K

mit Kiihlschelle senkrecht in
freier Luft oder montiert an
einer isolierenden Platte K

mit Kiihlschelle montiert an
einer zusdtzlichen Kuhlplatte
von mindestens 12,5 cm?

0,22 °c/mw

A

0,15 °c/mw  |<—

A

A

0,09 °c/mw

0,22 °c/mw

A

0,15 °%c/mw  |&—

A

0,09 °c/mw

Characteristics unless otherwlse specified
Caractéristiques Tamb = 25 ~CA sauf indication différente
Kenndaten wenn nicht anders angegeben
-Icgo (-Veg = = 10 < 20 pA
o Ve = 9 =
IcBo {#amb - 60 Xc = 100 < 330 pA
-Iggo (-Vgg= 6V) = 7 < 20 pA
. -Vep= 6V
Ic ~Vpg = 155 ov > 2,5 < 10 mA
~VcB Is -I8 (ma) -Vgg (wv)')
(v) (ma) = min. max. = max.

6 50 0,5 20,3 <0,92 230 <300
0,5 300 4,5 >2,8 < 8,5 450 <700
1) -VBE decreases with about 2.3 mv/°C at increasing tem-

peratures
A des tem eratures montantes -Vpg se diminue d'environ
2,3 mV,

Bei steigender Temperatur nimmt- VEE um etwa 2,3 mV/OC ab

9.9.1960 722 0192 3. ¢
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Characyeristics_(continued)
Caractéristiques (suite
Kenndaten (Fortsetzung)

Column I: Setting of the transistor and typical (average)
measuring results of new transistors

II: Characteristic range values for equipment design

Colonne 1I: Valeurs pour le réglage du transistor et les

7

résultats moyens de mesures de transistors peufs
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1l'etude
d'équipements
Spalte I: Einstelldaten des Transistors und mittlere
Messergebnisse neuer Transistoren

II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtentwurf

sauf indication contraire

° unless otherwise specified
Tamb = 25 C
wenn nicht anders angegeben

LI I lom o
-Vip = 6| v Vg = 6 v
Tamb 60 | °¢ -I¢c = 10| mA
-Iggo = 80 : < 300 pA rpp' = 50 : < 100 Q
-Vep = 6 : v -Veg = 6 : v
I = 5 1 mA -Ig = 5 mA
£ = 1 : Xe/s hgg = 75 : 40-200
F = 15, < 27 4B |
[ -Veg = 61 v
Vg = 6! v -Ig = 50! mA
-Ig = 50 : mA hgg = 100 : 60-150
fae = 14 | > 8 ke/s
| Vg = 1 | v
-Veg = 6 : v =Ig = 300 | mA
" 5 | ni hyg = 65 : 40-100
-Vgg = 155 1 135-175 oV ') [
| -Ig = 300 mA|
l -1g = A
-Vegg = 0,35 : <0,67V

') see page 3; voir page 3; siehe Seite 3

2y the value ap which -Ig = 330 mA when -Vcg =1V
_ _ la valeur a laquelle -Ic = 330 mA lorsque
18 = -VGE = 1V

der Wert bei dem -Ig = 330 mA wenn -VGE = 1 V|

722 0193 4.
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Characteristics (continued)

Caractéristiques (suite) Tamb = 25 ¢
Kenndaten (Fortsetzung) |
X L E
Vg = 9 | ¥
Rg = 27 | el
hre(-Ic = 300 mA) - '
== -~ s =0 .
hfepay a E

Ratig gf hyg of the two transistors of a matched pair
2-0C74

Rappor; de hrFg des deux transistors d'une paire jumelle

2-0C74

Verhdltnis von hyg beider Transistoren eines Transistor-
paars 2-0C74 |

I II
-Vcg = 6 :_ v
-I¢ = 50 | mA
hrE(1) ' ;
ﬁfﬁrgy = 1,15 : < 1,3 ==
|
e = 1w
-Ig = 300 mA
hFE(1) _ |
hrE(2) © 1,15 | ¢ 15 -
|

') collector resistor, for A.C. short-circuited
Résistance extérieure du collecteur, en court-circuit
pour courant alternatif
Ausserer Kollektorwiderstand, fiir Wechselstrom kurzge-

schlossen

9.9.1960 722 0194 5.




OC74 PHILIPS

Operating characteristics as class A output
(vased on Ktot = 0.09 °C/miv)

classe A (admis que Ktot = 0,09 ©
Ktot = 0,09 OC/mW)

Les valeurs de
les transistors soient interchangeables

pas 75 OC resp. 90 ©C

Caractéristiques d'utilisation en ampliflcateur de sortie

Betrlebsdaten als Klasse A Endverstarker (vasiert auf

Tamp = 25 °

The values of Rg are based upcon full interchangeability
of the transistors and upon such a stabilisation of the
currents that at Tagp = 45 °C resp. 55 9C the junction
temperature 75 OC resp. 90 OC is not exceeded

ﬁE ont été choisies de telle maniére gque

stabilisation des courants soit telle qu'a Tamb =, 45 oc
resp. 55 OC la température de la jonction ne dépasse

Die Werte von Ry sind derartig gewdhlt worden, dass die
Transistoren auswechselbar sind und dass die Strom-

amplifien

et que la

11

stabilisation derartig ist dass bei Tgmp = 45 gC bzw.
55 gc die Kristalltemperatur einen Wert von 75 “C bzw.
90 “C nicht liberschreitet
[%c
|
|
|
1000pF l
+
Vee = 6 9V
-I¢ = 50 35 mA
Ry 1,2 2,2 k@
Ro = 390 680 @
Rg = 22 47 @
Re = 87 190 Q
Po = max. 100 max. 110 mW
. - = 0,85 0,5 mA
Tin(Fo = max.) 2 .o 1,5 max. 0,95 mA
dtot (Pg = max.) = 5,0 4,5 %
772 0195 6.
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Operating characteristics as class B output amplifier
(based on Ktot = 0.09 °C/mW for each transistor)

Caractéristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe B (admis que Ktot = 0,09 ©C/mW pour chague tran-
sistor

Betriebsdaten als Klasse B Endverstirker (basiert auf
Ktot = 0,09 OC/mW fir jeden Transistor)

Tamp = 25 °C

o— 2~
R
Vim
Vs
=
o ‘ o+

For providing stability the total resistance in the base
circuit of each transistor is about 50 Q

A cause de la stabilité la resistance totale du circuit
de la base de chaque transistor est d'environ 50 Q

Zur Erhaltung der erforderlichen Stabilitdt ist der Gesamt-
widerstand in jedem Basiskreis etwa 50 Q

The data below have been designed for continuous operation
up to.Tamp = 45 ©°C at which T3 = max. 75 °C, and for
stagle operation up to Tamb = §5 OC at which Tj may be
90 “C

Les caractéristiques ci-dessous ont été congues pour le
fonctionnement continu jusqu'a Tamb = 45 ©C a laguelle
T3 = 75 °C au max.d et pour le fonctionnement stabvle
Jjusqu'a Tamp = 55 ©°C a laquelle Tj peut &tre de 90 oc

Die untenstehenden Daten sind hergestellt fiir Dauerbetrieb
bis zu Tamp = 45 OC wobel Tj = max. 75 ©C, und fir sta-
bilen Betrieb bis zu Tamb = 55 °C wobei Tj = 90 °C sein
kann

Input source resistance R? = 1,5 kQ

Resistance de la source d'entree Rp = 1,5 kQ <«
Widerstand der Eingangsspannungsquelle Rp = 1,5 kQ

See also page 8

Voir aussi- page 8

Siehe auch Seite 8

9.9.1960 772 0196 7.
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Operating characteristics as class B output amplifier
continued)
—>| Caractéristiques d'utilisation en amplificateur de sortie
classe B (suite)
Betriebsdaten als Klasse B Endverstirker (Fortsetzung)
Vs = 6 9V
Ig (Vi = 0) = 2x5 2x5 mA
Ry = 1,0 1,5 kQ
Ro = 33 33 Q
Ry = 2,2 4,7 Q
Ree = 63 93 @
Pe = max. 2x0,40 max. 2x0,625 W
Ps = 0,7 1,0 W
o - _ 23 dB
min., 20 4B
-Icy (Po = max.) = 300 300 mA
-Ig (Po = max.) = 95 95 mA
Vip (Pp = max.) = 6,0 7,5V
dtot(Py = max.) = 6 T 5’.? %
Vim (Po = 50 mW) = 1,3 1,3V
dtot(Po = 50 mW) = 4.0 4,0 %
722 0197 8.
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction, suitable for general purposes

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type D-n-p en con-
struction tout-verre, prévu pour les usages généraux.

P-n-p-GERMANIUM-ALLZWECKTRANSISTOR in Allglastechnik

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

9 r, max 15 min37

E: g % | ! 1
B {Eii SI g ( 5= |
c £ i
N—"1 3

max 1,5 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max., absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeE = max. 30 V °)
-VCEM = max. 30 V °)
-I¢ (tav = max. 20 msec) = max. 10 mA
-Icu = max. 50 mA
See page N
Pg Voir page N
Siehe Seite N
Ix (tav = max. 20 msec) = max. 15 mA
IgM = max. 70 mA
-I3 (tav = max. 20 msec) = max. 5 mA
-IBN = max. 20 mA
continuous operation o
Tj< service continu = max. 75 C
Dauerbetrieb
intermittent operation 0n 4
Tj< service intermittent = max. 90 °C °)
aussetzender Betrieb
Storage temperature o
Température d'emmagasinage = -55/+75 °C

Lagerungstemperatur

') The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2) Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
)*) see page 2; voir page 2; siehe Seite 2

11.11.1960 722 0345 1
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Characteristics o
Caractéristiques Tgpp = 25 C
Kenndaten

re Term re
GO—ANVWV“—E—%::F—ANwNv—oc
S
O B ’e)

. Measured at -VcB = 2 v
Mesuré a -I¢c = 3 mA
Gemessen beil £ N 1000 o/s

Te = 6,4 @

Tp = 720 Q

Tc = 722 kQ
Tnm = 715  kQ
hi1b = 14 Q
-ha1p = 0,989

ha2p = 1,4 pA/V
hy2p = 101074
-IcBo (-VeB = 4,5 V) = 4,5 <12 pA

3) These values are permissibdle at Vgg 2 0.5 V. See also|
page M
Ces valeurs sont admissibles a Vgg 2 0,5 V. Voir aussi

page M
Diese Werte sind erlaubt bel VBE 2 0,5 V. Siehe auch
Seite M

4) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per—
formance at this temperatureis also dependent upon
the type of application

Durée totale 200 heures au max. ILa probabilite d'opera-
tion optimum a cétte température est aussi dépendante
du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
‘optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch
von der Verwendungsart bestimmt

938 3415 2.
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (continuation)
Kenndaten (Fortsetzung)

Measured at  [-VcE = 2 v
Gtoésen ves | = 3 mA
= 1000 c/s
hite 1,3 kQ
hzie = 90 >65 <130
haa2e = 125 ‘WA/V
hize = 8'10_4
Tae = 8 kc/s
F) = 10 <15 4B
-Icgo (-VcE = 4,5V )= 350 <550 pA
-Ic “WCE = 4,5V = 1,1 20,75  <1,9 mA
“Vgg I8 = 10 paJ= 120 > 90 <175 mv <«
-Ic  [-VcE = 4,5 v}: 22 >13,5 <33 ma
-VBE {'IB =250 pAf = 270 5210 <385 mv

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free
air

Augmentation de la température de 1la - < o
Jonction en 1'air libre K 2 0,4 "C/uW
Temperaturerhdhung des Kristalls in
freier Luft

') Noise factor at -IC = 0.5 mA with input source im-
pedance = 500 Q@ . ) .,
Facteur de bruit a -I¢c = 0,5 mA avec impedance de 1a
source d'entrée = 500 Q
Rauschfaktor bei -Ic = 0,5 mA bei einer Impedanz der
‘Eingangsspannungsquelle = 500 @

10.10.1960 - 722 0293 ' 3.
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Common base
Base & la masse
Basisschaltung

0C75 25-4-'58 ] [75
1] —
1 C
Tamb==25 OC EE mA)
Ie=
10 10mA
9
N\
%.(9 8
N\ . 7
Iy 6
5 5
4
3
2
1
101 Ig [mA)15 5 Ves(V)I10
| IE=
0,1 L] ImA
—— =2
o - = L] 4
—Vee S T 0
02 i
Ves
(v) |
3 ]

o

6.6.1958 A
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Small voltage curves Common base
Courbes pour petites tensions Base & la masse
Kurven fiir niedrige Spannungen Basisschaltung
o[0C75 25-4-"56 1 1 [ | TT1
2 HHHHH Py
§ HToms=25"C i [e=
> 9
” 8
y = 7
V. V, - 6
R 5 5
Vs P= 4
A 3
pd 2
4 V12 1
y A 1
+Wg(V)0.4 02 0 0.2 —Vea(V)
o1 Ie=
1mA
2
’ 7 4
6
A= - 8
94 =02 10
=
V777
0,3
Ves
H v)
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Small current curves Common base
Courbes pour petits courants Bose & la masse
Kurven fir kleine Strome Basisschaltung
w0 75 30-5-58 100
BN o
& S (uA)
@ . Q,
RN L e 80
I
\‘ A
AN
.
.
N,
N 60
N
\\ ;
R,
40
20
0
IOCAIEyA):BC 60 40 ] 20 0
7
LA
'V
20
ChoV]
T VB =
L YCs 40
Ves
(mv)
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7R05500

7000: 0C70 9-5-57]
I /
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- y
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10t
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L Common emitter
Emetteur @ la masse
7R05922 Emitterschaltung
0C75 25-4-58 | | T
—IC\ QOBA_
mA L L0
( - Tamb=25oc L -
,.\ 10 Ingum
\ -
= =70
—x\/_ e i u =
TS 1 Lt
\3’0—\ 4 —==50
N = 5 ———
T =40
S caanl =T u 30
] \ . 2 0
A\ 10
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100——1Ip [#A 0 5 10-—Vee(V)
-
OuA
0,7
5
Lol ’
. [ - 50
/\k'e'/ 70
90
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—VBE
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P 11
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Small voltage curves Common emitter
Courbes pour petites tensions Emetteur & la masse
Kurven fur niedrige Spannungen Emitterschaltung
x[oc7s 257459 HHHHH
= TTT o
by mmm Temb=25°C
& ic
(mA) .
.LB=
¢ 90uA
L 70
L8
7 50
i
A
4 40
J
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30
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0,2 Hee(v)0 ©
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Small current curves Common emitter
Courbes pour petits courants Emetteur & la masse
Kurven fir kleine Strome Emitterschaltung
S[oC75 25458 1S I
¢
P A jmA) - Tams=25°C |-
P
j\%
N\
N
zZ 7
‘\
\
N
0,5
N\
A
AN
201-—Ig (A} 110 0 10 +Ig(uA)
y.
01
— [
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\
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Common emitter

Emetteur & la masse

7R05928 Emitterschaltung 50
0C 75 25-4-"
—Ic
(mA)
current limits
= =mw= e limites du courant
Stromgrenzen
TTTTTT 40
LITTTT
—Vee=4,5V
Tomb =25°C
3 30
N
AN
AY
N A
20
N B
N
\
\‘\ \\
N AN AY
N
—Tc=max 0mAl | ~K] N 10
~
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N
~N. .
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300 —IgfuA) 200 100 0
[0C75 257458 0
PN
S|
&
Common emitter
Emetteur @ la mass
Emitterschaitung
HHTH S
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0,5
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Emetteur & la masse

20 7R05932 Emitterschaltung
0C75 2‘5-4-’579 | I ’ ’
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Common emitter
Emetteur @ la masse
7R05933 Emitterschaltung

20 0C75 25-4-"56 | ’ [ l | I
¢ ¢_ he param.
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250 e
PCnax=maximum permissible Pc
PCmax=PC admissible au max.
PCay=maximal erlaubte PC -
200
Pcmax
)
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0 3,
25 45 65 85 Tam(°C)

N



PHILIPS | oc7e

GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all glass con-
struction with metal cover for switching and pulse-oscil-
lating circuits, such as D.C. converters. The transistor
can be used with a cooling fin for higher dissipations

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p, en
constructiop tout verre avec enveloppe metallioue. pour
circuits de commutation et d'oscillation pulsée comme
les convertisseurs a tension continue. Le trznsistron
peut étre utilisé avec une ailette de refroidissement
pour des dissipations plus élevées

pP-n-p-GERMAJTUMTRANSISTOR in Allglastechnik mit Metallum-

hiillung fiir Schalt- und Impulsoszillationsstromkreise wie
Gleichspannungswandler. Der Transistor kann fiir hdhere
Dissipation mit einer Kilhlschelle verwendet werden

B . max 157 min37
3 I ‘
E— Yy @
B—{-3 at x =
pe —iei 8 == Eﬁ
1—"12) g
max1,5 =
‘ 15 >l
75 | Dimensions in mm

Dimensions en mm
Abmessungen in mm

Cooling fin 56 200
Ailette de refroi-

dissement 56 200
Kiihlschelle 56 200

Limiting values (absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VcB = max. 32 V ) -I¢ (tav = max. 20 msec) max, 125 mA
-VeBM = max. 32 V |zoul = max. 250 mA

-VCcEg = max. 32 V3)4) IE (tav = max. 20 msec) = max. 125 mA
-Vemy = max. 32 V%) [T = max. 250 mA
-VEBM = max. 10 V -IB (tav = max. 20 msec) = max. 20 mA
See page D |Ipy| = max. 125 mA
Ptot < Voir page D
Siehe Seite D

Continued on page 2
Continué sur page ¢
Fortsetzung auf Seite 2

939 2386 1.
— 3.3.1958
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Limiting values (Absolute max. values). continued
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues), suite
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte), Fortsetzung

continuous operation
Ty max. 75 °c

service continu
Dauerbetrieb

intermittent operation 5

T, service intermittent = max. 90 o¢c ‘)

aussetzender Betrieb
Storage tempercture

Temper ture d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-559¢/+75 ©°C

I)The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektior

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)For derating curves at higher junction temperatures see
pages E, F and G
Pour les courbes d'abalssement aux températures plus
hautes de la jonction voir pages E, F et G
Flir Reduktionskurven bei hoheren Kristalltemperanuren
siehe Sciten E, F und G

4)For derating curve at higher base 10 ground lmpeaances
see page C
Pour courbe d'abaissement aux 1mpédances plus hautes entre
base et masse voir page C
Fiir Reduktionskurve bei hoheren Impedanzen zwischen Basis
und Erde siehe Seite C

5)Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature 1s also dependent upon the
type of application
Durée totale 200 heures au max. la probabllzte d'opération
optimum a cette température est aussi dépendante du genre
d'application
Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkelit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von der
Verwendungsart bestimmt

939 2381 - o ’ 2.




PHILIPS | OoC7s

Characteristics
Caractéristiques Tamb = 25 OC
Kenndaten

Common_base; Base_3_la masse; Basisschaltung

Min. Max.
-IcBo (-VcB = 10V ) = 4,5 < 10 pA
-Igpo (-VEB = 10V ) = 4,5 < 8 pA
i = 1 =
fao | Yes : R | :ng - 500 5350 ke/s
Common_emitter; Em etxﬁgr_a_lg,gagag, Emitterschaltung
-1cgo (-Vce = 6 V) = 200 <600 pA
. ‘VCE=3OVg= 5 A5 uA
Io $VBE; 5 v 7,5 S u
! “’CE:JVg= 8 <15 dB
) ? Iz =0,5 mA 5
Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors
T
(m4)
135
i25
-I¢ = 125 mA
the value at which =I¢c = 135 mA when-VCE =1V
-IB la valeur a laquelle -I¢ = 135 mA si -VCE =1V
der Wert vel dem -Ic = 135 mA wenn -VCE = 1 V

—VeEk = 03 V. < 0,4V

W)Noise factor measured at £ = 1000 ¢/s with an input source

impedance of 500 Q

Facteur de druit mesure a £ = 1000 Hz avec une impédance

de la source d'entrée de 500 Q

Rauschfaktor gemessen bei £ = 1000 Hz mit einer Impe-

danz der Elngangsspannungsquelle von 500 Q

3.3.1958 938 2951
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Large signal characteristics
Caracteristiques pour grands signaux
Kenndaten fiir grcsse Signale

=Vce | Ig | -VBr (V) aFE
(V) | (ma) max. omin. [ max.
5,4 10 - > 45| < 330

0,7 | 80 < 0,45 | > 30| < 230
0,7 | 125 ¢ 0,70 || » 25| < 170
1 |250 - > 15| ¢ 125

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air

without cooling fin and heat sink K < 0.4 °C/mW
with cooling fin type 56200 and

heat sink of at least 12.5 cm? K < 0.3 °C/mW
Augmentation de la température de la jonction en 1'air
libre

sans allette de refroidissement
et sans plaque additionnelle de
refroidissement X < 0,4 OC/mW
avec ailette de refroidissement
type 56200 et avec plaque addi-
tionnelle de refroidissement de
12,5 cm?® au moins K < 0,3 °C/mW

Temperaturerhdhung des Kristalls in freier Luft

ohne Kiihlschelle und ohne zusitz-

liche Kihlfldche K < 0,4 °C/mW
mit Kiihlschelle Type 56200 und

mit zusdtzlicher Kiihlfliche von

mindestens 12,5 cm? X < 0,3 °C/mW

938 2952 4.
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Operati‘ng characteristics as D.C. converter :
Caracteristiques d'utilisation comme convertisseur a tension
continue

Betriebsdaten als Gleichspannungswandler Tamb = 25 °C

a OA=Il 85 *

Ng N
g E:{‘ N

53 =32 |

g2 ¥l
g3 o

E—Eg 100uF
—lo E - Ny
S2 No =P
Vs
0A5 _S1 ‘=—4$

Without cooling fin. The oscillation is initiated by means
of the switches Sy and Sz which are mechanically coupled,
so that Sp opens after Sq has been closed.

Sans ailette de refroidissement. L'oscillation est démarrée
par moyen de S7 et Sy qui sopt couplés mécgniquement, de
fagon que S2 soit ouvert apres que S1 a ete ferme.

Ohne Kiihlsrhelle. Schwingungseinsatz wird erreicht mittels
der Schalver S7 und S2. die derart gekoppelt sind dass
S2 offnet nachdem Sy geschlossen ist.

Na Np Vg = 67V
mg = 012 g = 032 Ig = 28m
Ne _ 0,058 Ng = 0,5 P3 = 168 mW
Ny L[ Vo = 457V
: N

Nt = Na + Np + Ne + Na To d 3 ma

Py = 135 mW

7 = 81 %

Total transistor dissipation
Dissipation totale du transistron = 11,7 oW
Gesamtverlustleistung des Transistors

Total diode losses
Pertes de diode totales
Gesamtverluste in den Dioden

Total transformer losses
Pertes de transformateur totales
Gesamtverluste im Transformator

Total resistor losses
Pertes de résistance totales
Gesamtverluste in den Widersténden

Output resistance
Résistance de sortie = 2 k@
Ausgangswiderstand

6,1 mW

14,3 of

0,9 mW

3.3.1958
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Operating characteristics of two transistors 0C76 as push-
pull D.C. converter

Caractéristiques d'utilisation de deux transistrons 0Cc76
comme convertisseur a tension continue push-pull
Betriebsdaten von zwei Transistoren OC76 als Gleichspan-
nungswandler

Tamb = 25 o¢c
47000pF
a 8uF -
No
No 16uF 4 = N 0405, t
E" O /g O Na ¥p05 =
8uF —
47000pF # F
WWWy o Vo 2 Np
L
Without cooling fin
Sans allette de refroidissement
Ohne Kiihlschelle
Vs = 6V
Is = 154 mA
Na _ 10 PsS = 924 mW
Ne 1 + 1, Vo = 75,57V
Ne I = 9,4 mA
—_= 2,7 o
Ny ! Po = 710 oW
n = 77 %

Total transistor dissipation
Dissipation totale destransistrons = 86 mW
Gesamtverlustleistung deg Transistoren

Total diode losses
Pertes de diode totales = 39 oW
Gesamtverluste in den Dioden

Total transformer losses
Pertes de transformateur totales = 35 oW
Gesamtverluste im Transformator

Total resistor losses
Pertes de résistance totales = 54 mW
Gesamtverluste in den Widerstinden

Output resistance
Résistance de sortie < 1,4 k@
Ausgangswiderstand

938 2661 6.
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Determination of the peak power ratings

For a pulse duration, shorter than the temperature stabi-
lisation time

_ Ty max - Tamb = Xj-amp X P
= X:

Pp

For a pulse duration, longer than the temperature stabi-
lisdtion time

_ Ij max ~Tampb _
Fp Kj-amb B

b
7 7

{P
f ===
t = pulse duration
tq = pulse period
§ = t/t1 = duty factor
P = constant power dissipation
Pp = permissible pulse power dissipation over P
K¢ = function of t and § (see page H)

Kj-amb = value of Kt for durations longer than the temper-
ature stabilisation time 1

TJ = maximum permissible junction temperature

Tamb = ambient temperature

Temperature stabilisation time = 300 sec (see page H)

Example: to determine the peak power rating for P = 150 mW;
t = 1 msec, § = 0.02 and Tamy = 25 OC

From t = 1 msec and § = 0.02 it follows that
K¢ = 0.0075 oC/mW_(see page H).

_ 75 -25 - 0.3 x 150
. Pp = 0.,0075 ~ 665 oW

1) Kj-amb is the thermal resistance between junction and

ambience (with cooling fin and heat sink of at least
12.5 cm? Kj-amb = max. 0.3 OC/mW, see page 4)

4.4.1963 722 1754 7
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Détermination des valeurs limites des puissances de créte

Pour une durée d'impulsion, plus courte que la durée pour
la stabilisation de la temperature

p, = 13 max = Tamb - Xj-amb X P
b Ky

Pour une durée d'impulsion, plus longue que la durée pour
la stabilisation de la temperature

B T] max ~ Tamp
Pp = =P
: Kj-amb

t

-t_ﬂ'——ﬂ

—

P 7 %Tpp
v % ;
,’/z///( 7 // /
f =t
t = durée de 1'impulsion
t = période de 1'impulsion
5 = t/t; = facteur de marche
P = dissipation de puissance continue
Pp = dissipation de puissance d'impulsion admissible
au-dessus de P
Ky = fonction de t et & (voir page H)

Kj-amp = valeur de K¢ pour une dureée plus longue que la
durée pour la stabilisation de la temperature 1)

Ty max = température des jonctions maximum admissible

Tamb = température ambiante

Durée pour la stabilisation de la température = 300 sec
(voir page H)

Exemple: Déterminer la valeur limite de la puissance de

créte pour P = 150 mW, t = 1 msec, & = 0,02 and|
Tamb = 25 °C
Pour t msec et § = 0,02 on peut lire de 1la

=1
page H que Kty = 0,0075 °C/mW

I1 en résulte: Pp = 75 _0220-50 X150 _ 665 mW

1) Kj-amp st la résistance thermique entre les Jjonctions
et l'ambiance (avec ailette de refroidissement et
plaque de refroidissement de 12,5 cm? au moins Kj-amb

max. 0,3 O°C/m, voir page 4).
7Z2 0968 8
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Bestimmung der Grenzwerte von Impulsleistungen

Fir eine Impulsdauer, kiirzer als die Zeit zur Temperatur-|
stabllisierung ist

p, = L4 max ~ Tamb - Kj-amb X P
D= Kt

Fiir eine Impulsdauer, ldnger als die Zeit zur Ausgleichung
der Temperatur ist

T =T
B = J max amb _ p

Kj-amb

= Impulsdauer
t = Impulsperiode
§ = t/t1 = Arbeitsfaktor
P = konstante Verlustleistung
PP = die liber P hinaus erlaubte Impuls-Verlustleistung
Kt = eine Funktion von t und § (siehe Seite H)

Kj-amb = Wert von Kt fir eine Lingere Dauer als die Zeit
zur Ausgleichung der Temperatur 1)

Tj max = max. erlaubte Kristalltemperatur
Tamb = Umgebungstemperatur

Zelt zur Ausgleichung der Temperatur = 300 Sek. (siehe
Seite H)

Beisplel: Der Grenzwert der Impuls-Verlustleistung zu
bestimmen, wenn P = 150 oW, t = 1 mSek, § = 0,02,
und Tapp = 25 °C

Fir t = 1 mSek und & = 0,02 ist nach Seite H
Kt = 0,0075 °C/mW

- 75 - 25 - 0,3x150
Damit wird Pp = 5.007% ~ 665 oW

I) Kj-amb ist der thermische Widerstand zwischen Kristall
und Umgebung (mit Kiihlschelle und Kiihlplatte von)
mindestens 12,5 cm? ist Kj-amb = max. 0,3 °C/mW,
siehe Seite 4).

1.1.1962 772 0969 9







PHILIPS

Common emitter

OC76

Emetteur a la masse

7R05552 Emitterschaltung
0C76 13-6-'57 1300 —Ig= T
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7R05555
250 Ptot ay=max. permissible total dissipation ‘JJC 76 13-6757
Ptotmax =dissipation totale admissible au max. [|
—Ptotmgy =maximal erlaubte Gesamtverlustleistung
| [ [ |
I T |
| | |
T
\
200 a: W/thout coolmg fm
pfo’l'max Sans ailette de refroidissement
{ W} Ohne Kiihlschelle
m b:With cooling fin 56200 and heat sink
of at least 12,5cm
Avec ailette de refro:d/ssement 56200
b montée G une plaque de refroidissement
N de 12,5¢cm2 au moins.
150N\ Mit Kiihlschelle 56200 auf eiper zusitz~
N lichen Kihiflache von mindestens 12,5cm?2
montiert.
NT T
N
a
N
N
100 i
N\ |
\ T
17 ‘
11 ]
N\, 11 [ [ |
> il I ; 3|
. ; ‘
50 \ |
N
\t
0 ()
25 45 65 85 Tomb(C)

D
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—VeBmax {V}
—VCEmax (v

(#0)

7R05556
S-Derating curves for the limiting value of —V¢ when
&—iswitching from a thermally stable ,,On” condition to
w_lan unstabilised ,,0ff *’ condition.
«—Courbes de réduction pour la valeur limite de —Vg
_dans le cas de commutation d’une condition ,,En circuit’
DS |thermiguement stable @ une condition ,,Hors circuit”
SHnon-stabilisée. N
S [T|Reduktionskurven fiir den Grenzwert von —Vc wenn
£["von einem thermisch stabilen Zustand ,,Ein”’ nach
wl-|-leinem nicht stabilisierten Zustand ,,Aus”umge—
§ —schaltet wird.
g
2 5
Tgmb=35 C
0 N
\ \
A
\
\
\ AY
[F=
N : A:i=i0'i3‘| (’?ply J°k;3°3'
20 i oder
N K=0,4°C/mW V=05V
K=03°C/mW !
(He BT I/AAL VBF:
10 K=04°C/mW,
0
40 60 60 100

o) | Before switching
7j( C){ Avant 1a commutation
Vor Umschaltung

5.5.1957 E
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7R05557
S-Derating curves for the Zimitin% valye of —iVP when <
\ —|switching from a thermal(lfy _stable ,,0n” condition to
©-lan unstabilised ,,0ff” condition.
S, |e-{Courbes de réduction pour la valeur limite de =V
€ @[5T|dans le cas de commutation d’une condition ,,En circuit’
L 3 S”|thermiquement stable & une condition ,,Hors circuit’
2% Hjnon-stabilisée.
‘S € §[Reduktionskurven fir den Grenzwert von —Vr wenn
G E [3] C
® 8 w[[von einem thermisch stabilen Zustand ,,Ein” nach ~
H o £ [Heinem nicht stabilisierten Zustand ,,Aus” umge—
r~3——schaltet wird.
v
58 A
<= [
Tamb= 45 OC
=3
N——
x 3
3]
E &
$9
]
30 A
\ \
N
\
h VA A —0.39 Ig=0
20 N K|_10’13 ICI/’InI or,ou,
N N LLLLTTP oder
N K=04C/mW)\VpeZ0,5v
\\\
NON 3
‘\‘ \K_aacc/mw -
10 = Voe=0
K=04°C/mW| °F
./
0
40 60 80

100
Before switching
7j{°C) Avant la commutation
Vor Umschailtung -

F
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Vor Umschaltung

7R05558
S-|Derating curves for the limiting value of —V¢ when
&switching from a thermally stable ,,On condition to
—a—|h"lan unstabilised ,,Off” condition.
§ |o-{Courbes de réduction pour la valeur limite de —V¢
£ D|5dans le cas de commutation d’une condition ,En circuit’
O"se S—therm/‘quqnjqnt stable G une condition ,,Hors circuit”
£ED H—non-stabilisée.
§ §-§[[|Reduktionskurven fiir den Grenzwert von —VC wenn
xculllyon einem thermisch stabilen Zustand ,,Ein" nach
agg ——einem nicht stabilisierten Zustand ,,Aus”umge-
w v - [schaltet wird.
oS 1 T
¥a8 R
<< LTI
S
3 8
E E
@ W
KRS
I
30
e N
\
‘\‘\
NN
N DY
20 NG
N =
NNk=03°c/mw| ZE=0
o [TILETL b oder
™ K=0,4C/mW VBE;QSV
‘\‘\
10 3 K=0,3°C/mW}? £=0
K=04°C/mW /5
oC \
40 60 60 100.
3 o\ |Before switching
()
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all glass con-
struction with metal cover for switching and pulse-oscil-
lating circuits, such as D.C. converters. The transistor
can be used with a cooling fin for higher dissipations

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p, en
construction tout verre avec envelonpe metalliquE. pour
circuits de commutation et d'oscillation pulsée comme
les convertisseurs a tension continue. Le transistron
peut étre utilisé avec une ailette de refroidissement
pour des dissipations plus élevées

p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik mit Metallum-=
hiillung fiir Schalt- und Impulsoszillationsstromkreise wie
Gleichspannungswandler. Der Transistor kann filr hohere
Dissipation mit einer Kiihlschelle verwendet werden

. max 15,7 min37 __,
. |
oF
2\ — -~
&y |%
—
) g
max15
le—— - R— —»
o725 Dimensions in mm
! Dimensions en mm
Tﬁﬁ } Abmessungen in mm

Cooling fin 56 200
Allette de refroi-

dissement 56 200
Kiihlschelle 56 200

Limiting values (Absolute max. values)
Caracteristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VCB = max. 60 V 3) -Ic (tav = max. 20 msec) = max. 125 m&

-VcBM = max. 60 V |zcy| = max. 250 mA
-VCE = max. 60 V2)*) IE (tay = max. 20 msec) = max. 125 mA
-VeEM = mex. 60 V ) |Tmy = max. 250 mA
-VEBM = max. 10 V -1 (tay = max. 20 msec) = max. 20 mA
See page D |TB| = max. 125 DA
Ptot Voir page D
Siehe Seite D

Continued on page 2; Continué sur page 2; Fortsetzung auf S.2

939 2380 Tentative data. Vorlaufige Daten s
9.9.1957 Caractéristiques provisoires.
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Limiting values (Absolute max. values). continued
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues), suite
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte), Fortsetzung

continuous operation
Ty service continu = max. 75 90
Dauerbetrieb

intermittent operation 5
T, service intermittent = max. 90 °c 7)

aussetzender Betrieb
Storage temperature
Température d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-559¢/-75 °C

])The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2)Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt

3)For derating curves at higher junctlon temperatures see
pages E, F and G
Pour les zourbes d'abalssement aux températures plus
hautes de la jonction voir pages E, F et G
Fir Reduktionskurven bei hdheren Kristalltemperaturen
siehe Sciten E, F und G

4)I-‘or derating curve at higher base 0o ground lmpedances
see page C
Pour courbe d'abaissement aux 1lmpédances plus hautes entre
base et masse voir page C
Fiir Reduktionskurve bei hoheren Impedanzen zwischen Basls
und Erde siehe Seite C

5)Tot.al duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon the
type of application
Durée totale 200 heures au max. la probabilité d'opération
optimum a cette température est aussi dépendante du genre
d'application
Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von der
Verwendungsart bestimmt

1 Tentative data. Vorlaufige Daten g
7 Caractéristiques provisoires
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Characteristics

Caractéristiques Tamp = 25 °C
Kenndaten

Common_base;_Base A la_masse; Basisschaliung

Min, Max.
-Icpo(-Veg = 10V ) = 4,5 <10 pa
-Iggo(-VEB = 10V ) = 4,5 <10 pA
to Bact 1 18 ma) 2350 ke/s

Common_emitter; Emetteur & la magse;_Emitterschaltung

-Icgo(-Vcg = 6V ) = 200 <600 pA
_ —VCE =60V ) _ i
e { VEE 2 0,5 W = 30/
1 -Vcg= 2V
3 {IE =0,5 mA} <15 aB

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

=
{mA)L ~Ig

135
1251+

|
|
|
|
1
1
|
|
4

3 VeV
AN ce V]
=IC =125 mA
the value at which -IC = 135 mA when =-Vgg=1 \')
-IB =< la valeur a laguelle -IC = 135 mA si -Veg=1V
i der Wert bei dem ~Ic = 135 mA wenn -VCE=11V
~VCEK € 0,4 V

1)I\roise factor measured at £ = 1000 ¢/s with an input source
impedance of 500
Facteur de bruit mesure a £ = 1000 Hz avec une impédance
de la source d'entrée de 500 Q
Rauschfaktor gemessen bei £ = 1000 Hz mit einer Impedanz
der Eingangsspannungsquelle von 500 Q

939 2382 Tentative data. Vorldufige Daten 34
5.5.1957 Caractéristiques provisoires
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Large sirnal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fir grosse Signale

-VCE IE -VBE(V) | @FE
(v) | (ma) Max. Min.
5,4 10 > 45
0,7 80 < 0,45 | > 30
0,7 125 ¢ 0,20 | 2. 25

1 250 5215

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air

without cooling fin and heat sink K < 0.4 °C/mW
with cooling fin type 56200 and
heat sink of at least 12.5 cm? K < 0.3 °C/mW

Augmentation de la température de la jonction en i'%ir
ibre
sans ailette de refroidissement et
sans plaque additionnelle de re-
froidissement K < 0,4 °C/mW
avec ailette de refroidissement
type 56200 et avec plaque addi-
tionnelle de refroidissement de
12,5 cm? au moins K < 0,3 °C/mW

Temperaturerhdhung des Kristalls in freier Luft

ohne Kiihlschelle und ohne 2zusédtz-

liche Kiihlfl&che K < 0,4 °C/mW
mit Kiihlschelle Type 56200 und

mit zusdtzlicher Kihlfl&dche von

mindestens 12,5 cm? K < 0,3 °C/mW

939 2383 Tentative data. Vorldufige Daten 4.
Caractéristiques provisoires
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Determination of the peak power ratings

For a pulse duration, shorter than the temperature stabi-
lisation time
Ty max ~ Tamb - Kj-amp X P

Pp Kt

For a pulse duration, longer than the temperature stabi-
lisdation time

_ Tj max ~Tamp _ ,
Pp Kj-amb

t

—

—» t

% .

t = pulse duration

tq = pulse period

§ = t/t1 = duty factor

B = constant power dissipation

Pp = permissible pulse power dissipation over P

Ky, = function of t and § (see page H)

Ky-amp = value of Kt for durations longer than the temper-
ature stabilisation time 1

Ty = maximum permissible junction temperature

Tamb = ambient temperature

Temperature stabilisation time = 300 sec (see page H)

Example: to determine the peak power rating for P = 150 miW;
t = 1 msec, 8§ = 0.02 and Tagp = 25 °C

From t = 1 msec and § = 0.02 it follows that
Kt = 0.0075 oC/mW (see page H).

_ 75 -25 - 0.3 x 150
Pp = 075 50 ~ 665 oW

1) Kj-amb is the thermal resistance between Jjunction and

ambience (with cooling fin and heat sink of at least
12.5 cm? Kj-agb = max. 0.3 °C/mW, see page 4)

4.4,1963 722 1754
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Détermination des valeurs limites des puissances de créte

Pour une durée d'impulsion, plus courte que la durée pour
la stabilisation de la temperature

By = Ty max = Tamb = Kj-agp' X P
Xy

Pour une durée d'impulsion, plus longue que la durée pour
la stabilisation de la temperature

_ Tf max_~ Tamb _
Kj-amb

Pp =

— >

= durée de 1'impulsion

tq = période de 1l'impulsion

5 = t/t; = facteur de marche

P = dissipation de puissance continue

Pp = dissipation de puissance d'impulsion admissible
au-dessus de P

Ky, = fonction de t et § (voir page H)

Kj-amb = valeur de Kt pour une durée plus longue que la
durée pour la stabilisation de la temperature 1)

T4 max = température des jonctions maximum admissible

Tamp = température ambiante

Durée pour la stabilisation de la température = 300 sec

(voir vage H

Exemple: Déterminer la valeur limite de la pulssance de
créte pour P = 150 W, t = 1 msec, 6§ = 0,02 and
Tamb = 25 OC
Pour t = 1 msec et § = 0,02 on peut lire de 1
rage H que Kt = 0,0075 OC/mW

I1 en résulte: Pp = 1252350.9%150  g65 my
’

1) Kj-amp €st la résistance thermique entre les jonctions
et l'ambiance (avec ailette de refroidissement et
plaque de refroidissement de 12,5 cm2 au moins Kj-amb =
max. 0,3 OC/m¥, voir page 4).

722 0968 6
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Bestimmung der Grenzwerte von Impulsleistungen

Fir eine Impulsdauer, kiirzer als die Zeit zur Temperatur-]
stabilisierung ist
Pp = Ty max - Tﬁmb - Kj-amb X P
t

Fir eine Impulsdauer, lénger als die Zeit zur Ausgleichung|
der Temperatur ist

T - 1B
Bp = J max amd _ p

Kj-amb
p
y t]
T f
I
V
Fo
il v
7 77
i —t
= Impulsdauer
t1 = Impulsperiode
§ = t/ty = Arbeitsfaktor
P = konstante Verlustleistung
Pp = die iiber P hinaus erlaubte Impuls-Verlustleistung
Ky, = elne Funktion von t und § (siehe Seite H)

Kj-amb = Wert von K¢ fiir eine Lingere Dauer als die Zeit
zur Ausgleichung der Temperatur 1)

Ty max = max. erlaubte Kristalltemperatur

Tamd = Umgebungstemperatur

Zelt zur Ausgleichung der Temperatur = 300 Sek. (siehe

Seite H)

Beispiel: Der Grenzwert der Impuls-Verlustleistung zu
bestimmen, wenn P = 150 mW, t = 1 mSek, &§ = 0,02,
und Tamp = 25 °C
Fir t = 1 mSek und § = 0,02 ist nach Seite H

Kt = 0,0075 °C/mW

_ 75 =25 = 0,3x150
Damit wird Pp = —2__-_67557%2—_——' ~ 665 oW

1) Kj-amb is% der thermische Widerstand zwischen Kristall

und Umgebung (mit Kiihlschelle und Kiihlplatte von
windestens 12,5 cm? 1st Kj-app = max. 0,3 °C/mW,
siehe Seite 4).

1.1.1962 722 0969
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Common emitter

Emetteur d la masse
7R05552 300 Emitterschaltung
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250 7R05555
[ 1Piot max=max. permissible total dissipation ‘17‘3 76 13-6-'57
1Psotmax =dissipation totale admissible au max. [
| _{"totmax
—Ftot =maximal erlaubte Gesamtverlustleistung

Olmax
1
|
| I
\
200 a:Without cooling fin
Protmax Sgns ailette de refroidissement
Ohne Kiihlschelle
(mw) b:With cooling fin 56200 and heat sink
of at least 12,5cm2.
Avec ailette de refroidissement. 56200
p-II| montée a une plaque de refroidissement
N de 12,5cm2 au moins. 3
150 \\ Mit Kuhlschelle 56200 auf einer zusdtz-
Ilchetn A;uhlflache von mindestens 12,5cm?2
! montiert. . |
| b % [
l N |
a
N
N
100
N
N
‘\\
50 \\
AN
\&
0
25 45 65 85 Tamb(C)

D
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—l—
~ $ D __7R05564
§ S[0877 20-6757 {Derating curves for the limiting value
2 S Clof —VC when switching from a thermally|
SES stable’,,0n’condition to an unstabilised
=88 ,,Off” condition.
ﬁsg Courbes de réduction pour 1a valeur 1i-
i mite de —! ﬁ_dans le cas de commutation
e SRS d’une cond /Sn ,,EN circuit” thermique -
§§28 ment stable d une condition ,,Hors cir-
— cuit” non-stabilisée.
Ny Reduktjonskurven fiir den Grenzwert
— von —VC wenn von einem thermisch
stabilen Zustand ,,Ein” nach einem
nicht stabilisierten Zustand ,,Aus”
:F umgeschaltet wird.
50
\ Tamb=35°C
\
40 A
\
30
‘l\ r 0
NP=a, mW} onou 1
oder +H
20 K—0,4°C/mW VBE;o’sy
i
1
K=0,3°C mW} =0vd
10 K=0,4°C/mW.
s S T
[
0 .
40 60 80 100 120
Lo Before switching
7}'(°C) Avant 1a commutation
Vor Umschaltung

5.5.1957 E
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7R05565

S-1Derating curves for the limiting value of — - when
AR Jsmtchmg from a thermally stable ,,0n"condition to
&jan unstabilised ,,0ff"” condition.

N_lCourbes de réduction pour la valeur limite de e .
Ndans le cas de commutation d’une condition ,,En circuit”

h Umschaltung

After switchir
ci

prés

Na

{A

_%Bmax (V)
S—Vegmax V]

"lnon-stabilisée.
_|Reduktionskurven fiir den_Grepzwert v -|§ wenn
—von_einem thermisch stabilen Zustand ,,han" ach einem| S—_—

i‘ thermiquement stable & une condition ,,Hors circuit”
- nicht stabilisierten Zustand ,,Aus” umgeschaltet wird.

Tgmb=45°C

N\ N-NK=03°C/mW| Ig=0
N TT 1 T1TT\ or,ou,
[TTTTIT( odt

er
K=04°C/mW|Vge=05V
T

v 4
Pa
A

£=0

NN K=a3°c/mw}—
K=0 °C/mW.

Joo~ |

] 11
I i 1 4

40 60 080 Before swit’g)l?in
7(°C) onp

Avant la commutati
Vor Umschaltung

F
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r e 7R05558
is—Derating curves for the limiting value of —Vo when
bTIswitching from a thermally stable ,,On” condition to
LA c .
m_lan unstabilised ,,0ff” condition.
S o-|Courbes de réduction pour la valeur limite de —V¢
t D/S-ldans le cas de commutation d'une condition ,En circult’]
PN O’ge 3 thermiquement stable G une condition ,,Hors circuit”
S E'Q [jnon-stabilisée.
ﬁg'ﬁ [|Reduktionskurven fiir den Grenzwert von —VC wenn
X Rvon_einem thermisch stabilen Zustand ,,Ein" nach
52:‘ einem nicht stabilisierten Zustand ,,Aus”umge=-
w . [ischaltet wird.
< ENEEENEE
¥ § S NN NN
< T T
==
x x
o
3
S8
Il
30
N
N
N
N
N N,
N\ &
20 \\
N —
N K=03°C/mW] “E=
. TTI7 1/1 [} On0d
™ r\-0,4°C 'mW VBeZ0,5V
B \\‘
10 NK=03C/mW\ 1,
— A K=0:4°C/mW} Voe=0
0
40 60 80 100
SN o~ | Before switching
TJ( C){ Avant 1a commutation
Yor Umschaltung
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all glass con-
struction with metal envelope for class A output and
driver stages at battery voltages up to 12 volts

TRANSISTOR A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p, en con-
struction tout verre avec enveloppe metallique pour des
étages préamplificateurs et de sortie classe A a des
tensions de batterie jusqu' a 12 volts.

p-n-p GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik mit Metallum-
hiillung fir Klasse A End- und Vorverstdrkerstufen mit
Batteriespannungen bis zu 12 Volt

, max 157 min37
cﬁ* ' W
e— ;; E} EE#
17 2‘ )
)—" ) X
03 [
—»t r4425 Dimensions in mm
T v g Dimensions en mm
| | Abmessungen in mm
1 X
F L -
|
=
\ Cooling fin 56 200
] Allette de refroi-
dissement 56 200

;::::)jr Kiihlschelle 56 200
5 Sea—, .-}
g
NS, X

') The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt bezeichnet den Kollektor

2) Not- tinned
Non-€tamé
Nicht verzinnt

9.9.1960 722 0211 1.
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l

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte

-Veg = max. 26V -I¢ = max. 300 mA
~Vog = max. 26 V') Ig = max, 310 mA
-Vgg = max. 67V See page E
Pc Voir page E
Siehe Seite E
‘continuous operation &
Tj< service continu = max. 75 °C
Dauerbetried
intermittent operation —_—
Tj{ service intermittent = max. 90 °C ¢)
aussetzender Betriebd
Storage temperature ° o
Température d'emmagasinage = =55 Cc/+75 c
Lagerungstemperatur
THERMAL DATA
Junction temperature rise to ambient temperature in free
air
without cooling fin or heat sink x £ 0.22 °c/mw
with cooling fin vertically in free < o
air or mounted on board = 0.15 “C/mW
with cooling fin type 56200 on heat < o
sink of at least 12.5 cm? = 0.09 “C/mW

Données thermiques: voir page 3
Thermische Daten: siehe Seite 3

1) See also page D. Voltage excursion up to this value will

not cause distortion due to curvature of the output
characteristic .

Voir aussi page D. Modulation de la tension jusqu'a
cette valeur n'entrainera pas de distorsion par suite
de la courbure de la caractéristique de sortie

Siehe auch Seite D. Spannungsaussteuerung bis zu diesem
Wert wird keine Verzerrung infolge Kriimmung der Aus-
gangskennlinie zur Folge haben

2) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon
the type of application ,

Durée totale 200 heures au max. La probabilite de foncti-
onnement optimum a cette température est aussi depen-
dante du genre d'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von

der Verwendungsart bestimmt.
722 0212 2.
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Thermal data: see page 2
DONNEES THERMIQUES

Augmentation de la température de la jonction au. regard
de la temperature de l'ambiance a 1l'air libre

Sans ailette de refroidissement
et sans plaque additionnelle de
refroidissement K

Avec ailette de refroidissement
verticalement a 1l'air libre ou
monte a une plague isolante K

Avec ailette de refroidissement
et avec plaque additionnelle de
refroidissement de 12,5 cm? au
moins K

THERMISCHE DATEN

Temperaturerhdhung des Kristalls in bezug auf die Umge-
bungstemperatur in freier Luft
ohne Kiihlschelle und ohne < o
zusidtzliche Kiihlfliche X = 0,22 “c/mw
mit Kihlschelle senkrecht in
freier Luft oder montiert an < 8
einer isolierenden Platte K = 0,15 “C/mw

mit Kiihlschelle montiert an
einer zusdtzlichen Kihlplatte

A

0,22 °c/mw

A

0,15 °c/mw

A

0,09 °c/mw

von mindestens 12,5 cm? x & 0,09 °c/mw
Characteristics o unless otherwise specified
Caractéristiques Tamb = 25 °C < sauf indication différente
Kenndaten wenn nicht anders angegeben
-Icgo (-Vgg= 12V) = 10 < 20 pa
_ -Vcg = 12.V] _
IcBO 1y = 6o°c} = 120 < 330 pA
-Igg0 (-Vgg= 6V) = 7 < 20 pa
-V Ig -15 (mA) -Vgg (uwv) ')
(v) (ma) = min. max. = max.
6 50 0,8 >0,45 <1,45 240 <320
0,5 300 7,0 > 3,5 12,5 500 <850

1) -VBE decreases with about 2.3 mv/°C at increasing tem-
peratures

A des températures montantes -VBg se diminue d'environ
2,3 mv/gc

Bel steigender Temperatur nimmt-Vpy um etwa 2,3 mV/°C ab

9.9.1960 722 0213 3. ¢
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite
Kenndaten (Fortsetzung
Column I: Setting of the transistor and typical (average)
~ measuring results of new transistors .
II: Characteristic range values for equipment design
Colonne ‘I: Valeurs pour le réglage du transistor et les
résultats moyens de mesures de transistors peufs
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'etude
d'équipements
Spalte I: Einstelldaten des Transistors und mittlere Mess-
ergebnisse neuer Transistoren
IT: Charakteristischer Wertbereich flir Gerdtentwurf
6 unless otherwise specified
Tamh = 25 C sauf indication contraire
wenn nicht anders angegeben
2 N - B L -
-Vgg = 6 | v -Veg = 6 v
Tamp = 60 | °c -Ig = 101 mA
-Iggo = 100 : < 300 pA rpp' = 50 : < 100 @
| |
-VeB 6 | v -VeE = 61 v
g = 5.1 mA -Ig = 51 mA
£ = 1] xe/s hpg = 50 |25-125
| -Veg = 61 v
~Veg = 6 : v -Ig = so: mA
=Ic = 50 mA hpg = 60 |40-100
fge = 16 |° > 8 ke/s |
1 -Veg = 11 v
Vg = 6 | v -Ig = 300 | mA
-Ig = 5 mA hyg = 40 | 25-75
-Vgg = 160 [125-180 mV ') 1
! -Ig = 300 : mA
-Is = 2) 1
—vCEK = 0,35 | 0,6V
1) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3
2) the value at which -I¢ = 330 mA waen -VCE = 1 V|
-Ig =<{1la valeur a laquelle -Ig = 320 mA lorsque
_V(GE =17V
der Wert bei dem -Ig = 330 mA wenn -Vgg = 1 V

722 0214 4.
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Characteristics (continued) o
Caractéristiques (suite) Tamp = 25 C
Kenndaten (Fortsetzung) |

|

oL IT
Vg = 9 v
1
Rg = 27 | Q")
hre (-Ig = 300 ma) _ ‘
Frer— = 0,45 :

Operating characteristics as class A amplifier (based on
Ktot ,= 0.09 ©C/mW)

Caracteristiques d'utilisation en amplificateur classe A
(admis que Ktot = 0,09 °C/mW)

Betriebsdaten als Klasse A Verstdrker (basiert auf Ktot
= 0,09 °oC/mW

The value of Rg is based upon full interchangeability of
the transistor and upon such a stabilisation of the cur-
rents that at Tamb = 45 OC resp. 55 °C the junction
temperature Tj = 75 OC resp. 90 °C is not_exceeded

La valeur de Rg a eté choisie de telle maniere que le
transistor soit interchangeable et que la stabilisatign
des courants soit telle gu'a Tamb, = 45 OC resp. 55 °C
%8 ggmperature de la jonction ne dépasse pas 75 ©C resp.

Der Wert von Rg ist derartig gewdhlt worden, dass der
Transistor auswechselbar ist und dass die Stromstabili-
satlon derartig ist dass bei Tamb = 45 ©OC bzw. 55 °C die
Kristalltemperatur einen Wert von 75 ©C bzw. 90 ©C nicht

liberschreitet Too _ 12 7
Tamb = 25 °C -Ig = 27 mA
Rq = 2,7 kQ

S i Rp = 820 Q

| Rg = 82 Q

c_ . R = 340 Q

Py = maX, 120 oW

Vee Ipm (P = max.)= max. 0,75 mA
i Iim (Po = max.)= max. 1,0 mA

| dtot(Po = max.)= 7%

1000uF | : - W)= 0,60 mA

';+ Iim (Po=100 m-v)< 0195 vy

W= 6,5 %

a0t (Po=100 mi)g 3%

]) Collector resistor, for A.C. short-circuited
Résistance extérieure du collecteur, en court-circuit
pour courant alternatif
Ausserer Kollektorwiderstand, fiir Wechselstrom kurzge-
e

9.9.1960 722 0215 5.
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GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type in all-glass con-
struction with metal cover for switching and pulse-
oscillatlng circuits

TRANSISTRON A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en con-
struction tout verre avec enveloppe métallique, ,bour des
circuits de commutation et d'oscillation pulsée

D-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR in Allglastechnik mit Metall-
umhiillung fiir Schalt- und Impu150521llatlonsstromkreise

h max 15,7 min37
E ) Y W
5 5 S
¢ H =
— z)J 2
max 1,5 =
[P
03 [ 75 Dimensions in mm
T | Dimensions en mm|
} Abmessungen in mm
7>}
& '
9
B
Cooling fin 56 200
Ailette de refroi-
dissement 56 200
g - Kihlschelle 56 200
. 0|
v

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

=Vgp = . 32V -Ip (tay = max. 50 msec) = max.300 mA
-Vog = max. 32V -Ioy = max.600 mA
-Vgg = max. 20V Ig (tay = max. 50 msec) = max.340 mA
Pg = max. 550 mW ) Ipy = max.630 mA
-Ig (tay = max. 50 msec) = max. 40 mA
-IBM = max.200 mA

Continued at page 2
Continué sur page 2
Fortsetzung auf Seite 2

') The red dot indicates the collector
Le point rouge marque le collecteur
Der rote Punkt indiziert den Kollektor

2) Not tinned; non-étamé; nicht verzinnt
3) Tamp = 25 °C

938 3522 Tentative data. Vorliufige Daten 1
3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Limiting values (Absolute max. values), continued

Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues), suite

Grenzdaten (Absolute Maximalwerte), Fortsetzung
continuous operation o

T service continu = max. 75
Dauerbetrieb

_{1ntermittent operation
T5

C

service intermittent =max. 60°% ")
aussetzender Betrieb

Storage temperature
Temperature d'emmagasinage
Lagerungstemperatur

-5590/475°¢C

Junction temperature
Température de la jonction
Kristalltemperatur

Junction temperature rise in free air

without cooling fin and heat sink K S 0.22 °c/mW
with cooling fin type 56200 and < o
heat sink of at least 12.5 cm2 K= 0.09 “C/mW

Augmentation de la température de la jonction
en 1l'air libre

sans ailette de refroidissement
et sans plague additionnelle de
refroidissement K
avec ailette de refroidissement
type 56200 et avec plaque addi-
tionnelle de refroidissement de < °
12,5 cm? au moins K= 0,09 “c/mW

Temperaturerhdhung des Kristalls in freier Luft

ohne Kiihlschelle und ohne zusdtz- < Op /o
liche Kiihlfliche K= 0,22 ~C/ui
mit Kiihlschelle Type 56200 und
mit zusdtzlicher Kiihlfl&che von
mindestens 12,5 cm? K

A

0,22 °c/mW

(P2

0,09 °c/mw

') Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance at this temperature is also dependent upon
the type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilite d'opé-
ration optimum & cette température est aussi dépendante
du genre d'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung bei dieser Temperatur wird auch von|
der Verwendungsart bestimmt

938 3523 Tentative data. VorlZufige Daten i
Caractéristiques proviscires
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Characteristics

Caractéristiques Tamb = 25 °C
Kenndaten

-Iggo (-Vgp = 12 V) S nex. 20 ﬁﬁ
-Icgo (-Vop = 12 V; Tapp = 60 °C) = max. 330 pA
—IEBO (_VEB =6V : max. 28 tﬁ
-Vop (-Igpo= 50 wA; Iz = 0) =min. 32V
Vgg (-Iggo= 50 w4; IE = 0) = min. 20V
-Vgg (-Vgp =327V ; Ig = 0) = max.0,55 V ')
Top ('VCB £ 67 ; Ig = 50 mA) = 2 Mc/s
Common_emitter; Emetteur & la masse;_ Emitterschaltung
~Vog (-Ic =600 mA; Vgg = O V) =min. 32V ?)
Tpp! (-VCE = 6V y IE = 1 mA) = 60 Q 3)

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

o (=S S

—v —Vee (V)
CEK
-Ic_ = 0,6 A
the value at which -Ic = 0,66 A when -VCE = 1V|
-Ig = <la valeur a laquelle -I¢ = 0,66 A si -Vgg =1V
der Wert bei dem -Ig = 0,66 A wenn -VCE = 1V
=Vegg = 0,4V <0,y V
1) Floating poténtial
Potentiel flottant
Schwimmendes Potential
2): Measured under pulse conditions
Mesuré a 1'aide d'impulsions
Mit Impulsen gemessen
3) See page 4; voir page 4; siehe Seite 4
938 3524 Tentative data. Vorldufige Daten 3.

3.3.1959 Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued) o
Caractéristiques (suite) Tampb = 25 °C
Kenndaten (Fortsetzung)

Common_emitter; Emetteur 4 la masse; Emitterschaltung

.Large signal characteristics
Caractéristiques pour grands signaux
Kenndaten fiir grosse Signale

apg (Ig = 50 mA; -Vgg = 6 V) = 180
ayg (Ig = 600 mA; Vg = 0 V) 85
-Vpg (Ig = 600 mA; Vg =0V) = 0,6V

3) From page 3; de la page 3; von Seite 3

Test method for the intrinsic base resistance ryb'

Méthode d'essai pour la résistance intrinséque de la base
rby!'

Verfahren zur Priifung des inneren Basiswiderstandes rpy:

C f=0,5Mc/s
max 2Veff

The collector must be screened statically from the
rest of the circuit. D.C., working point of the tran-
sistor: -Vgg =6V, Ig= 1 mA
In position 1 the reading of the H.F. voltmeter is
ad justed to a certain value. In position 2 the reading
of the voltmeter is adjusted to the same value with
the aid of the variable resistor R. Now the value of
Tpp' 1s the same as that of R

Le collecteur doit étre blindé d'une fagon électrosta-
tique du reste du circuit. Point de fonctionnement du
transistron: -Vcg = 6 V, Ig = 1 mA
Dans la position 1 la lecture du voltmétre H.F. est
reglee a une certaine valeur. Dans la_ positlon 2 le
voltmetre est réglé a la méme valeur a 1'aide de la
resistance variable R. La valeur de rpp' est alors
égale a la valeur de R

Der Kollektor muss elektrostatlsch von der ibrigen
Schaltung abgeschirmt werden. Arbeitspunkt des Tran-
sistors: =VCE = 6 V, IE = 1 mA
In Stellung 1 wird der HF-Voltmeter auf einen gewissen
Wert eingestellt. In Stellung 2 wird der Voltmeter mit
Hilfe des verznderlichen Widerstandes R auf denselben
Wert eingestellt. Der Wert von rppt ist dann gleich dem
Wert von R

938 3525 Tentativg data. Vorldufige Daten . 4.
Caractéristiques provisoires
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GERMANIUM p-n-p ALLOY TRANSISTOR for use in high speed
industrial switching applications, digital computers
and high quality audio amplifiers R 9

'TRANSISTOR ALLIE AU GERMANIUM du type p-n-p pour utilisation
dans les applications industrielles de commutation a
grande vitesse, dans les machines a calculer numeriques
et dans les amplificateurs basses fréquences de haute
qualite

p-n-p-GERMANIUM-LEGIERUNGSTRANSISTOR zur Verwendung fiir
industrielle Schaltzwecke hoher Geschwindigkeit, in
numerischen Rechenmaschinen und in Tonverstdrkern ho-
her Qualitdt

Dimensions in mm
Dimensions en mm

Abmessungen in mm max95, min 37,
c— -~ C
eimtl==

e~}
8 e ==

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeB = max. 32V
~Vog (+Vpg > 500 ov) = max. 32V ?)
-VEB = max. 12V
-Ic (tav = max. 20 msec) = max. 0,5 A
=Ioy = max. 2,0 A
see page G
Piot { voir page G
siehe Seite G
Ty = max. 90 °C

Storage temperatufe
Température d'emmagasinage= -559C/+75°C
Lagerungstemperatur

1 Interlead shield and metal case
Boitier métallique et blindage entre les connexions
Metallgehduse und Abschirmung 2zwischen den Anschliissen

2) See also page F
Voir aussi page F
Siehe ‘auch Seite F

722 0993 Tentative data. Vorl&dufige Daten 1.
2.2.1962 Caracteristiques provisoires -
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Thermal data. Thermal resistance from
junction to ambience in free air K = max. 0.22 oC/mW

junction to case K = max. 0.06 °C/mW

Données thermiques. Résistance thermique
entre les jonctions et 1'amblance a
1'air libre K = max. 0,22 °C/mW

entre les jonctions et le boitier K = max. 0,06 OC/mW
Thermische Daten. Warmewiderstand
zwischen Kristall und Umgedung in
freier Luft K = max. 0,22 °C/mW
zwischen Kristall und Geh&use 'K = max. 0,06 °C/mW

Characteristics range values for equipment design |

Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1'étude d'equi-
pements

Kenndatenbereiche filir Gerdtentwurf

Ty=25 oc

-Vgp =24V -VCcE = 2V
-Iggo = 40 WA < 150 wA -Igc = 100 mA

-VBg = 0,27 V < 0,35V
-Vgs =327V
-Igcpo = 50 pA < 350 pA -VCE = 6V

-I¢ = 100 mA
-VEB =10V npg = 180 > 50
-IEBo = 20 pA < 100 pA
-VeE = 27
-I¢ = 100 mA

résistance de base intrinséque= 80 Q
innere Basiswiderstand

frequency at which |hre| = 1

intrinsic base resistance
Tob!

4 fréquence a 1aquellelhfe|= 1 =1,3 Mc/s
Frequenz bei der |hpe| = 1
intrinsic transconductange',

gm transconductance intrinséque = 4,0 mA/V
innere Steilheit

-VeE = 6V

Ig = 0 mA
feedback capacitance

Cbh'c capacité de reaction = 170 pF
Riickwirkungskapazit&t

722 0994 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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7200563
1" = region of permissible operation with I < O
1 = région de fonctionnement admissible si Iy < O
1.= zuldssiger Verwendungsbereich wenn IB < O
.2 = additional region of permissible operation when
,the transistor is cut-off
2 = région additionnelle de forictionnement si le
transistor est bloque
2 = hinzukommender zul#ssiger Verwendungsbereich '
wenn der Transistor gesperrt ist
2 C122 28—6-1961
11 |
—IC
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00
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GERMANIUM p-n-p ALLOY TRANSISTOR for use in high-speed
industrial switching applications and in digital com-
puters, particularly as pulse generator for a ferrite
store

TRANSISTOR ALLIE AU GERMANIUM du type p-n-p pour utilisa-
tion dans les applications industrielles de commutation
a grande vitesse et dans les machines a calculer numéri-
ques, notamment comme générateur d'impulsions pour une
mémoire a ferrite

p-n-p-GERMANIUM-LEGIERUNGSTRANSISTOR zur Verwendung fir
industrielle Schaltzwecke hoher Geschwindigkeit und in
numerischen Rechenmaschinen, besonders als Impulsgenerator
fir einen Ferritspeicher

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm max 95, min 37

(&

B 4 El EEQEEE;%
2
S

e |’
3

122—
4,86

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VcB = max. 50 V
-Vog (+Vpg > 500 mv) = max. 50V 2)
-V = max. 15V
-I; (tay = max. 20 msec)= max. 0,5 A
-Icu = max. 2,0 A
see page H
Piot voir page H
siehe Seite H

Storage temperature
Température d'emmagasinage = -55°C/+75°C
Lagerungstemperatur

Ty = max. 90 °C

) Interlead shield and metal case
Boitier metalllque et blindage entre les connexions
Metallgehduse und Abschirmung zwischen den Anschliissen

2) see also page G
Voir aussi page G
Siehe auch Seite G
742 0925 Tentative data, Vorlaurige Daten 1.
962 Caractéristiques provisoires
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Thermal data. Thermal resistance from
junction to ambience in free air K = fiat. 0.22 °C/mW

Junction to case K = max. 0.06 °C/mW

Données thermigues. Résistance thermique
entre les jonctions et l'ambiance a o
1'air libre K = max. 0,22 °C/mW

entre les Jjonctions et le boitier K = max. 0,06 OC/mW

Thermische Daten. Wdrmewiderstand
zwischen Kristall und Umgebung in
* freier Luft K = max, 0,22 OC/mW

zwischen Kristall und Gehduse K = max. 0,06 °C/m¥

Characteristics range values for equipment design

Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1'étude d' équi-
pements

Kenndatenbereiche fir Gerdtentwurf

Ty =25 og

-VgB = 0V -VCE = 2V
-Icgo = 20 pA < 100 upA -Ic = 100 mA

-VBg = 0,27 V< 0,35V
-VgB = 12V
-Iggg = 20 pA < 100 pA -VeE = 6V

-Ic = 100 mA
-Veg = 50V hpg = 160 > 50
VBE = 1,57V
-Ic =0,25mA < 2 mA

Collector knee voltage
Tension de coude du collecteur
Kniespannung des Kollektors

—Ig

% —Vee (V)

s
—Veex

-Ig = 400 mA

the value at which -Ig 440 mA when -VCE
la valeur a laquelle -Ig = 440 mA si =-Vgg =
der Wert bei dem -Ig = 440 mA wenn -VCE =
-VCEK = 0,35 V

722 0996 Tentative data. Vorldufige Daten 2
Caracteristiques provisoires
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Typical parameters
Parametres types

Kenngrossen
-VCcE = 27
-I¢g = 100 mA
intrinsic base resistance 4
Typ! résistance de base intrinséque = 804q ")
innere Basiswiderstand
frequency at which |hre| = 1
fy fréquence a laquelle|hrel = 1 = 1,5 Mc/s
Frequenz bvei der |nre| = 1
intrinsic transconductance
&n transconductance intrinseque = 4,0 mA/V
innere Steilheit
-VCE = 6V
Ig = 0 mA
feedback capacitance
cyp! capacité de réaction = 170 pF
Rickwirkungskapazitdt

Operating characteristics for gating large current pulses

Caractéristiques d'utilisation comme porte pour des impul-
sions de courant élevé -

Betriebsdaten als Tor fiir grosse Stromimpulse

30 turns

N1=N2= 30 spires
30 Windungen

~VoRM = 2,4 V< 3,0V

)When the transistor is used under pulsed conditions, the
intrinsic base resistance is considerably reduced
Si le transistor est utilise avec des impulsions, la
résistance de base intrinseque est diminuée considé-
rablement
Wenn der Transistor mit Impulsen betrieben wird, ist
_ der innere Basiswiderstand stark verringert

722 0997 Tentative data. Vorldufige Daten 3.
2.2.1962 Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics for gating large current pulses
(continued)

Caractéristiques d'utilisation comme porte pour des impul-
sions de courant élevé (suite)

Betriebsdaten als Tor fir grosse Stromimpulse (Fortsetzung)

A
\

Ie
(mA)

350

0
P e e — ‘

The base current pulse is applied 1 psec before the gating
pulse to ensure that the transistor is fully bottomed
and -Vpogy 1is kept to a minimum ,

L'impulsgon de courant de base est appliquée 1 psec avant
1'impulsion de courant d'emetteur pour assurer que le
transistor est surexcité complétement et -Vcgy est tenue
au minimum

Der Basisstromimpuls wird 1 uSek vor dem Emitterstromimpuls
zugefiihrt, damit der Transistor ganz iibersteuert und -Vgogy
so klein wie mbglich gehalten werden

722 0998 Tentative data. Vorldufige Daten. 4.
Caractéristiques provisoires
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reglon of permissible operation with I < 0
region de fonctionnement admissible si Iy < 0
zuldssiger Verwendungsbereich wenn IR <O

= additional region of permissible operation when

the transistor is cut-off

région additionnelle de fonctionnement si 1le
transistor est bloqué

hinzukommender zulédssiger Verwendungsbereich
wenn der Transistor gesperrt ist

0C123 26—6—1961

2.2.1962
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GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the n-p-n type with sym
metrical structure in all-glass construction for high-
current, high-speed comiuter switching applications

TRANSISTOR AU GERMANIUM JONCTIONS du type n-p-n, de
structure symétrique et en construction tout-verre pour
application comme commutateur de grande vitesse a courant
€levé dans les machines a calculer.

n-p-n GERMANTUM-FLECHENTRANSISTOR symmetrischer Struktur
in Allglastechnik fiir Schaltzwecke grosser Geschwindig-
keit und hoher Strdme in Rechenmaschinen.

The red dot indicates the preferred

collector side

Dimensions in mm Le point rouge indique le cbté préféré
Dimensions en mm du collecteur
Abmessungen in mm Der rote Punkt bezeichnet die bevor-
zugte Kollektorseite

max15 ., min37

-
|

2
B NS,
Cﬂﬂ Ey 1]

max 1.5

Limiting values (Absolute max. values)
Caracteéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Vep = max. 20 V I = max. 250 mA
Veg = max. 20 V%) -Ig = max. 250 mA
Vg = max. 20 V IBn = max. 250 mA
Ty = max. 75 °C Ip(tay = max. 20 msec)= max. 40 maA

T3 max = Tamp
Ptot = max. %

Storage temperature ° °
Temp€rature d'emmagasinage = -55 °C/+75°C
Lagerungstemperatur

') Not tinnea
Non-étamé
Nicht verzinnt

2) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

1.1.1962 722 0970 s 2
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Thermal data. Thermal resistance
from junction to ambience in
free air K
from junction to case with in- ¢
finite heat sink K =

Données thermiques. Résistance
thermique :
entre les jonctions et 1'am-
biance a l'air libre K
entre les jonctions et le boi-
tier avec plaque de refroidis-
sement infinie K

Thermische Daten.Warmewiderstand

Zwischen Kristall und Umgebung
in freier Luft K

zwischen Kristall und Gehduse

mit unendlich grosser Kihl-
platte K

A

A nA A

nm

') page 1, Seite 1.

0.

35 °c/mW

0.2 °c/mW

0,35 °c/mW
0,2 °c/mW
0,35 °c/mW

0,2 °c/mw

This value is permissibdle at -VBE 2 0.2 V. See also
page E. During switch-off transients with inductive
load, it may occur that Vcg > 15 V. This is permitted,
provided the inductive load is less than 250 pH and

0.2V <~-VBg <2V.

Cette valeur est permlse‘é -VBE 2 0,2 V. Voir aussi
page E. Pendant les phénomenes transitoires accom-
pagnant la mise hors circuit a charge inductive il
peut se presenter que Vcg > 15 V. Cecl est permis,

si la charge inductive est moins
0,2 V<-Vpg <2V, N
Dieser Wert ist erlaubt wenn -VRE = 0,2

de 250 upH et

V. Siehe auch

Seite E. Wdhrend der tusgleichsvorgéidnge nach den)
Ausschalten mit induktiver Belastung kann es vorkommen

dass Vgg,”> 15 V. Dies 1ist erlaubt wenn
Belastung kleiner als 250 pH 1ist und

die induktive

0,2 V<-VBg <2V,

722 0971

2.
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Characteristics

Caractéristiques Tamp = 25 °C
Kenndaten
Ve = 57V -Ig = 200 mA
Icgo = 0,3 pA < 3 pA Vcg= 0OV
Iz =6,0mA < 13,5 mA
Vgg = 57V
Iggo = 0,3 pA < 3 pA -Ig = 200 mA
Ve = oV
=g~ = 13 mA ~Vgp = 350 @V < 750 oV
Ve = oV
> 180 pA
Ip =350 WA oy5 pa

punch through voltage
Vpp tension de perforation >20V
Durchschlagsspannung
Characteristics range values for equipment design
Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1'étude d'équi-
pements
Kenndatenbereiche fir Gerdtentwurf

& unless otherwise specified
Tamp = 25 C sauf indication différente
wenn nicht anders angegeben

Ve = 5V VEg = 5V

Tamp = 60 °C Tagp = 60 °C

Icpo = ‘ 6 upA < 35 pA Iggo = 6 pA < 35 pA
Vgg = 20V VEB = 20V

Tamb = 60 °C Tamp = 60 °C

Icgg = 7 A < 100 WA Igpo = 7 wA < 100 pA
I = 7,5 mA Ic = 7,5 mA

Iz = 0,38 mA Iz =0,38 mA

Veg = 50 mV < 175 mVv VBg = 200 mV < 300 mV
Ic = 50 mA Ic = 50 mA

Ip = 3,1 mA I = 3,1 mA

Vgg = 60 @V < 220 mV Vg = 300 mV < 500 mV

1,1.1962 722 0972 5.43__
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Characteristics range values for equipment design (con-|

tinued)

Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1'étude d'équi-

pements (suite

Kenndatenbereiche fiir Geritentwurf (Fortsetzung)
Tamp = 25 °C
Ic = 250 mA Ve = 5V
VgRB = 2V -Ig = 3 mA
Vog = > 15 vh) £  =0,5Nc/s
Ven - 5 ¥ Cyre 20 pF < 30 pF
-Ig = 3 mA VeB = 5V
£12) = 6Mlc/s >3,5M/s -Ig = 1 mA
£ = 1 kc/s
F = 5 dB < 18 dB

Transient behaviour
Phénomenes transitoires
Ausgleichsvorgénge

‘Time constant with current feed

Constante de temps avec alimentation par courant
Zeitkonstante mit Stromspeisung

Vce =0,75V
Ty = 200 mA
Te %) = 1,3 usec < 1,75 usec

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation par tension
Zeitkonstante mit Spannungsspeisung

Vecg = 5V
Icy = 1 mA
Ty = 0,1 usec < 0,15 usec

Measured with pulses to prevent excessive dissipation

Mesur€ avec des impulsions pour prévenir une dissipation
excessive .

Zur Vermeldung einer livermdssigen Verlustleistung
gemessen mit Impulsen

Frequency at which Ihfe] =1
Fréquence a laquelle |hpg| = 1
Frequenz bei der |heg| =1

With normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

722 0973 4.
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I = pgrmissible area of operation
I = région de fonctionnement admissible
I = erlaubter Verwendungsbereich
IT = additional permissible area of operation when the
o~ transistor is cut-off
II = région additionnelle de fogctionnement admissible
si le transistor est blogque
II = hinzukommender erlaubter Verwendungsbereich wenn
der Transistor gesperrt ist
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GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the n-p-n type with sym-|
metrical structure in all-glass construction for high-]
current, high-speed computer switching applications -

TRANSISTOR AU GERMANIUM A JONCTIONS du type n-p-n, de
structure symétrique et en construction tout-verre pour
application comme commutateur de grande vitesse a courant
élevé dans les machines a calculer.

n-p-n GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR symmetrischer Struktur
in Allglastechnik fiir Schaltzwecke grosser Geschwindig-|
kelt und hoher Strome in Rechenmaschinen.

The red dot indicates the preferred
collector side
Le point rouge indique le c6té préféré
du collecteur
Der rote Punkt bezeichnet die bevor-

zugte Kollektorseite

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

e max15_ re mMin37 -,
E(c) g |
bl g =—I=N
ClE)—< By N T
Ul 2
max 15 S

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Kaximalwerte)

Vgp = max. 20 V Ig = max. 400 mA
Veg = max. 20 V3) -Ig = max. 400 mA
VEg = max. 20 V Ipy = max. 400 mA
Ty = max. 75 °C Ig(tay = max. 20 msec) = max. 40 mA
Tj max ~ Tamp

Ptot = max. K
Storage temperature o o
Temperature d'emmagasinage = -55 “C/+75 °C

Lagerungstemperatur

') Not tinned
Non-etame
Nicht verzinnt

2) see page 2; voir page 2; siehe Seite 2

1.1.1962 7Z2 0974 B
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—>| Thermal data. Thermal resistance

from junction to ambience in

free air

from junction to case with in-
finite heat sink X

Données thermigues. Résistance
thermique
entre les Jonctions et 1'am-
biance a 1l'air libre X
entre les jonctions et le boi-
tier avec plaque de refroidis-
sement infinie X

Thermische Daten.Wirmewlderstand

zwischen Kristall und Umgebung
in freier Luft K

zwischen Kristall und Geh&use

mit unendlich grosser Kiihl-
platte K

A

0.35 °C/uW

A

0.2 °c/mw

A

0,35 °c/mW

(P2

0,2 °c/mw

A

0,35 °c/uW

A

0,2 °c/mw

1) Page 1, Seite 1. N

This value is permissible at -Vpg = 0.2 V. See also
page E. During switch-off transients with inductive
load, it may occur that Vgg > 15 V. This is permitted,
provided the inductive load is less than 250 uH and
0.2V <=-VBg <2V. . N

Cette valeur est permise a -Vgg = 0,2 V. Voir aussi
page E. Pendant les phénomeneg transitoires accom-
pagnant la mise hors circuit a charge inductive il
peut se présenter que Vcg > 15 V. Cecl est permis,
si la charge inductive est moins de 250 pH et
0,2 V<=-Vgg <27V, N

Dieser Wert ist erlaubt wenn -Vpg = 0,2 V. Siehe auch
Seite E. Wahrend der Ausgleichsvorginge nach den
Ausschalten mit induktiver Belastung kann es vorkommen
dass Vgg > 15 V. Dies ist erlaubt wenn die induktive
Belastung kleiner als 250 pH ist und

0,2 V<=-VBg <2V.

— 722 0971 T 2.
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Characteristics

Caractéristiques Tagp = 25 °C

Kenndaten
Vgp =" o ¥
Ico = 0,5 pA <

VEB = 5V
Iggo = 0,3 uA <

-1g = 15 mA
Veg = OV
I =200 o |

3 kA

3 pA

100 pA
295 pA

_IE
VcB
Is

-Ic
VEB
Ip

-Ig

VeB
-VEB

tension de perforation >
Durchschlagsspannung

punch through voltage
VpT

2

0

200

3,0

200

5,0

200

320

v

-

mA

< 5,6 mA

< 9,5 mA

< 600 mV

Characteristics range values for equipment design

Gammes de valeurs deS caractéristiques pour 1'étude d'équi-

pements

Kenndatenbereiche fiir Gerdtentwurf

unless otherwise

specified

Tamb = 25 °C < sauf indication différente
wenn nicht anders angegeben

Veg = 5V VEB = 57V
Tamb = 60 °c Tamb = 60 °c
Icgo = 6 wuA < 35 pA  IgpQ = 6 pA < 35 pA
Ve = 20V VER = 20V
Tamb = 60 °C Tamp. = 60 °C
Icpo = 7 WA < 100 phA  Igpg = 7 BA < 100 paA
Ic = 7,5 mA Ic 7,5 mA
Iz = 0,165 mA Iz = 0,165 mA
Vop = 60 mV < 175 oV Vg = 200 mV < 250 mV|
Ig = 50 mA Ic = 50 mA
Iy = 1,25 mA IB = 1,25 mA
Ve = 70 mV < 220 mV VR = 250 oV < 380 mV|
Ic = 400 mA Ic = 400 mA
Ip = 20 mA I = 20 mA
Vcg = 150 @V <370 mV  Vgg = 450 aV < 900 mw
1.1.1962 722 0979 3. ¢ :
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Characteristics range values for equipment design (con-
tinued)

—> | Gammes de valeurs des caractéristigues pour 1'étude d'équi-

pements (suite) )
Kenndatenbereiche fiir Geratentwurf (Fortsetzung)

“Tamp = 25 °C
1o = 400 mA Veg = 57V
Vgr = 2V =Ig = 3 mA
v = > 157 f = 0,5 Mc/s
CE

cp'e = 20 PF < 30 pF
VCB = .5V
"IE = 3 mA VCB = 5 v
£, 2) = 124c/s >4,5¥c/s -Iz. = 1 DA

= 1 ke/s
F = 54dB < 18 dB

Transient behaviour
Phénomenes transitoires
Ausgleichsvorgédnge

Time constant with current feed .
Constante de temps avec alimentation par courant
Zeitkonstante mit Stromspeisung

Vcg =0,75V
Ioy = 200 mA
Te 3) = 1,3 psec < 1,75 usec

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation par tension
Zeitkonstante mit Spannungsspeisung

Vg = 5V
Icy = 1 mA
Ty = 0,1 psec < 0,15 usec

]) Measured with pulses to prevent excessive dissipation
Mesure avec des impulsions pour preévenir une dissipation
excessive
Zur Vermeidung einer iibermédssigen Verlustleistung ge-
gemessen mit Impulsen
Frequency at which |hre| =1
Fréquence a lagquelle |hfe| =
Frequenz bei der |hrg| = 1

With normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

JEN 722 0981

n

1

3

~




0C140

PHILIPS

B R "
R
S TERA TR
SR HEL :
wH [} £ |~
lnm <9 W
Illwla m o~
<Hv D)
mm
§[E7 S
0_ —_— g = - (1] Mflm| w
- [
O HH S
BE R S
1! 0
&\ \
VCEZ o)
0 >
|
=3
—
o

111962




PHILIPS

0C140

0€ (vw)8I ST 02 Sl 0y
00!
002
u uazuaibwons mn
| 2UDIN0D D SAPIUIIT mem o s
H spwy juslin
SEERaNG) 100€
J0GZ=9W0L
A0 =8N
_ C (yw)
1961-2i-S Swao Saeas ¥
: 007

00L00ZL



PHILIPS | oc140

7200762
: T 0ci40 5-12-16]
I
(mﬁ) 7<'me =25° C ! ! I
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7200777
10 ] I 0C139 5-12-19615
Icgo Eurrent limits E
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7200781

= reglon additionnelle de foqctionnement admissible

permissible area of operation

region de fonctionnement admissible
erlaubter Verwendungsbereich

additional permissible area of operation when the
transistor is cut-off

si le transistor est blogué
hinzukommender erlaubter Verwendungsbereich wenn
der Transistor gesperrt ist

1T [0C140 5-12-1961
| i
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GERMANIUM JUNCTION TRANSISTOR of the n-p-n type with sym-
metrical structure in all-glass construction for high-]
current, high-speed computer switching applications

TRANSISTOR AU GERMANIUM A JONCTIONS du type n-p-n, de
structure symétrique et en construction tout-verre pour
application comme commutateur de grande vitesse a courant|
e€leve dans les machines a calculer. .

n-p-n GERMANIUM-FLACHENTRANSISTOR symmetrischer Struktur
in Allglastechnik fiir Schaltzwecke grosser Geschwindig-
kelt und hoher Stréme in Rechenmaschinen.

The red dot indicates the preferred

collector side
Dimensions in mm point rouge indique le coté préféré
Dimensions en mm du collecteur
Abmessungen in mm

Der rote Punkt bezeichnet die bevor-
zugte Kollektorseite

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

Vop = max. 20 V Ip = max. 400 mA
Ve = max. 20 V2) -Ig = max. 400 mA
VEB = max. 20 V IByM = max. 400 mA
Ty = max. 75 °¢C Ip(tay ='max. 20 msec) = max. 40 ma
i Tj max - Tamb
Ptob = max. K
Storgge temperature o o
Température d'emmagasinage = -55 °¢/475 ¢

Lagerungstemperatur

') Not tinned
Non-etame
Nicht verzinnt

2) See page 2; voir page 2; siehe Seite 2

1.1.1962 722 0974 1.
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—>| Thermal data. Thermal resistance

from junction to ambience in

free air

from junction to case with in-
finite heat sink K

{[PN

0.35 °c/mW

A

0.2 °c/m¥

Données thermiques. Résistance

thermique
entre les jonctions et 1l'am-
biance a l'air libre K
entre les jonctions et le boi-
tier avec plaque de refroidis-
sement infinie K

Thermische Daten.Warmewiderstand

zwischen Kristall und Umgebung
in freier Luft X

zwischen Kristall und Geh&use

mit unendlich grosser Kihl-
platte K

A

0,35 °c/mw

A

0,2 °c/mw

[[ZaS

0,35 °c/mW

nn

0,2 °c/mw

'y Page 1, Seite 1.

Thie value is permissible at -Vpg 2 0.2 V. See also
page E. During switch-off transierits with inductive
load, it may occur that VCE > 15 V. This is permitted,
provided the inductive 1oad is less than 250 pH and
0.2 V< -VBE <20V. . 5

Cette valeur est permise a -Vgg = 0,2 V. Voir aussi
page E. Pendant les phenomenes transitoires accom-
pagnant la mise hors circuit a charge inductive 11
peut se présenter que VCE > 15 V. Cecl est permis,
si la charge inductive est moins de 250 vH et
0,2 V<=-Vgg <2V, N

Dieser Wert ist erlaubt wenn -Vpg = 0,2 V. Siehe auch
Seite E. Wiahrend der Ausgleichsvorgénge nach dem
Ausschalten mit induktiver Belastung kann es vorkommen
dass Vgg > 15 V. Dies ist erlaubt wenn die induktive
Belastung kleiner als 250 pH ist und

0,2 V<-VBg <2V.

722 0971 2.
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Characteristics

Caractéristiques Tamp = 25 °C -Ig = 200 mh
Kenndaten v - ov
CB =
Ves = 5V Iz =1,5m4 < 4,0 mA

Icgo = 0,3 kA < 3 uA
-Ig = 200 mA

VEB= 0V

Iz =5,0mA < 9,5 mA

Vgg = 5V
-IEBO = 0,3 pA < 3 pA

~Ig = 5mA -Iy = 200 mA
VCB' = ov r _
Iz = 100 pao o 12 HA Yep = OV
B = H < 185 pA -Vgp = 320 @V < 450 mV

punch through voltage
Vpr {tension de perforation >20V
Durchschlagsspannung
Characteristics range values for equipment design
Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1'étude d'équi-
pements
Kenndatenbereiche fiir Gerdtentwurf

o unless otherwise specified
Tamp = 25 C <sauf indication différente
wenn nicht anders angegeben

Vep = 5V VEz = 5V

Tamp = 60 °C Tamp = 60 °C

Ico = 6 pA < 35 pA IgRo = 6 uA < 35 pA
Vg = 20V VER = 20 V

Tamb = 60 OC .Tamb = 60 OC

Iggo = 7 uA < 100 pA . IgRQ = 7 BA < 100 pA
Ic = 7,5 mA Ig = 7,5 mA"

Iz = 0,094 mA Ip = 0,094 mA

Veg = 60mV < 175mV  Vpg = 180 mV < 250 mv
Ic = 50m Ic = 50mA

Iy = 0,75 mA Ip = 0,75 mA

Vg = 70mV < 220mV  Vgg = 230 mV < 340 my
Ic = 400 mA Ic = 400 ma

Iy = 13,3 mA Ig = 20 mA

Vecg = 150 mV < 370mV - Vgg = 400mV < 700 m

1.1.1962 722 0980 . 3. c
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Ch

1y

aracteristics range values for equipment design (con-
tinued)

Gammes de valeurs des caractéristiques pour 1'étude d'équi-
pements (suite)
Kenndatenbereiche fiir Gerdtentwurf (Fortsetzung)

Tamb = 25 %C

Ic = 400 mA VeB = 5V
Vgg = 2V -Ig = 3 mA
Vog = > 15 ") £ =0,5Muc/s
cpre = 20 DPF < 30 pF
Ve = 5V
~Ig = 3 mA Ve = 5V
£3) = 20¥c/s >9Me/s -Ig = 1 mA
b = 1ke/s
F = 548 < 18 dB

Transient behaviour
Phénomenes transitoires
Ausgleichsvorginge

Time constant with current feed
Constante de temps avec alimentation par courant
Zeitkonstante mit Stromspeisung

Veg = 0,75V
Icy = 200 mA
Te 3) = 1,3 psec < 1,75 psec

Time constant with voltage feed
Constante de temps avec alimentation par tension
Zeitkonstante mit Spannungsspeisung

Vcge = 57V
Icy = 1 mA
Ty = 0,1 usec < 0,15 usec

Measured with pulses to prevent excessive dissipation

Mesuré avec des impulsions pour prévenir une dissipation
excessive

Zur Vermeidung einer iibermdssigen Verlustlelstung
gemessen mit Impulsen

Frequency at_which |nre| =1
Fréquence a laquelle |hpg| =
Frequenz bei der |heg| =1

With normal and inverted connections
Avec connexions normales et interverties
Mit normalen und umgekehrten Anschliissen

1

- 7722 0982 4.
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7200764
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7200777
1000 OC139 5-12-1961
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-~ 7200781

I = permissible area of operation
I = region de fonctionnement admissible
I = erlaubter Verwendungsbereich
II = additional permissible area of operation when the
transistor is cut-off
II = region additionnelle de fonctionnement admissible
- si le transistor est bloqué
II = hinzukommender erlaubter Verwendungsbereich wenn
) der Transistor gesperrt ist .
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R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type made in the
alloy-diffusion technique with low collector capacitance
and high transconductance at high frequencies. The tran-
sistor is suitable for use as I.F. amplifier in A.M. and
F.M. receivers. It is hermetically sealed in a metal can
and absolutely moisture proof

TRANSISTOR H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en
technique alliage-diffusion avec faible capacite de
collecteur et a conductance de transfert eleveée a des
frequences €levées. Le transistor a été congu pour
l'utilisation comme amplif;cateup M.F. dans les récepteurs
A.M. et F.M. I1 est scellé hermetiquement dans un boitier
metallique et protégé contre 1'humidité

HF p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffu-
sionsverfahren mit kleiner Kollektorkapazitat und hoher
Steilheit bei hohen Frequenzen. Der Transistor ist ge-
eignet zur Verwendung als ZF-Verstirker in AM- und FM-
Empféngern. Er ist hermetisch abgeschlossen in einem
Metallgehduse und absolut sicher vor Feuchtigkeit

Limiting values (Absolute max. values)
Caracteristiques limites (Valeurs max, absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VecB = max. 20 V
~Ig = max. 10 mA
Ig = max. 10 mA|
~-Ig = max. 1 mi
P (Tamp = 45 °C) = max. 50 m¥

service continu = max. 75
Dauerbetried

{intermittent operation
T

(e}

{continuous operation
T

o

service intermittent 1) = max. 90
aussetzender Betrieb

Storage temperature o
Temperature d'emmagasinage =-55°C/+75
Lagerungstemperatur

]) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance of a circuit at this temperature is also
dependent upon the type of application

Durée totale 200 heures au max. La probabilité de
fonctionnemegt optimum d'un circuit a cette température
est aussi dépendante du genre de 1l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung einer Schaltung bei dieser Temperatur
wird auch von der Verwendungsart bestimmt

938 4155 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
3.3.1960 Caracteristiques provisoires
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Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

max95,_min 37 |

—
L_%Eﬁ

g

Thermal data. Junction temperature rise to
ambient temperature in free air

Données thermiques. Augmentation de la tempe—
rature de la jonction au regard de la tempe-
rature de l'ambiance a 1l'air libre

Thermische Daten. Temperaturerhdhung in bezug

auf die Umgebungstemperatur in freier Luft K < O, 6

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten
~Icpo(-VcB
1 3 €
- CB{ 1o
T
s {33
-V
-T CB
B { Ig
Vo
-V .{ CB
BE Ig
-VcB
F?) 1z
by

nu ou

Tamp = 25 °C
6V) =1,5upi
o } = 80V > 20V
o } o > 0,5V
6V _
TmA}_ 15 pA
6V _
1 mﬂ.} =260mV > 210 mV
6V
1mi 1= 18 dB
1 ke/s

]) Interlead shield and metal case
Blindage entre les connexions et boitier métallique
Abschirmung zwischen den Anschlissen und Metallgehzuse

2) Spot noise figure, measured with an input source impe-

dance of 500 @

K < 0.6 °c/mW

K < 0,6 °c/mi

<

<

O¢/mii

13 pA

50 pA

< 330 mV

<

40 dB|

Facteur de brult pour une bande etroite mesure avec une
impédance de la source d'entrée de 50
Rauschfaktor bei kleiner Bandbreite, gemessen mit einer

Impedanz der Eingangsspannungsquelle von 500 @

938 4156

Tentative data. Vorlaufige Daten

Caractéristigues provisoires
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3.3.1960 Caracteristiques provisoires

Characteristics (continued) -
Caracteristiques (suite) Tamb = 25 ~C
Kenndaten (Fortsetzung)
Column I: Setting of the transistor and typical (average)
measuring results of new transistors
II: Characteristic range values for equipment design
Colonne I: Valeurs pour le réglage du transistor et les
résultats moyens de mesures de transistors neufs
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude
d‘'équipements
Spalte 1I: Einstelldaten des Transistors und mittlere Mess-
ergebnisse neuer Transistoren
II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtent-
wurf
|
oI _ ot lm
-Veg = 6 v -Vop = 5: v
Ig = 1| mA Iy = 1 | mA
£1') = 70| Mc/s £ = 0,45 Nc/s
| Rg’) = 200 Q
~VeE = 6i \'A 7 _ 3 | < 8 aB
Ig = 1 | mA |
£ = 1 ke/s -Vgg = 6 v
hre = 1oo| > 20 Ix = 1 mA
f = 10,7 | Mc/s
Rs?) = 150 | Q
F = 5 { < 8 aB
) Frequency at which |hpg| =1
Fréquence a laquelle |npg| =1
Frequenz bei der |hrg| =1
2) Input source impedance
Impédance de la source d' entrée
Impedanz der Eingangsspannungsquelle
938 4157 Tentative data. Vorldufige Daten 3
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Characteristics (continued) LT
Caractéristiques (suite) Tamb = 25 C
Kenndaten (Fortsetzung)
Small signal parameters
Parametres pour petits signaux
Parameter fir kleine Signale
i Io
b?_T oC
Vi gie§§ Cie-l- lVa Yre  Vife Gl s -l-Coe Vo
80— e
| - | |
I I
___I_t__I.I_ __+____
-V = 6| v -Veg = 6| v
I = 1] mA I = 1 mA
£ = 0,45 | Ne/s | £ = 10,7 | Mc/s
gie = 0,4lc1,4ma/v| g1e = 30 < 7 ma/
cie = 801 < 150 pF cije = 60| < 110 pF
—gre < 0,10< 0,5 pasv lyre| = 0,10 < 0,15 ma/v
-cre 1,8 : < 2,4 DF Pre | 250°-265°
vee| = 36 l > 31 ma/V | |yre 27| > 21 mav
goe = 0,7 < 5 uh/V|-Pre = 4o°| < 60°
Coe = 7)< 12 pF Boe = 90 | < 170 pA/v
N Coe = 5] % 7
f = 0,4° | Mc/s
¢')= 61 aB £ = 10,7 Mc/s
¢')= 28 l aB
1) Maximum available unilateralized
power gain | Iz
Amplification de puissance uni- G = _fe|
latérale disponible au max. T 4.8ie+80e
Maximal verfiigbare Leistungsver-
starkung bel neutralisierten
Transistoren
938 4158 Tentative data. Vorl&dufige Daten 4.

Caractéristiques provisoires
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Operating characteristics as I.F. amplifier at 10.7 Nc/s

Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur M.F. a
10,7 MHz

Betriebsdaten als ZF-Verstirker bei 10,7 MHz

a2F o3
- z L &2 |
g P 5
§- S; - 4;:0 Sol
.
__ZF 352
Vi & 6600
T+
Coil data
Données des bobines
Spulendaten

Selfinductance of 51 and Sp
Autoinduction de S1 et S2 2,47 pH
Selbstinduktion von S1 und S)

Unloaded Q
Q sans charge 100
Unbelastete Q

Available power gain
Amplification de puissance disponible > 17 dB
Zur Verfiligung stehende Leistungsverstirkung

The available power gain is defined by (Vo)z R where

the insertion losses of both tuned circuits have been
taken into account
L‘ampliflcatlon de puissance disponible est définie par

( )2 4R1, dans lequel les pertes des deux circuits

syntonlses ont été mises en ligne de compte
Die zur Verfiligung stehende Lelstungsverstarkung ist de-

finiert durch (V?)' ¢§l’ wobei die Verluste in den
abgestimmten Kreisen in Rechnung getragen sind
Input source resistance

])Rs = Résistance de la source d'entrée
Widerstand der Eingangsspannungsquelle

5 Load resistance
“)R1 = Résistance de charge
Belastungswiderstand
938 4159 Tentative data. Vorldufige Daten 5.

3.3.1960 Caracterlsthues provisoires
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1) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-

R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type made in the
alloy-diffusion technique with low collector capacitance
and high transconductance at high frequencies. The tran-
sistor is suitable for use as oscillator-mixer in short
wave broadcast receivers and as I.F. amplifier in A.M.
and F.M. receivers. It is hermetically sealed in a metal
can and absolutely moisture proof

TRANSISTOR H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n- p en
technique alliage-diffusion avec faible capacite de
collecteur et a conductance de transfert elevee a des
fréquences élevées. Le transistor a été congu pour
l'utilisation comme oscillateur-changeur de fréquence
dans les récepteurs de T.S.F. a ondes courtes et comme
amplificateur M,F. dans les recepteurs AM. et F.N. 11
est scelle hermethuement dans un boitier métallique et
protégé contre 1'humidité

HF p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legierungs-Diffu-
sionsverfahren mit kleiner Kollektorkapazitat und hoher
Steilheit bei hohen Frequenzen. Der Transistor ist ge-
eignet zur Verwendung als Oszillator-Mischer in Kurz-
wellen-Empféangern und als ZF-Verstarker in AM- und FM-
Enpféangern.- Er ist hermetisch abgeschlossen in einem
Metallgehduse und absolut sicher vor Feuchtigkeit

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VCB = max. 20 V
-Ig = max. 10 mA
Ix = max. 10 mA
-Ig = max. 1 mA
Pc (Tamp = 45 °C)= max. 50 mW
continuous operation °
T; {service continu =max. 75 C
" |Dauerbetrieb
intermittent operation 5.4
T service intermittent = max. 90°C')
aussetzender Betrieb

Storage temperature 5 o
Température d'emmagasinage =-55"C/+75 C
Lagerungstemperatur

formance of a circuit at this temperature is also
dependent upon the type of application

Durée totale 200 heures au max. La probab111te de
fonctionnement optimum d'un circuit a cette température
est aussi dépendante du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung einer Schaltung bei dieser Temperatur
wird auch von der Verwendungsart Bestimmt

144 Tentative data. VorlZufige Daten 1.
960 Caractéristiques provisoires
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Dimensions
Dimensions
Abmessungen

—>| Thermal data. Junction temperature rise to o
ambient temperature in free air K < 0,6 “C/mWN
Données thermiques. Augmentation de la tempe-
rature de la jonction gu regard de la tempé- °
rature de 1'ambiance a 1l'air libre K < 0,6 “C/mW
Thermische Daten. I‘emperaturerhohunA7 in Bezug
auf die Umgebungstemperatur in freier Luft K < 0,6 Oc/mw

Characterlstics

—> | Caractéristiques Tamb = 25 ¢
Kenndaten Min Max.

“Icgo(-Vop = 6V ) = 1,5 pA < 13 pA

-Vcs {’%g = *““‘} - 80V > 20V

s (T2 270 M- > 0,5V

-Ip {“égﬁ - ?Xm} = 15 pA < 50 pA

-Vpg [“‘{EE z ? ‘nﬁA} =260mV > 210mV < 330 mv
Veg= 6V

F2)|Is0= 1m }=1ea3 < 33 aB
f° = 1 ke/s

1) Interlead shield and metal case
Blindage entre les connexions et boitier métallique
Abschirmung zwischen den Anschliissen und Metallgehduse

2) Spot noise figure, measured with an input source impe-
dance of 500 Q
Facteur de bruit pour une bande etroite, mesuré avec une
impédance de la source d'entrée de 500 @
Rauschfaktor bei kleiner Bandbreite, gemessen mit einer
Impedanz der Eingangsspannungsgquelle von 500 Q

938 4145 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caractéristiques provisoires
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Characteristics (continued)
Caractéristiques (suite) Tamp = 25
Kenndaten (Fortsetzung)

Column 1I: Setting of the transistor and typical (average)
measuring results of new transistors
II: Characteristic range values for equipment design
Colonne I: Valeurs pour le réglage du transistor et les
résultats moyens de mesures de transistors peufs
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étude
d'équipements
Spalte 1I: Einstelldaten des Transistors und mittlere Mess-
ergebnisse neuer Transistoren
II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerdtentwurf

%

Ll m _ I g
Ve = 6 v -Veg = 6, v
Ig = 1 mA Ig = 1 mA
£1') = 70| Mc/s £ = 0,45 | Mc/s
| Rg?) = 200 : Q
Vg = 6| v F = 3 < & dB
Ig = 1l mA |
£ = 1 } kc/s ~VoE = 6 | v
hee =100 | > 20 I = 1 mA
£ = 10,7 | Mc/s
R?) = 150 | 2
F = 4| < 8 dB
|
-Veg = 6 | v
Iy = 1 mA
£ = 200 % ke/s
Rg?) = 1000 | Q
Toge = 650 | kc/s
FJ) = 5] <12 dB
N Frequency at which |hpg| =1
Fréquence a laquelle lhfd =1
Frequez bei der |hre| =1
2) Input source inpedance
Impédance de la source d'entrée
Impedanz der Eingangsspannungsquelle
3) Conversion noise factor
Facteur de bruit de changeur de fréquence
Rauschfaktor als Mischer
938 4146 Tentative data. Vorlaufige Daten 3.

3.3.1960 Caracter1etiques provisoires
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Caractéristiques provisoires

Characteristics (continued) &
—>| Caractéristigues (suite) Tamb = 25 C
Kenndaten (Fortsetzung)
Small signal parameters
Parametres pour petits signaux
Parameter flur kleine Signale
1y S - S
Ve = 6| v -Veg = 6 | v
Ig = 1 : mA Iz = 1 mA
i = 0,45 | Mc/s f = 10,7 | Mc/s
gie = 0,4 | < 1,4 ma/V gie = 2,5 | < 7 mA/V
cie = 80 | < 150 pF cie = 65 | < 110 pF
-gre < 0,1 | < 0,5 pasv re| = 0,10 | < 0,15 ma/v
—cre = 1,8 : < 2,4 DF Pre = 260° 1 2559-265°
pee] = 37 > 3wV | re| = 32 1 > 27w/
) , ] 0
Boe = 0,2 | < 5 ua/N | -Pre = 2 Ol < 50
Coe = 5 1< 9 pF goe = 60 : < 150 pA/v
| Coe 4,5 | < 7 pF
£ = 0,45 | Me/s |
") = 66 | dB ro=10,7 ¥e/s
¢ V)= 32 | aB
1) Maximum available unilateralized
power gain |yf F
Amplification de puissance uni- o = €
laterale disponible au max. T 4.8ie-80e
Maximal verfiigbare Leistungsver-
stdrkung bei neutralisierten
Transistoren
9328 4147 Tentative data. Vorldufige Daten 4.
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Operating characteristics for use as self-exciting convertor

Caractéristiques d'utilisation comme convertisseur auto-
excitateur

Betriebsdaten als selbsterregter Mischer

AF_
S
521 |
> <
L Ry 30 Ss; gsj =C4 Tgs
2200a= 3 F|Z/
F =3 b4
d $ 'y
5 g +
o= = 6-16 15 - 26,5 Mc/s
Rq = 56 47 Q
Cy =Cz = 35 -280 55 - 180 oF
Cp =Cq4 = 2 -8 3 - 25 DF
Cs = 2200 820 pF
Cq = 39 47 pF
-VoE = 7,8 7,8 v
Ig = 1 1 mA
f = 7 16 16 26,5 26,5 Mc/s
{VOSC = 0,13 0,23 Cy3 0,1 0,2 Veffi)
£ = 6,5 15,5 15,5 26 26 NMc/s
o = 25 20 20 16 18 dB 2)

131

1) Oscillator voltage between emitter and earth
Tension d'oscillateur entre émetteur et terre
Oszillatorspannung zwischen Emitter und Erde

2) Conversion gain (Po/Pi) is the ratio between the I.F.
power in the 2500 Q load resistor and the available
R.F. power in the aerial circuit (2500 Q is the input
resistance of the I.F. transistor)

L'amplification de conversion (Po/gi) est le rapport
entre la puissance M.F. dans la résistance de charge
de 2500 @ et la puissance H.F. disponible dans le
circuit d'antenne (2500 Q est la résistance d'entrée
du transistor M.F.)

Die Mischverstédrkung (Po/Pi) ist das Verh#ltnis zwischen
der ZF-Leistung in dem Belastungswiderstand von 2500 Q
und der zur Verfligung stehenden HF-Leistung im Anten-
nenkreis (2500 Q@ ist der Eingangswiderstand des
ZF-Transistors)

938 4148 Tentative Data. Vorldufige Daten 5.
3.3.1960 Caractéristiques provisoires
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Coil data . Earth side 52 s,
Donnees des bobines  Cété mise g lo terre
Spulendaten Geerdete Seite

Frequency range 6-16 Mc/s
Gamme de fréquences 6-16 MHz °
Frequenzbereich 6-16 MHz

Coil -Mre1 Number of turns o
Bobine| Fil ') |Nombre de spires L Q%)
Spule Draht Windungszahl

S1 0,8 mm 23 2,5 pH | 110
S2 0,25 mm 3 = 5
S3 0,8 mm 21 2,15 pH | 100
S4 0,25 mm 6 - -
S5 0,25 mm 2 - -
56 0,25 mm 6 = -
57 - = 0,55 mH | 160

Frequency range 15-26,5 Mc/s
Gamme de fréquences 15 -26,5 MHz
Frequenzbereich 15-26,5

Coil | Wire | Number of turns Q2
Bobine| Fil ') | Nombre de spires L

Spule | Draht ¥indungszahl 15,5 Mc/s|26 Mc/s
81 0,8 mm 8 0,64pH 105 125
S2 0,25 mm 1 - - -
s3 0,8 mm 7,5 0,58uH - -
S4 0,25 mm 4 - 2 -
S5 0,25 mm 1 - - -
sé 0,25 mm 2 _ - - -
s7 - = 0,55mH 160

See also page 7; Voir aussi page 7; siehe auch Seite 7

) Enamelled copper wire
Fil de cuivre émaillé
Emaillierter Kupferdraht

2) Unloaded; sans amortissement additionnel; ohne Belastung

938 4149 Tentative data. Vorldufige Daten .
Caractéristiques provisoires
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S1 and Sz closely wound on formers with diameter of 10 mm
S2 wound”in 54

S4 and S5 wound on S3

Transformer ratio S7 to Sg 9.3 : 1

Sq1 et S3 enroulés jointifs sur des mandrins de diametre
de 10 mm |

S, enroule entre les spires de 59

S4 et S5 enroules sur les spires de S3

Rapport de transformation de S7 et Sg 9,3 : 1

S1 und S3 anschliessend auf Spulenkdrper mit Durchmesser)
von 10 mm gewickelt

S, zwischen die Windungen von S; gewickelt

S4 und Ss auf die Windungen von S gewickelt
Ubersetzingsverhdltnis S7 und Sg 6,3 s 1

938 4150 Tentative data. Vorldufige Daten 7
3.3.1960 Caracteristiques provisoires
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Operating characteristics as I.F. amplifier at 10.7 Mc/s

Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur M.F. a
10,7 MHz

Betriebsdaten als ZF-Verstdrker bei 10,7 MHz

Coil data
Donnees des bobines
Spulendaten

a

Selfinductance of Sy and S2
Autoinduction de S; et Sp 2,47 pH
Selbstinduktion von 8¢ und Sp '

Unloaded 9
Q sans charge 100
Unbelastete @

Available power gain

amplification de puissance disponible > 20 dB

Zur Verfiigung stehende Leistungsverstirkung
The 'available power gain is defined by ( )2 4 , where
the insertion losses of both tuned c1rcu1ts have been
taken into account ;

L'amplification de puissance disponible est definie par
(%%)2 iﬁ?, dans lequel les pertes des deux circuits
syntonisés ont été mises en ligne de compte

Die zur Verfiligung stehende Leistungsverstdrkung ist de-

finiert durch (%?)? i%%, wobei die Verluste in den

abgestimmten Kreisen in Rechnung getragen sind

Input source resistance
Résistance de la source d'entrée

")
Rg
Widerstand der Eingangsspannungsquelle

"

a. Load resistance
“)R1 = Résistance de charge
Belastungswiderstand

m

958 4151 Tentative data. Vorldufige Daten
Caractéristiques provisoires
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R.F. GERMANIUM TRANSISTOR of the p-n-p type made in the
alloy-diffusion technique with low collector capacitance
and high transconductance at high frequencies. The tran-
sistor is suitable for use as R.F. amplifier and as mixer-
oscillator in F.M. receivers. It is hermetically sealed
in a metal can_and absolutely moisture proof

TRANSISTOR H.F. A CRISTAL DE GERMANIUM du type p-n-p en
technigue alliage-diffusion avec faible capacite de
collecteur et a conductance de transfert elevee a des
fréquences €levées. Le transistor a €té congu pour
l'utilisation comme amplificateur H.F. et comme oscil-
lateur-changeur de frequence dans les récepteurs F.M.
Il est scelle hermetiquement dans un boitier metalli-
que et protégé contre 1'humidité

HF p-n-p-GERMANIUMTRANSISTOR nach dem Legilerungs-Diffu-
sionsverfahren mit kleiner Kollektorkapazitdt und hoher
Steilheit bei hohen Frequenzen. Der Transistor ist ge-
eignet zur Verwendung als HF-Verstédrker und als Oszil-
lator-Mischer in FM-Empféangern. Er ist hermetisch ab-
geschlossen in einem Metallgehduse und absolut sicher
vor Feuchtigkelt

Limiting values (Absolute max. values)
Caractéristiques limites (Valeurs max. absolues)
Grenzdaten (Absolute Maximalwerte)

-VeB = max. 20 V
=Ig = maX. 10 miA

Ig = max. 10 mA
~Ig = max, 1 mA

Pc (Tamb = 45 °C) = max. 50 mW

continuous operation o
T3 < service continu = max. 75 C
Dauerbetried

intermittent operation ont
T; { service intermittent = max. 90°C")
aussetzender Betrieb

Storage temperature ° o
Température d'emmagasinage =-55°C/+75°C
Lagerungstemperatur

1) Total duration max. 200 hours. Likelihood of full per-
formance of a circuit at this temperature is also
dependent upon the type of application

Durée totale 200 heures au maX. La probabilite de
fonctionnement optimum d'un circuit a cette température
est aussi dependante du genre de l'application

Gesamtdauer max. 200 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit
optimaler Wirkung einer Schaltung bei dieser Temperatur
wird auch von der Verwendungsart bestimmt

938 4153 Tentative data. Vorldufige Daten 1.
3.3.1960 Caractéristiques provisoires
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Dimensions in mm
Dimensions en mm

Abmessungen in mm max95, min37

==

<

Thermal data. Junction temperature rise to o
ambient temperature in free air , K< 0.6 “c/mW
Donnees thermiques. Augmentation de la tempe-
rature de la jonction au regard de la tempe- o
rature de 1'ambiance a 1'air libre X < 0,6 “C/mW
Thermische Daten. Temperaturerhdhung in Bezug o
auf die Umgebungstemperatur in freier Luft K < 0,6 “C/mW

Characteristics 6

Caracteristiques Tamb = 25 C

Kenndaten

Min, Max,
-IBo(-%cB = 6V ) = 1,5 pA < 13 pA
- { T :58“A}= 00V > 20V
w F R o
-Ig {-‘I,%B N ? XA} = 15 ph < 50 pA
-Vag {“I’gB = f’ L} =260 mV > 210 v < 330 mV
5y J-VCB = 6V
F)<Ig = 1mh =15 aB < 40 dB
5 g = 1 ke/s

1) Interlead shield and metal case i
Blindage entre les connexions et boitier métallique
Abschirmung zwischen den Anschliissen und Metallgeh#use

2) Spot noise figure, measured with an input source impe-
dance of 500 @ ,
Facteur de bruit pour une bande etroite, mesuré avec une
impedance de la source d'entrée de 500 Q
Rauschfaktor bei kleiner Bandbreite, gemessen mit einer
Impedanz der Eingangsspannungsquelle von 500 Q

938 4154 Tentative data. Vorldufige Daten 2.
Caracteristiques provisoires
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Characteristics (continued) N
Caractéristiques (suite) Tamb = 25 °C
Kenndaten (Fortsetzung)

Column I: Setting of the transistor and typical (average)
measuring results of new transistors
II: Characteristic range values for equipment design
I: Valeurs pour le reglage du transistor et le
resultats moyens de mesures de transistors peuf
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour 1'étud
d'equipements
Spalte I:.Einstelldaten des Transistors und mittlere Mess-|
ergebnisse neuer Transistoren
II: Charakteristischer Wertbereich fiir Gerédtent-

Colonne

wurf
S S * S _r_tIo_
-VeB = 6: v -Vcg = 6 r v
Ig = 1 oA I = 1, A
£1') = 701 ¥c/s Rg %)= 150 | Q
! r =10,7"! uc/s
Tom = 6 ¥ F = 4,< 8 ap
IE = oi® 1| mA |
f = 1, ke/s -VeB = 6 v
hfe' = 1001 > 20 IE = 11 mA
! . Rg®) = 68| Q
s = &1 v £ = 100 Mc/s
IE = 1I mA F - 9,¢< 11 @B
f = 2, Mc/s
lzrv|2)= 251 <45 @
I

') Frequency at which |hpe| = 1
Fréquence a laquelle |hfe| = 1
Frequenz bei der |hre| = 1

1

Yro

3) Input source impedance
Impédance de la source d'entréde
Impedanz der Eingangsspannungsquelle

2) Zrp = ( See page 4; voir page 4; siehe Seite 4)

938 4199 Tentative data. Vorlaurige Daten 3.
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Characteristics (continued) o
Caractéristiques (suite) Tamb = 25 “C
Kenndaten (Fortsetzung)

Small signal parameters
Parametres pour petits signaux
Parameter flr kleine Signale

ii io
b — . -

Vi| Gie C/e-|— lVo}’re Vi}’fel ==Coe =Joe (o

e

e
Common emitter; Emetteur a la masse; Emitterschaltung

ii Io
—— —

[—0 c
! I f,g L :,-C"” Cob
bo— : T ob

Common base; Base & la masse; Basisschaltung

ViYep
Yo )rb

AMAM
W
8
&

.
=

Common emjtter Common base
Emetteur a la masse Base a la masse
Emitterschaltung Basisschaltung
S S S & S __r_Ir_ _
~VgoE = 6 : v ~VeB = 6 : v
g = 1 mA Iy = T mA
f = 0,451 Mc/s f = 100 | Mc/s
~Cpe = 1,3} < 2,4 YpF gp = 23 :< 45 mA/V
-Cip = 6 <18 pF
-VcE = 6 : d [yrv| = 0,6 : <1 mA/V
Ig = L mA Py = 85° |
f = 10,71 Mc/s Ibe|= 1 1y9 mA/V
ge = 20 : < 65 pa/v 9rp =  90° :700_1100
&b = 0,35 | < 0,6 mA/V
Cob = 2,6 :< 4 pF
938 4200 Tentative data. Vorlaufige Daten 4.
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Operating characteristics as R.F. pre-amplifier at 100 Mc/s
Caracteyisgéq:es d'utilisation comme pré-amplificateur
H.F, a 1 Hz

Betriebsdaten als HF-Vorverstirker bei 100 MHzZ _

60n 1500pF (zcj 71 220pF
S2 s s
o) o E
daij-
L ﬁ%% s,
! -6V
! —O+03V _
51.= 0,18 pE ferrite bead . ¢ /43
_ S3 = perle de ferrite 56 390 31/4
82 = 0,18 pH 3 Ferritperle

The resistance R1is chosen such that the total output
impedance equals 3.3 kQ . ,
La resistance Rjest choisie de telle maniere que 1'impe-

dance de sortie totale est de 3,3 kQ
Der Widerstand Riwird derart gewahlt, dass der Gesamtaus-
gangsimpedanz 3,3 kQ ist

Available power gain
Amplification de puissance disponible > 10 4B
Optimale Leistungsverstérkung
V, 4R
The available power gain is defined by (v%)? i, where
the insertion losses of both tuned circuits have been
taken into account

L‘a$p11fiﬁation de puissance disponible est définie par
(79-? K—i, dans lequel les pertes des.deux circuits

syntonisés ont été mises en ligne de compte
Dievopti?ﬁle Leistungsverstérkung ist définiert durch
(V%)? -77§, wobei die Verluste in den abgestimmten Kreisen
in Rechnung getragen sind

938 4271 Tenfativg data. Vorldufige Daten S5e
3.3.1960 Caracteéristiques provisoires
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CADMIUM SULFIDE PHOTOCONDUCTIVE CELLS
CELLULES PHOTOCONDUCTRICES A SULFURE DE CADMIUM
KADMIUMSULFID PHOTOLEITER

For data sheets of these types please refer to chapter

"Photo-electric devices™

Pour les feullles de données de ces types voir le chapitre

"Dispositifs photoélectriques"

Fir die Datenbldtter dieser Typen siehe Abschnitt "Foto-

zellen"

3.3.7960 538 4201
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PHILIPS |2-0A72
2-OA 79
2-0C 16
2-0C72

2-0A 72
2-0A 79

2-04 72
2-0A 79

2-0A 72
2-0A 79

Combination of two germanium diodes OA 72 or QA 79
selected for operation in ratio-detector circuits.
For data please refer to the data sheets ofthe
OA 72 or OA 79

Combinaison de deux diodes a cristal de germanium
OA 72 ou OA 79, selectionnées pour opération en
circuits détecteur ratio. Pour les données voir
les feuilles du OA 72 ou OA 79

Kombination von zwel Germaniumdioden OA 72 oder
0A 79 speziell zur Verwendung in Ratio-Detektor-
schaltungen ausgesucht. Fir die Daten siehe die
Datenblitter von OA 72 oder OA 79

Combination of two transistors OC 16 or OC 72 se-
lected for operation in class B push-pull circuits
For data please refer to the data sheets of the
0C 16 or OC 72

Combinaison de deux transistrons OC 16 ou 0C 72,
selectionnés pour operation en circuits push-pull
classe B. Pour les données voir les feuilles du
0C 16 ou 0C 72

Kombination von zwei Transistoren OC 16 oder OC 72
speziell zur Verwendung in Klasse B Gegentaktschal-
tungen ausgesucht. Fir die Daten siehe die
Datenblétter von 0C 16 oder 0C 72 |

7.7.1957

938 2625 1.







